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1.1. Typeniibersicht
Optoelektronische Halbleiter-Bauelemente

Bisher vorhandene Typen Neue Typen

Fotoelemente

Silizium-Fotoelemente BP 100, BPX 79, BPY 11,
BPY 47, BPY 48, BPY 64,
TP 60, TP 61,
Fotodioden
Silizium-Differential-Fotodioden
BPX 48
Silizium-Fotodioden BPX 60, BPX 63, BPX 65, | BPW 32, BPW 33, BPW 34,

BPX 90, BPX 91, BPX 92, | BPX 61, BPX 66
BPX 93, M BPY 12

Fototransistoren

Silizium-Fototransistoren BP 101, BP 102, BPX 38, BP 103
BPX 43, BPX 62, BPX 81,
BPY 61, BPY 62
Silizium-Fototransistor-Zeilen
BPX 80 bis BPX 89

Lumineszenzdioden

GaAs-Lumineszenzdioden

(Infrarotstrahler) CQY 17, M CQY 18,LD 261 | CQY 57, CQY 77, CQY 78,
LD 241

GaAs-Lumineszenzdioden-Zeilen

(Infrarotstrahler) LD 260 bis LD 269

GaAsP-Lumineszenzdioden

(rotleuchtend) M LD 40, LD 461, LD 50 CQY 26 A,LD30A,C,

LD 41A,LD 461 A
GaAsP-Lumineszenzdioden-Zeilen

(rotleuchtend) LD 460 bis LD 469
GaP-Lumineszenzdioden
(grinleuchtend) LD 471 CQY 28 A, LD 37 A,

LD 57 A,LD471A
GaP-Lumineszenzdioden-Zeilen

(grinleuchtend) LD 470 bis LD 479
GaP-Lumineszenzdioden
(gelbleuchtend) CQY 29 A, LD 35 A,

. . . LD55A,LD481A
GaP-Lumineszenzdioden-Zeilen
(gelbleuchtend) LD 480 bis LD 489

Optoelektronische Koppelelemente
CNY 17, CNY 18

Fotowiderstande RPY 60, RPY 61, RPY 62, | FW 9801, FW 9802
RPY 63, RPY 64

Schwellwertschalter fir Optoelektronik TPV 63

W Nicht far Neuentwicklung
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1.1. Typeniibersicht
Silizium-Fotoelemente

Typ Empfindlichkeit | Leerlaufspannung bei £, = Dunkelstrom Seite
[R bei
100 Lux 10000 Lux Tu=25°C
S (uA/Lux) UL (mV) UL (mV) Ir (uA)
BP 100 0,025 (= 0,019) | 170 (= 120) = 2001) 3(£10) 61
BPX 79 0,135 (= 0,1) 320 (= 220) = 3101) 0,3 (=50) 66
BPY 11 0,04 (=0,028) | 220 (= 180) = 2601) 1(=10) 70
BPY 11/1 0,04 (=0,028) | 220 (= 180) = 2601) 1(=10) 70
BPY 11/l 0,04 (=0,028) | 220 (= 180) = 2601) 1(=10) 70
BPY 11/Il | 0,04 (=0,028) | 220 (= 180) = 2601) 1(=10) 70
BPY 47 1,3 (=0,9) 300 (= 150) =450 - 75
BPY 48 0,43 (=0,3) 300 (= 150) =450 - 80
BPY 64 0,23 (=0,16) 300 (= 150) =450 - 85
TP 60 1,0 (£0,7) 300 (= 140) =440 - 90
TP 61 1,0 (=0,7) 300 (= 140) =440 - 90
1) £, = 1000 Lux
Silizium-Differential-Fotodioden
Typ Empfindlichkeit Sperrspannung Dunkelstrom Seite
Iz bei Ty = 25°C
S (nA/Lux) Ur (V) (uA)
BPX 48 32 (=15) 10 0.1(=0,2) 48
Silizium-Fotodioden
Typ Empfindlichkeit Sperrspannung Dunkelstrom Seite
Irbei Ty = 25°C
S (nA/Lux) Ur (V) (nA) [pA]
BPW 32 10 7 [15] 103
BPW 33 50 (= 35) 7 [20 (= 100)] 108
BPW 34 70 (= 50) 32 [2 (= 30)] 113
BPX 60 50 (= 35) 32 7 (= 300) 118
BPX 61 70 (= 50) 32 2 (= 30) 123
BPX 63 10 7 [0,15] 128
BPX 65 10 (=27) 50 1(=5) 133
BPX 66 9 (=5) 50 0,15 (=0,3) 138
BPX 90 40 (= 25) 32 5 (= 200) 143
BPX 91 . 50 (= 35) 32 7 (= 300) 148
BPX 92 7 (=4) 32 1(=100) 153
BPX 93 8 (=5) 32 0,5 (=50) 158
BPY 12 =100 20 100 (= 1000) 162

Alle Angaben zur Fotoempfindlichkeit beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).

V Neuer Typ; B Nicht fir Neuentwicklung
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1.1. Typeniibersicht
Silizium-Fototransistoren

Typ Fotostrom 7, Kollektor- Kollektor- Seite

bei Use =5V, Emitter- Emitter-Reststrom

E, = 1000 Lux Sperrspannung | bei Uce = 25V, [30 V]

Ip (mA) UcE (V) E= 0,' Icgo (nA)
BP 101/1 0,063 bis 0,125 32 [6 (= 100)] 171
BP 101/1l | 0,1 bis 0,2 32 [6 (= 100)] 171
BP 101/Hl1 | 0,16 bis 0,32 32 [5 (= 100)] 171
BP 101/IV | 0,25 bis 0,5 32 [6 (=100)] 171
BP 102/1 0,16 bis 0,32 32 [5 (=100)] 176
BP 102/11 | 0,25 bis 0,5 32 [5 (= 100)] 176
BP 102/1ll | 0,4 bis 0,8 32 [6 (= 100)] 176
BP 102/1V | 0,63 bis 1,25 32 [6 (= 100)] 176
BP 103/I 0,16 bis 0,32 100 [6 (= 100)] 181
BP 103/I11 0,25 bis 0,5 100 [5 (= 100)] 181
BP 103/1ll | 0,4 bis 0,8 100 [6 (= 100)] 181
BP 103/IV | 0,63 bis 1,25 100 [6 (=100)] 181
BPX 38/I 0,4 bis 0,8 50 5 (=200) 186
BPX 38/Il | 0,63 bis 1,25 50 8 (= 200) 186
BPX 38/Ill | 1,0 bis 2,0 50 12 (= 500) 186
BPX 38/1V | 1,6 bis 3,2 50 20 (= 500) 186
BPX 43/1 1,6 bis 3,2 50 5 (=200) 191
BPX 43/1l | 2,5 bis 5,0 50 8 (= 200) 191
BPX 43/1ll | 4,0 bis 5,0 50 12 (= 500) 191
BPX 43/IV | 6,3 bis 12,5 50 20 (= 500) 191
BPX 62/1 0,4 bis 0,8 50 10 (£ 100) 196
BPX 62/1l | 0,63 bis 1,25 50 10 (= 100) 196
BPX 62/111 | 1,0 bis 2,0 50 10 (100 196
BPX 62/IV | 1,6 bis 3,2 50 10 (= 100) 196
BPX 81/1 0,63 bis 1,25 32 25 (=200) 200
BPX 81/Il | 1,0 bis 2,0 32 25 (= 200) 200
BPX 81/l | 1,6 bis 3,2 32 25 (=200) 200
BPX 81/IV | 2,5 bis 5,0 32 25 (= 200) 200
BPY 61/1 0,8 bis 1,6 32 5 (= 100) 208
BPY 61/1l | 1,25 bis 2,5 32 5 (= 100) 208
BPY 61/1ll | 2,0 bis 4,0 32 5 (= 100) 208
BPY 61/1V | 3,2 bis 6,3 32 5 (=100) 208
BPY 62/1 1,25 bis 2,56 32 5 (=100) 212
BPY 62/Il | 2,0 bis 4,0 32 5 (=100) 212
BPY 62/1ll | 3,2 bis 6,3 32 5 (= 100) 212

Alle Angaben zur Fotoempfindlichkeit beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).

¥ Neuer Typ
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1.1. Typeniibersicht
Silizium-Fototransistor-Zeilen

Typ Fotostrom 7, Kollektor- Kollektor- Seite
(Zahl der Tr. bei Uce =5V, Emitter- Emitter-Reststrom
in der Zeile) E, = 1000 Lux Sperrspannung bei Uce = 25V,

Ip (mA) Uce (V) E =0, Iceo (nA)
BPX 81 (1)) 32 204
BPX 82 (2) 32 204
BPX 83 (3) 32 204
BPX 84 (4) 32 204
BPX 85 (5) . 32 204
BPX 86 (6) 0,41 bis 6,3 32 25 (= 200) 204
BPX 87 (7) 32 204
BPX 88 (8) 32 204
BPX 89 (9) 32 204
BPX 80 (10) 32 204

Alle Angaben zur Fotoempfindlichkeit beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).

GaAs-Lumineszenzdioden (Infrarotstrahler)

Typ Strahlstarke I¢2) |Strahlungsflu® Offnungs- max. zul. | Seite

Ir =100 mA Ir =100 mA [60 mA] kegel (Halb- |DurchlaR-

[50 mA] b (MW) winkel ¢ strom

(mW/sr) b, |fur 50%

Ie b bei @ ges. |l max) (Grad) |Zr (mA)
cay 17/\v 1,1 bis 2,8 15° |4 13 100 221
cay 17/v 1,8 bis 4,5 15° 16,3 |13 100 221
cay 18/11 0,8 bis 2,0 30° 12,5 |45 100 226
cay 18/1v 1,25 bis 3,2 |30° |4 45 100 226
caQy 18/V 2 bis 5,0 30° (6,3 |45 100 226
cQy 57/1 |[0,5 bis 1,0] [1,0] 12 100 231
caQy 57/l |[0,8 bis 1,6] [1,6](12 100 231
cQy 57/111|[1,25 bis 2,5] [2,6] 12 100 231
cQy 57/1V|[2,0 bis 4,0] [4,0]112 100 231
cQy 77/1 |8 bis 16 25 |6 230 236
cQy 77/l |12,5 bis 25 4,0 |6 230 236
cQy 77/111|20 bis 40 6,3 |6 230 236
cQy 78/l |1,0 bis 2,0 2,5 |40 230 241
cQy 78/1l |1,6 bis 3,2 4,0 |40 230 241
cQy 78/111|2,5 bis 5,0 6,3 |40 230 241
LD 241/l (1,0 bis 2,0 4,0 |60 230 246
LD 241/1l (1,6 bis 3,2 6,3 |60 230 246
LD 241/1l1 {2,5 bis 5,0 10 |60 230 246
LD 261/1 [0,28 bis 0,71]|30° |[1,0] |30 60 251
LD 261/l [0,45 bis1,112] |30° |[1,6] | 30 60 251
LD 261/l [0,71 bis 1,8] |30° |[2,5] |30 60 251
LD 261/IV [1,12 bis 2,8] |30° |[4,0] |30 60 251

1) Ip-Streuung innerhalb einer Zeile = 1: 2 (Matching-Faktor 0,5); engere Streuung auf Anfrage.
2) Gemessen mit HP-Radiant-Flux-Meter 8334 A (Option 013) MeRabstand = 70 mm.

V¥ Neuer Typ; B Nicht fiir Neuentwicklung
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1.1. Typeniibersicht
GaAs-Lumineszenzdioden-Zeilen (Infrarotstrahler)

Typ (Zahl Strahlungsfluf Offnungskegel max. zul. Seite
der Dioden | /r = 50 mA &, (mW) (Halbwinkel ¢ fir | Durchlastrom
in der Zeile)| ®. bei ¢ Peges.| 50% Iy max) (Grad) | Ir (MA)
LD 261 (1)') 256
LD 262 (2) 256
LD 263 (3) 256
LD 264 (4) 256
::g %gg {g; 0,32 bis 2,50] (30° (2,0 30 50 %gg
LD 267 (7) 256
LD 268 (8) 256
LD 269 (9) 256
LD 260 (10) 256
1) I-Streuung innerhalb einer Zeile = 1: 2 (Matching-Faktor 0,56); engere Streuung auf Anfrage.
GaAsP-Lumineszenzdioden (rotleuchtend)
Typ Lichtstarke Offnungskegel Gehause- Sperrstrom Seite

bei /r = 20 mA | (Halbwinkel ¢ einfarbung bei Ur =3V

I, (mcd) fir 50% 1, max) Ir (uA)

(Grad)

CQY 26 A | 0,8 30 rot diffus 0,01 (=10) 265
cQy 26/1 | 1,5(=1,0) 30 rot diffus 0,01 (=10) 265
caQy 26/11 | 2,5 (= 2,0) 30 rot diffus 0,01 (=10) 265
LD 30 A 0,8 35 rot diffus 0,01 (=10) 271
LD 30/1 1,5 (= 1,0) 35 rot diffus 0,01 (=10) 271
LD 30/11 2,5 (=2,0) 35 rot diffus 0,01 (=10) 271
LD30C 2,5(=1,0) 25 glasklar 0,01 (=10) 271
LD 40/1 0,7(=0,3) 40 rot diffus 0,01 (=10) 275
LD 40/11 1,2 (=0,8) 40 rot diffus 0,01 (=10) 275
LD 41 A 0,8 30 rot diffus 0,01 (=10) 279
LD 41/1 1,56 (=1,0) 30 rot diffus 0,01 (=10) 279
LD 41/l 2,5(=2,0) 30 rot diffus 0,01 (=10) 279
LD 50/I 3,0(=2,0) 12 rot diffus 0,01 (=10) 284
LD 50/11 6,0 (=4,0) 12 rot diffus 0,01 (=10) 284
LD 461 1 (=20,6) 50 weil diffus | 0,01 (=10) 289
LD461A | =04 50 weild diffus | 0,01 (=10) 289
GaAsP-Lumineszenzdioden-Zeilen (rotleuchtend)
Typ Lichtstarke Offnungskegel | Gehause- Sperrstrom Seite
(Zahl der bei /r = 20 mA | (Halbwinkel ¢ | einfarbung bei Ur =3V
Dioden in der | I, (mcd) fir 50% I, max) Ir (uA)
Zeile) (Grad)
LD 462 (2) 295
LD 463 (3) 295
LD 464 (4) 295
LD 465 (5) 295
LD 466 (6) 0,6 bis 1,2 50 weil diffus 0,01 (=10) 295
LD 467 (7) 295
LD 468 (8) 295
LD 469 (9) 295
LD 460 (10) 295

¥ Neuer Typ; B Nicht fir Neuentwicklung
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1.1. Typeniibersicht
GaP-Lumineszenzdioden (griinleuchtend)

Typ Lichtstarke Offnungskegel | Gehause- Sperrstrom Seite
bei /r = 20 mA | (Halbwinkel ¢ einfarbung bei Ur = 3V
Iv (mcd) fir 50% v max) Ir (UA)
(Grad)
CQY28A | 1,2 25 grun diffus 0,01 (=10) 299
cQy 28/1 | 3,0 (=2,5) 25 grun diffus 0,01 (=10) 299
cQy 28/1l | 5,5 (=4,0) 25 grun diffus 0,01 (=10) 299
LD 37 A 1,0 35 grun diffus 0,01 (=10) 304
LD 37/1 2,5 (=2,0) 35 grin diffus 0,01 (=10) 304
LD 37/1 5,0 (= 3,0) 35 grun diffus 0,01 (=10) 304
LD 57 A 1.2 25 grun diffus 0,01 (=10) 309
LD 57/1 3,0(=2,5) 25 grin diffus 0,01 (=10) 309
LD 57/ 5,6 (=4,0) 25 grin diffus 0,01 (=10) 309
LD 471 4,5(=3,2) 50 grin diffus 0,1 (=10) 314
LD 471 A | =1,25 50 grin diffus 0,1 (=10) 314
GaP-Lumineszenzdioden-Zeilen (griinleuchtend)
Typ Lichtstarke Offnungskegel | Gehause- Sperrstrom Seite
(Zahl der bei /Ir = 20 mA | (Halbwinkel ¢ einfarbung ‘bei Ur =3V
Dioden in I, (mcd) fur 50% I, max) Ir (UA)
der Zeile) (Grad)
LD 472 (2) 319
LD 473 (3) 319
LD 474 (4) 319
LD 475 (5) 319
LD 476 (6) 3,2 bis 6,3 50 grin diffus 0,1(=10) | 319
LD 477 (7) 319
LD 478 (8) 319
LD 479 (9) 319
LD 470 (10) 319
GaP-Lumineszenzdioden (gelbleuchtend)
Typ Lichtstarke Offnungskegel | Gehéuse- Sperrstrom Seite
bei Ir = 20 mA | (Halbwinkel ¢ | einfarbung bei Ur =3V
I, (mcd) fir 50% I, max) Ir (UA)
(Grad)
CQY29A |15 25 gelb diffus 0,01 (=10) 324
cQy 29/1 4,0 (= 3,0) 25 gelb diffus 0,01 (=10) 324
cQy 29/l | 7,0 (=5,0) 25 gelb diffus 0,01 (=10) 324
LD 35 A 1,5 35 gelb diffus 0,01 (=10) 329
LD 35/I 3,5 (=2,5) 35 gelb diffus 0,01 (=10) 329
LD 35/11 6,0 (=4,0) 35 gelb diffus 0,01 (£10) 329
LD 55 A 1.5 25 gelb diffus 0,01 (=10) 334
LD 55/1 4,0 (= 3,0) 25 gelb diffus 0,01 (=10) 334
LD 55/11 7,0 (=25,0) 25 gelb diffus 0,01 (=10) 334
LD 481 7 (=4) 50 gelb diffus 0,1 (=£10) 339
¥ Neuer Typ
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1.1. Typeniibersicht
GaP-Lumineszenzdioden-Zeilen (gelbleuchtend)

Typ Lichtstarke Offnungskegel Gehause- Seite
(Zahl der bei /r = 20 mA (Halbwinkel ¢ einfarbung
Dioden in I, (mcd) fur 50% I max)
der Zeile) (Grad)
LD 482 (2) 344
LD 483 (3) 344
LD 484 (4) 344
LD 485 (5) 344
LD 486 (6) 4 bis 8 50 gelb diffus 344
LD 487 (7) 344
LD 488 (8) 344
LD 489 (9) 344
LD 480 (10) 344
Optoelektronische Koppelelemente
Typ Stromiber- | Isolations- | GaAs-Lumineszenz- ] Fototransistor Seite

tragungs- prif- diode

verhaltnis spannung | Durchla3-| Sperr- Kollektor- | Kollektor-

in % Uss (V) strom spannung | strom spannung

Ic/1F (10 mA) Ir (MmA) | Ur (V) Ic (mA) Uceo (V)
CNY 17/1 |40-80 4000 = |60 3 100 70 351
CNY 17/l |63-125 4000 = |60 3 100 70 351
CNY 17/1l1 | 100-200 |[4000 = |60 3 100 70 351
CNY 17/IV | 160-320 |4000= |60 3 100 70 351
CNY 18/1 |10-20 800 = |60 3 100 32 357
CNY 18/1l {16-32 800 = |60 3 100 32 357
CNY 18/Ill | 25-50 800 = |60 3 100 32 357
CNY 18/1V | 40-80 800 = |60 3 100 32 357
Fotowiderstinde
Typ Arbeits- Dunkel- Hell- Wellenléange Seite

spannung | widerstand widerstand max. Foto-
empfindlichkeit
U, (V) Ro (Q) Ri000 (R) [R20] | %s max(nm)
FW 9801 100 =8-10° [ 600] 575 363
FW 9802 200 =8-10° [1800] 575 363
RPY 60 100 =1-108 300 bis 800 | 720 365
RPY 61 50 =1-106¢ 300 bis 800 | 650 368
RPY 62 100 =1-108 3500 550 371
RPY 63 50 =1-1086 300 bis 800 | 550 374
RPY 64 100 =1-108 3500 550 377
Schwellwertschalter fiir Optoelektronik
Typ max. Betriebs-| Eingangs-| Schalt- | Anstiegs- Temperatur- | Seite
spannung strom schwelle | geschwindigkeit | koeffizient
Usatt (V) Ie (pA) Ues (V) | dUa (V) TK (%/K)
at  us

TPV 63 +10 20 0,8 3 -0,6 383

V Neuer Typ
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1.2. Alphabetische Zusammenstellung der verwendeten Symbole

Iceo
Leav
Teso
Irs
Ir
Ie

I
Ik
Ik2s
I

Ip
Ir

16

Anode

GroRe der strahlungsempfindlichen Flache
BasisanschluR

Statische Stromverstarkung in Emitterschaltung
Kollektoranschluf

Kapazitat

Kapazitat bei Ur = O V

Kapazitat bei Ug = 10 V

Diodenkapazitat

Sperrschichtkapazitat

Eingangskapazitat

Koppelkapazitat

Candela, Einheit der Lichtstarke I,
Nachweisgrenze

Emitteranschluf3

Bestrahlungsstarke (mW/cm?), physikalische Grof3e
Beleuchtungsstérke (Lux), lichttechnische GroRe
Quantenausbeute

Wirkungsgrad (%)

Frequenz

Grenzfrequenz

Basisstrom

Kollektorstrom

Kollektor-Emitter-Reststrom

Emitterstrom bei angegebener Integrationszeit t.v
Emitter-Basis-Reststrom bei offenem Kollektor (/. = 0)
StoRstrom

DurchlaRstrom

Eingangsstrom

Strahistarke (W/sr)

Kurzschlu3strom

KurzschluBstrom bei 7y = 25°C

Lichtstarke (cd oder mcd)

Fotostrom

Sperrstrom

Kathode



J. Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit (£ = 0,1 £)

Ly Leuchtdichte (cd/m2)

7 Wellenlange (nm)

s max Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

ipeak Wellenldnge des emittierten Lichtes

Aue  Spektrale Bandbreite, Breite des Uberganges zwischen zwei Schaltzustanden
v Tastverhaltnis

NC nicht angeschlossener Kontakt W
NEP Noise equivalent power; Rauschaquivalente Strahlungsleistung (ﬁ)
Piwt  Verlustleistung

@ Lichteinfallswinkel; auch Offnungskegel Halbwinkel

®. StrahlungsfluB (Strahlungsleistung) (W) strahlungsphysikalische GroRe
Rur  Hellwiderstand bei Temperatur T

Ry Hellwiderstand

Ry 25° Hellwiderstand bei Temperatur 7= 25°C

Riooo Hellwiderstand bei £, = 1000 Ix

R.  Lastwiderstand

Ro  Dunkelwiderstand 1 min nach der Verdunkelung

Rs  Serienwiderstand

Ry Warmewiderstand zwischen Sperrschicht (Warmequelle) und Geh&use bei unend-
lich guter Warmeableitung vom Gehause (7g = Tu)

R Warmewiderstand zwischen Sperrschicht (Warmequelle) und ruhender umgeben-
der Luft bei Verwendung eines Kihlblechs bestimmter GroRe

Rwniu Warmewiderstand zwischen Sperrschicht (Warmequelle) und ruhender umgeben-
der Luft

Rise Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehause
Runo. Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und Lotspiel3-Anschluf®
S Fotoempfindlichkeit

St relative spektrale Fotoempfindlichkeit

t Zeit

tas Ausschaltzeit

ten  Einschaltzeit

tq Verzogerungszeit

te Abfallzeit

t: Anstiegszeit

ts Speicherzeit

T Temperatur

Tc  Gehausetemperatur

17



Ti Sperrschichttemperatur

TK  Temperaturkoeffizient

7. Lotstellentemperatur

7s  Lagertemperatur

7u  Umgebungstemperatur

7r  Farbtemperatur

AT  Temperaturdifferenz

U  Spannung

U. Arbeitsspannung

Usatt Batteriespannung

Uas Ausgangsspannung

Usr Durchbruchspannung

Uce Kollektor-Emitter-Spannung

Uceo Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei offener Basis (/s = 0)
Ucesat Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

Ueso Emitter-Basis-Sperrspannung bei offenem Emitter (/e = 0)
Ues Schaltschwelle

Ur  DurchlaBspannung

Us Isolationsspannung

U, Leerlaufspannung

Ui2s Leerlaufspannung bei 7y = 25°C

Ur  Fotospannung

Ur  Sperrspannung

Urest Restspannung

0 spezifischer Widerstand des Grundmaterials (2/cm)
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2. Vorwort

2.1. Allgemeine Angaben

Optoelektronische Bauelemente finden in der modernen Elektronik in zunehmendem
MaRe Verwendung. Hauptanwendungsgebiete sind Lichtschranken zur Produktions-
kontrolleund als Schutzvorrichtungen, Licht-Kontroll-und Regelgerate, wie Dammerungs-
schalter, Feuermelder und Einrichtungen zur Glutiiberwachung, Lochkarten- und Loch-
streifen-Abtastung, Positionierung von Werkzeugmaschinen (zur Langen-, Winkel- und
Positions-Messung), Kontrolle von optischen Geraten und Ziindvorgéngen, zur Signal-
Gibertragung bei galvanischer Trennung von Ein- und Ausgang, sowie Umwandlung von
Licht in elektrische Energie.

Neue Anwendungsgebiete haben sich den optoelektronischen Bauelementen, in letzter
Zeit auch in der Fotoindustrie, in Form von Belichtungs- und Blendensteuerungen sowie
Computerblitzgeraten erschlossen. Mit Infrarot-Tontbertragung und Infrarot-Fernsteue-
rung ergibt sich in der Rundfunkindustrie eine neue Anwendung. Computer-Diagnose und
Leuchtanzeigen im Armaturenbrett sind Anwendungsmdoglichkeiten in der Kfz-Industrie.

Koppelelemente dienen in der Datentechnik zur galvanischen Trennung zwischen Rechner
und Peripheriegeréaten. Letztlich haben LED und Ziffern-Displays in der MeR- und Regel-
technik weite Anwendung gewonnen.

Jenach Anwgndungszweck werden Fotoelemente!), Fotodioden') oder Fototransistoren?)
eingesetzt. Uberall dort, wo Verstarker mit hohen Eingangswiderstdnden verwendet
werden, sind Fotodioden vorzuziehen.

In Verbindung mit Transistor-Schaltungen oder zur Ansteuerung von integrierten Schal-
tungen werden vorwiegend Fototransistoren eingesetzt. Zur Abtastung groRer Flachen,
bei der Forderung nach streng linearem Zusammenhang zwischen Licht- und Nutzsignal
sowie optimaler Zuverlassigkeit werden Fotoelemente bevorzugt.

Neben den fotoelektrischen Empféangern werden nun auch Lichtsender auf Halbleiterbasis
eingesetzt, die Lumineszenzdioden. Dabei unterscheidet man Lichtsender auf der Basis
von GaAs (Galliumarsenid) die in Verbindung mit den beschriebenen Fotoempfangern
arbeiten und spektral darauf abgestimmt sind, sowie solche auf der Basis von GaAsP
(Galliumarsenid-Phosphid) oder GaP (Galliumphosphid), die sichtbares Licht abstrahlen
und vorwiegend als Signalanzeigen dienen.

Lumineszenzdioden und alphanumerische Displays in den Farben Rot, Griin und Gelb
ersetzen in immer starkerem MaRe herkdmmliche Lampenanzeigen.

Bauelemente, die Sender und Empfanger enthalten, werden als Koppelelemente bezeich-
net und dienen zur Ubertragung elektrischer Signale bei galvanischer Trennung.

Zu den einzelnen Gebieten werden im folgenden néhere Erlduterungen gegeben, die auf
Technologie, spezielle Eigenschaften und Anwendungsmaoglichkeiten eingehen. Es folgt
ein Kapitel iber MeRtechnik optoelektronischer Bauelemente, verbunden mit den wesent-
lichsten Tabellen und Arbeitsdiagrammen. AbschlieRend folgen Angaben zur Qualitat,
Einbau und Létvorschriften.

1) Des besseren Verstandnisses wegen verwenden wir in diesem Buch nicht die sonst libliche griechische Schreib-
weise mit ,Ph” fiir Photoelement usw., sondern die einfachere Version von ,F“ wie Fotodiode usw.
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2.2. Silizium-Fotoelemente

Fotoelemente sind aktive Zweipole mit einem vergleichsweise geringen Innenwiderstand.
Dieser geringe Widerstand hat seine Ursache vornehmlich in der Elementspannung, die
nur einige Zehntel Volt betragen kann. In der praktischen Anwendung erfordert diese
Eigenschaft besondere Beachtung.

Die Leerlaufspannung U. steigt in Abhangigkeit von der Beleuchtungsstarke annahernd
logarithmisch an und erreicht, insbesondere bei Planar-Fotoelementen, schon bei sehr
niedrigen Beleuchtungsstarken hohe Werte. Sie ist unabhangig von der Fléache des Foto-
elementes.

Der KurzschluBstrom 7« nimmt mit der Beleuchtungsstérke linear zu. Bei gleichméaRiger
Ausleuchtung ist er proportional der GroRRe der bestrahlten lichtempfindlichen Flache.

In einen Lastwiderstand AL vom Wert — in etwa wird die maximale Energie des Fotoele-

mentes abgegeben. Zx
Praktischer KurzschluBbetrieb und damit Proportionalitat zwischen optischem und elektri-

U
schem Signal liegt vor bei Arbeitswiderstanden bis zum Wert 2_1L Diese Beziehung ist
anwendbar fir Leerlaufspannung = 100 mV. «

In einem beliebigen Anwendungsfall ist dabei jeweils der gréRte Wert von 7k in Rechnung
zu stellen. Die Messung von U, und 7 bei gegebenen Beleuchtungsverhéltnissen, unab-
héngig von der Art der Strahlungsquelle, ist ein einfaches Verfahren, Informationen tiber
den bendétigten Arbeitswiderstand zu gewinnen.

Reicht die vom Fotoelement abgegebene Spannung nicht aus, so 1&Bt es sich auch im
Diodenbetrieb bei Sperrspannungen bis zu 1V einsetzen. In diesem Fall ist der dann flie-
Bende Dunkelstrom zu bericksichtigen.

Die Anstiegszeit einer Signalspannung, die von einem Fotoelement an einen Arbeitswider-
stand geliefert wird, hangt in erster Linie von den Betriebsbedingungen ab. Dabei lassen
sich zwei Grenzfalle unterscheiden:

1. Arbeitswiderstand kleiner als Anpassungswiderstand
(Tendenz nach KurzschluBbetrieb)

2. Arbeitswiderstand groRer als der Anpassungswiderstand
(Tendenz nach Leerlaufbetrieb)

Far den Fall nach 1) verlduft der Anstieg der Fotospannung analog der Aufladung eines
Kondensators liber einen Widerstand bei konstanter Spannungsquelle. Beim Fotoelement
mufR die Sperrschichtkapazitat Cj aufgeladen werden. Der Anstieg erfolgt mit der Zeit-
konstanten r = AL - Cj, wobei R. der Arbeitswiderstand ist (hierbei ist der geringe ohmsche
Widerstand des Fotoelementes als vernachlassigbar betrachtet).

Nach Fall 2) verlduft der Anstieg der Fotospannung Ur entsprechend der Aufladung eines
Kondensaotrs mit konstantem eingepréagtem Strom. Die Anstiegszeit #. der Fotospannung
folgt dann der Beziehung:

Ur- G

t = T«

Ik ist der KurzschluBstrom unter den vorgegebenen Beleuchtungsverhaltnissen.
Diese Abhéangigkeit besteht nur fiir Spannungen Uk, die kieiner als etwa 80% des End-
wertes der Leerlaufspannung sind.
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Die Darstellung zeigt das grundsatzliche Anstiegsverhalten von Fotoelementen

Fall 1) Anstieg nach Beziehung
t
Up || ? UP=IK'RL~<1—e‘,:I,L—,Cj>
T mit der Zeitkonstanten r = R - G
' Fall 2) Anstieg t, = UPI'KC’

Abfall in beiden Fallen mit r = R - G

Die Uberlagerung feinerer Effekte kann unter Umsténden eine Modifizierung der Darstel-
lung fordern.

Yo

Z. B.: Bei sehr kleinen Zeitkonstanten, ins- 100
besondere im KurzschluRbetrieb, ist die | \
reale Impulsform des KurzschluRstromes / \
zu beachten, die von einem idealen Recht- 80 /
eckimpuls abweicht. Siehe Darstellung: Srel /
P/

Belichtung I 60 //

10 / 4

— —f
20
0
400 500 800 1000nm

— A

Relative spektrale Empfindlichkeit
Sre1 = f(4)
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2.3. Silizium-Fotodioden

Diese Fotodioden haben einen PN-Ubergang, der durch Anlegen einer Spannung in Sperr-
richtung gepolt wird. Die mit wachsender Sperrspannung abnehmende Kapazitat verrin-
gert die Schaltzeiten. Der PN-Ubergang ist dem Licht méglichst gut zuganglich gemacht.
Ohne Beleuchtung flieRt ein sehr kleiner Sperrstrom, der sogenannte Dunkelstrom. Fallt
auf die Umgebung des PN-Uberganges Licht, so werden dort Ladungstriagerpaare erzeugt,
die zu einer Erh6hung des Sperrstromes flihren. Dieser Fotostrom ist der Beleuchtungs-
stérke proportional. Daher eignen sich Fotodioden sehr gut fiir quantitative Lichtmessun-
gen. Die Anwendung der Planartechnik bringt zwei wesentliche Vorteile: Die Dunkel-
strome sind wesentlich kleiner als bei vergleichbaren Fotobauelementen in nichtplanarer
Technologie. Dies flihrt zu einer Verringerung des Stromrauschens und damit zu einer ent-
scheidenden Verbesserung des Signal-Rausch-Verhéltnisses.

Strahlungsquanten verschiedener Wellenlangen ( blau,rot,infrarot)

(Licht) P* Gebiet
; é iKontakt Oxid
i @0
| |
| ¢ W =Raumladungsgebiet
R R O I T S
N-Gebiet

N"Gebiet
T M etalkontakt

Abb. 1

Abb. 1 zeigt den schematischen Aufbau einer Fotodiode. Die Grenze der Raumladungs-
zone ist durch eine gestrichelte Linie angedeutet.

Ohne Beleuchtung flieRt durch den PN-Ubergang nur ein geringer Dunkelstrom /p, dervon
thermisch erzeugten Tragern herrihrt.

Bei Beleuchtung werden durch die Strahlungsquanten (innerer Fotoeffekt) zusatzliche
Ladungstragerpaare (Elektron-Loch-Paare) im p- und n-Gebiet erzeugt. Trager, die im
Raumladungsgebiet entstehen, werden infolge des dort herrschenden elektrischen Feldes
sofort abgesaugt, und zwar die Lécher zur p- und die Elektronen zur n-Seite hin. Die Trager
aus dem (brigen Gebiet missen erst in die Raumladungszone diffundieren, um dort
getrennt zu werden. Rekombinieren Locher und Elektronen vorher, tragen sie nicht zum
Fotostrom bei.
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Der Fotostrom 7 setzt sich also aus dem Driftstrom der Raumladungszone und dem Diffu-
sionsstrom des p- und n-Gebietes zusammen.

Ir ist der einfallenden Strahlungsintensitat proportional. Da Ip bei Dioden sehr klein ist,
kann erin der Gleichung /p = I¢’ + Ip vernachlassigt werden. Wir erhalten daher iber einen
sehr grofRen Bereich einen linearen Zusammenhang zwischen 7/ und der einfallenden
Strahlungsintensitat.

Dioden mit einer kleinen Raumladungsweite nennt man pn-Dioden,
Dioden mit einer groRen Raumliadungsweite PIN-Dioden.

Bei pn-Dioden ist der dominierende Anteil am Fotostrom der Diffusionsstrom, bei PIN-
Dioden der Driftstrom.

Da die Kapazitédt der Raumladungsweite W umgekehrt proportional ist, zeichnet sich die
PIN-Diode gegentiber einer pn-Diode gleicher Flache durch die kleinere Kapazitat aus. Fur
die Kapazitat der (meisten) Dioden gilt

CDNVg

Je niedriger die Dotierung N des Grundmaterials und je hoher die angelegte Spannung U
ist, um so kleiner ist die Kapazitat.

InAbb. 2 ist die Abhangigkeit der Kapazitat von der Spannung einer PIN-Diode z. B.BPY 12
zu sehen.

Sperrschichtkapazitéat in
Abhéngigkeit von der
Sperrspannung Cj = f (Ur)

z.B.BPY 12
pF
200

ma
T -!-<n.
Mittelwert

—

| _min
|

20V

— R
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2.4.Einbau-Hinweise fiir Silizium-Fotoelemente und Fotodioden
in offener Bauform ohne Gehéause

Wegen der materialbedingten Sprodigkeit des Siliziums missen Druck- und Zugkrafte
vom Fotobauelement ferngehalten werden. Besonders gefahrdet sind die Kontaktierun-
gen. Wenn Zugkrafte auf die massiven AnschluRdrahte, welche aus technologischen
Griinden auf einer sehr diinnen P-Schicht auflegiert sind, auftreten, dirfen diese nur
parallel zur Oberflache verlaufen und 200 p (Pond) nicht Giberschreiten. AnschliuRdrahte
darfen erst 3 mm vom AuRenrand des Fotobauelements entfernt gebogen werden. Foto-
bauelemente konnen auf metallische oder Kunststofftrager gekittet werden, wobei der
Ausdehnungskoeffizient des Materials berlicksichtigt werden muR, um mechanische
Spannungen zwischen Trager und Fotobauelement bei Temperaturdnderungen zu ver-
meiden. Zum Aufkleben oder EingieRen von Fotobauelementen ist ein Giel3harz zu ver-
wenden, welches farblos sein mu und nicht nachdunkeln darf. Das GieRharz darf nach
dem Aushéarten keine Gaseinschllisse enthalten (Streuwirkung). Fir das Eingiel3en der
Fotobauelemente eignet sich das GieRharz EPICOTE 162') zusammen mit dem Harter
LAROMIN-C2602), 100 Gewichtsteile EPICOTE 162, 38 Gewichtsteile LAROMIN-C260
sind gut miteinander zu mischen und bleiben etwa 30 Minuten lang verarbeitungsféhig,
nach diesem Zeitraum wird das GieBharz zahflissig. Alle zu vergieBenden Materialien
missen vor der Verarbeitung trocken, staub- und fettfrei sein. Sollten sich nach dem Ver-
gieBen Blasen bilden, empfiehlt es sich, den AusharteprozeR kurzfristig auf eine Tempera-
tur von etwa 100° C zu bringen, wodurch die Gasblaschen an die Oberflache steigen und
platzen. Die normale Aushartetemperatur betragt 60 bis 80° C. Im allgemeinen dauert die
Aushartezeit 1 Stunde, bei hoherer Temperatur verkirzt sich die Aushartezeit. Bei Arbeiten
mit GieRharz ist darauf zu achten, daR dieses oder der Harter niemals mit der Haut in
Beriihrung kommt. Zum Aufkleben von Si-Dioden oder Fotoelementen in offener Bauform
eignet sich der schnell bindende Kieber SICOMET 8583). Die lichtempfindliche Oberflache
des Fotobauelements ist mit einem Schutzlack versehen, und darf beim Aufkleben nicht
verunreinigt werden.

') Eingetragenes Warenzeichen (Fa. Shell-Chemie)
2) Eingetragenes Warenzeichen (Fa. BASF)
3) Eingetragenes Warenzeichen (Sichel-Werke Hannover)
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2.5. Silizium-Fototransistoren

Durch Einfihrung der Planartechnik lassen sich nun Fototransistoren mit kleinen Abmes-
sungen und hoher Fotoempfindlichkeit herstellen. Sie werden als fotoelektrische Empfan-
ger in Uberwachungs- und Regelgeraten verwendet. Wegen der maximalen Fotoempfind-
lichkeit dieser Bauelemente nahe der Infrarotgrenze des Lichtwellenspektrums sind die
Fototransistoren hervorragend als Empfanger fir Glihlampenlicht geeignet.

In der Wirkungsweise entspricht ein Fototransistor einer Fotodiode mit eingebautem Ver-
starker. Er weist eine 100—-500mal groRere Fotoempfindlichkeit auf als eine vergleichbare
Fotodiode.

Der Fototransistor wird vorzugsweise in Emitterschaltung betrieben und verhalt sich dabei
ahnlich wie ein NF-Transistor.

Ohne Beleuchtung flieBt nur ein kleiner Kollektor-Emitter-Reststrom. Fiir ihn gilt ndhe-
rungsweise /4 = B - Icao, wobei B die Stromverstarkung und /cso den Sperrstrom der Basis-
diode bedeutet.

Bei Beleuchtung erhéht sich der Sperrstrom der Basisdiode /cso um den Fotostrom /p'.
Damit erhalt man fir den Fotostrom 7p ~ B (Icso + 1¢').

Der Fotostrom eines Transistors ist also eine Funktion des Fotostromes /¢’ der Basisdiode
und der Stromverstarkung B. Da B nicht beliebig erh6ht werden kann, strebt man eine
moglichst hohe Fotoempfindlichkeit der Basisdiode an.

Emitter

In Abb. 3 ist der Aufbau eines Fototransistors wiedergegeben. Der Emitter und der Basis-
anschluB sind seitlich angebracht, damit die Basisdiode der Strahlung moglichst gut zu-
ganglich ist. Die grof3e Kollektorzone sorgt dafir, daR moéglichst viele Strahlungsquanten
dort absorbiert werden und so zum Fotostrom beitragen.
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Da die Verstarkung B stromabhéngig ist, besteht im Gegensatz zu einer Fotodiode zwi-
schen einfallender Strahlungsintensitat und Fotostrom /p nur in einem kleinen Bereich ein
linearer Zusammenhang. Bild 4 zeigt ein typisches Kennlinienfeld eines Fototransistors.

Weil der Sperrstrom Icso der Basisdiode ebenso verstarkt wird wie der Photostrom 7¢" der
Basisdiode, ergibt sich beim Transistor kein glinstigeres Signal-Rausch-Verhéltnis als bei
der Fotodiode.

Fotostrom in Abhéngigkeit

von der Kollektor-
Emitterspannung /, = f (Uce)

E, = Parameter z. B. bei BPX 38

mA
il .
— 3000 Lx—
/ |
P -
AR T
10
e — R 7300 1x T
1 |
10 100 Ix T
|
————
T30 I
I——
102

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 V
=l

Abb. 4

Fir die verschiedensten Anwendungsgebiete sind spezielle Fototransistoren vorgesehen.
Hauptsachlich fir allgemeine Anwendungen, die auf der Empféngerseite keine Optik
erfordern, sind die Typen BPY 62, BPX 43, BP 101 und BP 102 geeignet.

Der Typ BPY 62 zeichnet sich durch eine hohere Grenzfrequenz, der Typ BPX43im Gegen-
satz dazu durch eine hohere Fotoempfindlichkeit aus.

Macht die Anwendung auf der Empféngerseite die Verwendung einer Optik erforderlich,
so kann diese Forderung von dem Typ BPX 38 erfiillt werden. Das Planfenster dieses Foto-
transistors ermoglicht eine prézise Abbildung des Brennfleckes auf der fotoempfindlichen
Flache des Transistorsystems. Infolge der groReren Systemflache ergeben sich wenig
Schwierigkeiten beim Justieren und Ausrichten des Transistorgehauses auf den Licht-
sender.

Bei den genannten Typen kann der Anwender durch die Beschaltung des Basisanschlusses
den Arbeitspunkt des Fototransistors voreinstellen. Durch diese Méglichkeit kann die
Ansprechschnelligkeit erhoht und die Fotoempfindlichkeit herabgesetzt werden. Eine
feste Vorspannung kann den Fototransistor sperren. Wird diese Vorspannung getastet,
so lassen sich Koinzidenzschaltungen verwirklichen.
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Die Forderung nach einer hohen Packungsdichte erfiillt der Fototransistor BPY 61. Eristin

Relative spektrale Empfindlichkeit
Sret == (1)

O/Q
100

40 /

20/

600

800

1000nm

einem Miniatur-Glasgehduse mit den Abmessun-
gen 13 mm 2,1 mm @ eingebaut und hat eine um
den Faktor 500 bis 1000 héhere Lichtempfindlich-
keit als kleinflachige Silizium-Fotoelemente,
ebenso ist der BPX 62 in Mikrokeramikgehause
fur Anwendungen in Leiterplatten bei geringstem
Raumbedarf vorgesehen. Der Toleranzbereich der
Lichtempfindlichkeit wird in vier Empfindlich-
keitsgruppen unterteilt. Auf einen BasisanschluRR
wurde verzichtet; als steuerndes Element wirkt
das Licht, welches liber die Emitter-Basis-Strecke
des Transistorsystems, multipliziert mit dem Fak-
tor der Stromverstarkung, einen entsprechend
hohen Kollektorstrom bewirkt. Die Anstiegs- und
Abfallzeiten sind von der Beleuchtungsstarke ab-
héngig und werden mit zunehmender Beleuch-
tungsstarke kleiner.

Als Anwendungsbereich steht die Abtastung von
binar kodierten Scheiben, Filmen und Lochkarten
im Vordergrund.

Bei beengten Einbauverhaltnissen mul® der nach-
folgende Verstarker oft durch relativ lange Zulei-
tungen verbunden werden. Die Gefahr der Ein-
streuung von Storsignalen ist gering, weil hohe
Fotostrome einen ausreichenden Stérabstand ge-
wahrleisten.
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2.6. Fotowiderstande

Fotowiderstéande sind passive fotoelektrische Bauelemente. Sie bestehen aus Misch-
kristallen und haben eine hohe Fotoempfindlichkeit fur Lichtwellenlangen, vom Ultra-
violetten bis zum nahen Infrarotbereich. Elektrisch verhalten sich die Bauelemente wie
ohmsche Widerstande, bei denen der Widerstandswert durch die GroRe der Beleuch-
tungsstérke bestimmt wird.

Fotowiderstédnde haben keine Sperrschicht, sie sind bipolar und kénnen daher in Gleich-
oder Wechselstromkreisen Verwendung finden.

Die Anderung des Widerstandswertes in Abhéngigkeit von der Beleuchtungsstarke erfolgt
nicht tragheitslos. Die Ansprechzeiten liegen in der GréRenordnung von einigen Milli-
sekunden. Der Temperaturkoeffizient der Fotowiderstande istgering und nimmt mit wach-
sender Beleuchtungsstérke ab.
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2.7. Lumineszenzdioden (IRED/LED)') und Halbleiteranzeigen

Definition

Lumineszenzdioden sind Halbleiterdioden, die elektromagnetische Strahlung aussenden,
wenn man sie in DurchlaBrichtung betreibt. Die Wellenlange der emittierten Strahlung ist
dabei abhangig vom verwendeten Halbleitermaterial und von dessen Dotierung. GaAsP-
LED (Galliumarsenid-Phosphid-LED) senden rotes, GaP-LED (Galliumphosphid-LED)
senden griines bzw. gelbes Licht aus, und GaAs-Dioden (Galliumarsenid-Dioden — IRED)
strahlen im infraroten Spektralgebiet. Daraus ergeben sich auch die Hauptanwendungen:
Die im sichtbaren Spektralbereich emittierenden Dioden verwendet man als Signallamp-
chen oder Indikatoranzeigen, wéhrend GaAs-Lumineszenzdioden in Lichtschrankenan-
ordnungen als Strahlungsquelle eingesetzt werden.

Halbleiteranzeigen (,,Displays”) dienen zur Darstellung von numerischen oder alphanume-
rischen Symbolen. Die Zeichenerzeugung erfolgt in einer Ebene, woraus ein groBer Seh-
winkel resultiert. Uber LED-Halbleiteranzeigen liegen eigene Druckschriften vor.

IRED, LED und Anzeigen besitzen folgende Vorteile:

— Ihre Lebensdauer ist grof3 (ca. 105 Std. Halbwertszeit).

— Sie sind stoB- und vibrationsfest.

— Sie sind schaltkreiskompatibel.

— lhre ausgesendete Strahlung ist leicht modulierbar.

— Sie haben montagefreundliche Bauformen, die hohe Packungsdichten zulassen.

') LED = Licht emittierende Diode
IRED = Infrarot emittierende Diode
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2.7.1. Aufbau und Wirkungsweise

Lumineszenzdioden werden in DurchlaBrichtung betrieben. Durch den flieRenden Strom
gelangen frei bewegliche Elektronen (iber den PN-Ubergang ins P-Gebiet, wo sie mit den
dort vorhandenen Defektelektronen rekombinieren. Bei diesem Vorgang wird Energie als
Strahlung abgegeben.

Abb. 5
GaAs P 6a P Ga As
p
eﬂ&%@ T A
N 3 H S P % é %
3 z TN N"
N*
N* { 2 3 N
[4 [4 T P
L | | L L]
——1 Halbleiter i Oxyd mm Metallisierung

Abb. 5 zeigt in schematischer Darstellung drei Ausfihrungsformen von Lumineszenz-
diodensystemen. Bei den in Planartechnik hergestellten GaAsP-Dioden liegt der PN-Uber-
gang nur 2-4 p unter der Halbleiteroberflache. Das Licht wird in dem diinnen P-Gebiet
erzeugt und verlaRt den Kristall durch die nahe Oberflache. Alles Licht, das sich in das
Innere des Kristalls ausbreitet, wird absorbiert. Die GaP- und GaAs-LED sind epitaktische
Dioden, deren P-Schicht, in der die Strahlung erzeugt wird, ca. 20-50 um dick ist.

Die Absorption dieser Materialien ist sehr gering. Daher sind die GaAs-Infrarotdioden zur
besseren Warmeableitung mit der ,P-Seite” auf den Metalltrdger montiert.

Die sichtbar leuchtenden Dioden werden in Plastikbauformen angeboten. Die Einzel-
dioden (wiez.B.LD 41,LD 30,LD 57,LD 37 usw.) sind furden Einbau in Frontplatten vorge-
sehen. Die Zeilenbauformreihen LD 46, LD 47, LD 48 lassen sich besonders vielseitig
anwenden. Die in diesen Bauformen hergestellten Zeilen von 1 bis 10 Einzeldioden lassen
sich endlos aneinanderreihen. Sie eignen sich u. a. fiir den Aufbau von komplexen Anzeige-
anordnungen, wie Skalen und GroRdisplays.

GaAs-IRED sind in Plastikgehause (Zeilenbauformreihe LD 26) oder in hermetisch dichte
Glas-Metallgehause (CQY 17, CQY 18, CQY 77, CQY 78) eingebaut. Wesentlich fiir den
Anwender ist die Abstrahlungscharakteristik. Verwendet man die Lumineszenzdioden in
Anordnung ohne optische Linsen, wie z. B. in einem Lochstreifenlesekopf, soll der
Offnungswinkel der Strahlung klein sein. Dies ist bei LD 26 und CQY 77 der Fall. In Verbin-
dung mit optischen Linsensystemen bevorzugt man Bauformen, bei denen die Strahlung
durch ein Planfenster austritt (CQY 18, CQY 78).
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Bei 7-Segment-Anzeigen sind 7 LED auf einem Metalltrager montiert und mitrotem Kunst-
stoff umgossen. Die rote Einfarbung dient zur Kontrastverbesserung. GroRBere Anzeigen
(bis 60 mm Hohe) lassen sich mit der LD 46-Zeilenbauform als numerische oder alphanu-
merische Anzeige realisieren. Die Anzeigen konnen sowohl im statischen Betrieb als auch
im Zeitmultiplexbetrieb (f> 100 Hz wegen Flimmerfreiheit!) mit BCD-Sieben-Segment-
Dekoder/Treiber-Schaltkreisen angesteuert werden. Bei Anzeigen mit mehreren Ziffern
ist das Zeitmultiplexverfahren meist kostengiinstiger. Dabei wird nur ein Dekoder fiir alle
Ziffern verwendet, der ebenso wie die Ziffern zeitlich nacheinander durch einen Taktgeber
angesteuert wird. Ein Zwischenspeicher hélt das Eingangssignal bis zum Eintreffen einer
neuen Information (Abb. 6).

Schematische Darstellung der Multiplexansteuerung von n-stelligen LED-Anzeigen.

Abb. 6
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2.7.2. Elektrisch-optische Eigenschaften

Die emittierte Strahlung (bzw. Lichtstarke) dndert sich bei den Dioden und Anzeigen im
normalen Betriebsbereich linear mit dem DurchlaBstrom (Abb. 7). Ist der DurchlaRBstrom
sehr hoch, nahert sich die Kurve asymptotisch einem Grenzwert. Ursache dafiir ist eine
starke Erwarmung des Halbleitersystems. Der Linearitatsbereich 1aBt sich erweitern durch
Ubergang vom statischen zum Impulsbetrieb. Bei kleinen DurchlaBstrémen tritt ebenfalls
eine Nichtlinearitat auf. Sie wird durch nicht zur Strahlung beitragende Stromanteile ver-
ursacht, die der Anwender nicht beeinflussen kann.

Strahlungsleistung in
Abhangigkeit vom DurchlaBstrom

uw
0

g

mpulsbetrieb

atischer
rieb

—_—
IS

w

©

@ n
dd

o
E /
3 /
2 10
(=4
=]
e
&
101
”‘—ll Berelch
(RN llllll}
oo L AT |||H il
107! 10° 10?2 10%mA
Durch[uﬂstrom I
Abb. 7

32



Die Strahlstarke bzw. Lichtstéarke nimmt bei einem festen eingeprégten Strom mit zuneh-
mender Temperatur ab. Der Temperaturkoeffizientist fir GaAs —0,7 % pro Grad, fiir GaAsP
—0,8% pro Grad und fur GaP - 0,3% pro Grad. Dies ist fur viele Anwendungen vernach-
lassigbar. Wenn die Temperaturabhangigkeit stort, kann man sie mit Kompensations-
schaltungen weitgehend eliminieren.

Bei Lumineszenzdioden nimmt die emittierende Strahlungsleistung mit zunehmender
Betriebsdauer ab (,Alterung”). Um die GroRe dieser Degradation zu beschreiben, wurde
eine ,Lebensdauer” der Bauelemente eingeflihrt. Sie ist definiert als die Zeit, nach der die
Strahlungsleistung auf die Halfte abgefalien ist. Diese Lebensdauer betragt bei Dauer-
strichbetrieb etwa 105 Stunden. Dies gilt fir eine Umgebungstemperatur 7y = 25° C und
einen Durchlal3strom /s = 100 mA (CQY 17, CQY 18, CQY 77, CQY 78) bzw. Ir = 50 mA
(LD 26-Serie und sichtbare LED, Abb. 8).

Abgestrahlite Leistung in Abhangigkeit
von der Betriebsdauer
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2.8. Optoelektronische Koppelelemente

Definition
Koppelelemente sind optoelektronische Bauelemente zur Signaliibertragung bei galvani-

scher Trennung von Ein- und Ausgang. Auch die Bezeichnung optoelektronische Isolato-
ren wird auf sie angewandt.

Aufbau und Wirkungsweise

Die Informationsiibermittlung erfolgt auf optischem Wege. Das elektrische Signal wird in
dem Bauelement von einem Sender in ein optisches verwandelt, auf optischem Wege
weitergeleitet und von einem Empfanger wieder in ein elektrisches riickgewandelt. Als
Sender dient eine infrarot strahlende Gallium-Arsenid-Lumineszenzdiode, als Empféanger
ein Silizium-Fototransistor. Auf der Eingangsseite des Bauteils erzeugt die Lumineszenz-
diode bei StromfluR in Durchlarichtung eine Strahlung von etwa 950 nm Wellenlange.
Diese Strahlung wird tiber ein lichtleitendes Medium dem Fototransistor zugefiihrt, dessen
Strom von der auftreffenden Strahlungsleistung abhangt. Dabei diirfen zwischen Ein-
gangs- und Ausgangsseite Potentialdifferenzen je nach Bauform bis zu einigen kV

bestehen. Strahlung

Funktionsbild Eingangsstrom /¢ Ausgangsstrom /¢

vk

Wie aus dem Funktionsbild ersichtlich, gentigt fur die Stromibertragung ausgangsseitig
der Anschlu an Emitter und Kollektor des Transistors. Oft ist auch der BasisanschluR
vorhanden. Das erlaubt mehr Variationen in der Schaltungstechnik: Einmal kénnen
Ladungstrager aus der Basis liber einen Widerstand abgeleitet werden, wodurch sich die
Grenzfrequenz des Transistors erhéht, allerdings zuungunsten des Ubertragungsfaktors.
Zum anderen 1aRt sich der Transistor mit seinen normalen Transistorfunktionen in die
sekundérseitige Schaltung einbeziehen.

Grundschaltung

Die wesentlichen Charakteristika
von Koppelelementen sind Ubertragungsverhaltnis und Isolationsspannung.

Die Isolationsspannung ist bauformabhéngig. Beim TO 18-&hnlichen CNY 18 betréagt sie
wegen der kurzen duReren Isolationsstrecken 500 V, beim DIL 6-Koppler CNY 17 sind es
2,5 kV.

Das Ubertragungsverhéltnis ist das Verhaltnis von Ausgangsstrom zu Eingangsstrom.
Es wird in % angegeben. Praktische Werte liegen zwischen 20 und 300%. Seine GroRe
héngt ab von der Strahlungsleistung der Lumineszenzdiode, der Giite der Lichtiibertra-
gung und der Stromverstdrkung des Transistors. Die Stromverstdrkung betrégt fir
gewodhnlich einige hundert.

Da sowohl die lichtemittierende Diode (LED), als auch der Fototransistor eine Temperatur-
abhangigkeit aufweisen, ist auch das Ubertragungsverhaltnis der Koppelelemente ent-
sprechend temperaturabhangig. Bei niedrigen Temperaturen bestimmt der positive
Temperaturkoeffizient des Transistors den Verlauf, bei hoheren Temperaturen liberwiegt
der negative Koeffizient der LED. Das Ubertragungsverhaltnis des Kopplers nimmt zu-
nachst mit der Temperatur zu, durchlauft im Bereich zwischen O und 50° C ein Maximum
und fallt dann wieder ab.

Koppelelemente eignen sich zur Ubertragung sowohl digitaler als auch analoger Signale.
Bei analoger Beniitzung ist eine gewisse Nichtlinearitdt zwischen Eingangs- und Aus-
gangsstrom zu berticksichtigen, die jedoch bei kleinen Signalen zu vernachléssigen ist.
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2.9. MeRtechnik optoelektronischer Halbleiter-Bauelemente

Optoelektronische Halbleiter-Bauelemente, Fotoelemente, Fotodioden, Fototransistoren
etc. sind spezielle, auf ihren Verwendungszweck hin entwickelte Ausfiihrungsformen
normaler Halbleiter-Bauelemente. Ihre MeRtechnik beinhaltet die libliche und bekannte
MeRtechnik von Dioden und Transistoren und baut auf dieser weiter auf. Hinzu tritt ergén-
zend die spezielle optoelektronische Meftechnik. Gleichgliltig, ob es sich bei den zu
messenden Objekten um strahlungsempfindliche (Empfénger) oder strahlungsaussen-
dende (Sender) Bauelemente oder um die Kombination von beiden (z. B. Koppler) handelt,
das MeRsystem Strahler — Empfanger bleibt das gleiche, nur das MeRobjekt wechselt
seinen Platz. Der wesentliche Unterschied zur tiblichen Meftechnik liegt in der Breitban-
digkeit des MeRRsystems und den ausgepragten spektralen Eigenschaften von Strahlern
und Empfangern und dem Problem der exakten Beschreibung dieser Eigenschaften und
ihrer Reproduzierbarkeit, um jederzeit und an jedem Ort zu Ubereinstimmenden MeRer-
gebnissen zu kommen. Das erfordert die Beachtung der nachfolgenden Hinweise.

Bestrahlungsempiindliche Bauelemente (Empfénger)

Bestrahlungsempfindliche Halbleiter-Bauelemente dienen der Umsetzung von Strah-
lungsenergie in elektrische Energie. Strahlungsenergie kann dem Bauelement in vielfalti-
ger Form angeboten werden, je nachdem, welche Strahlungsquelle benutzt wird. Fiir MeR-
zwecke kommen nur Strahlungsquellen in Frage, die in ihrer spektralen Energieverteilung
gut erfaBbar und reproduzierbar sind. Das sind thermische Strahlungsquellen wie die
Wolfram-Fadenlampe, die zumindest in dem hier interessierenden Wellenlangenbereich
dem schwarzen Strahler sehr nahe kommt, und monochromatische Strahler, das heiBt,
solche, die nur Strahlung einer Wellenlange oder zumindest eines sehr engen Wellen-
langenbereiches abgeben, also vor allem Lumineszenzdioden und die Kombination von
beliebigen Strahlern mit schmalbandigen Filtern. Die Wolfram-Fadenlampe wird wegen
ihrer hohen Energie vor allem fir die Messung der Strahlungsempfindlichkeit bei Einstel-
lung auf eine ,,Farbtemperatur” von 2856 K, entsprechend Normlichtart A nach IEC 306-1
Teil 1und DIN 5033, benutzt, wéhrend Lumineszenzdioden wegen der Méglichkeit, sie bis
zu hohen Frequenzen zu modulieren bzw. zu pulsen, vor allem fir Grenzfrequenz- und
Schaltzeitmessungen verwendet werden. An dieser Stelle muRR noch auf folgendes hinge-
wiesen werden. Die Definition der ,Farbtemperatur” (s. Tabelle 2.9.1.) zeigt, daR diese
Angabe im Grunde fir die optoelektronische MeRtechnik nur sehr beschrankt, gewisser-
malen als HilfsgroRe brauchbar ist. Sie hat sich aber leider eingebiirgert. In der Praxis
geschieht die Kalibrierung der Lampen auch nicht auf Farbtemperatur, sondern auf , Ver-
héltnistemperatur im sichtbaren Bereich”, meistens auf ein Grin-Rot-Verhaltnis. Eine
Erweiterung auf ein Griin-Rot-Infrarot-Verhéaltnis und damit eine Annéherung an die fir
unsere MeRtechnik einzig richtige ,Verteilungstemperatur”, im Wellenlangenbereich
350 nm bis 1200 nm oder besser 300 nm bis 1800 nm, ist erstrebenswert. Sie stoRt derzeit
aber noch auf Schwierigkeiten bei den Lampenherstellern wegen der hierzu erforderlichen
Erweiterung der Kalibrier-Vorrichtungen und der relativ kleinen Stiickzahl benotigter
Lampen.

Die fir Mef3zwecke verwendeten Wolframlampen miissen auf eine relative spektrale
Energieverteilung eingestellt werden, die der des schwarzen Strahlers bei einer Tempera-
tur von iblicherweise 2856 K zumindest im Wellenlangenbereich 350 nm bis 1200 nm
entspricht, und unter sehr konstanten Bedingungen betrieben werden. Hierzu ist es erfor-
derlich, die Lampe mit konstantem Strom zu betreiben, wobei die Abweichung vom Soll-
wert kleiner als =0,1% gehalten werden muB. Diese Forderung scheint sehr hoch, doch ist
zu beriicksichtigen, daR eine Schwankung des Lampenstroms um 0,1% eine Anderung der
Strahlungsintensitat um 0,7% und eine Anderung der Farbtemperatur von 2 Kelvin zur
Folge hat. Selbstverstandlich kann die Lampe auch mit konstanter Spannung betrieben
werden, doch ist dies wegen der unvermeidlichen und sich verandernden Ubergangs-
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widerstéande in der Lampenfassung in der Praxis schwerer zu realisieren, so daR ein Betrieb
mit konstantem Strom vorzuziehen ist. Eine gleichzeitige Kontrolle der Lampenspannung
erlaubt eine Uberwachung der Lampe auf Veranderungen ihrer Eigenschaften z. B. durch
Abdampfen von Glihfadenmaterial und gibt damit einen Hinweis, wann die Lampe fur
MeRzwecke nicht mehr geeignet ist und ausgetauscht bzw. neu kalibriert werden muR.
Diese Kontrolle ist vor allem bei den als Normal fir Farbtemperaturen und Strahl- bzw.
Lichtstarke benutzten ,Normlampen” zu empfehlen.

Fur allgemeine MeRzwecke, vor allem bei Serienmessungen kommen die von der PTB bzw.
den Herstellern ausgemessenen Normlampen wegen der Kosten, vor allem der Kalibrie-
rung, in der Regel nicht in Frage. Deshalb werden die Gebrauchslampen durch Vergleich
mit diesen Normlampen auf die vorgegebenen Werte eingestellt. Dies geschieht folgen-
dermal3en:

Einstellen der Farbtemperatur

Die Normlampe wird auf Strom und/oder Spannung entsprechend Werkpriifschein einge-
stellt. Um exakte und reproduzierbare Werte zu erhalten, muB die Lampenfadenflache auf
+1°genauin die Senkrechte eingestellt werden. Nach einer Einbrennzeit von ca. 30 Minu-
ten wird der Fotostrom eines linearen Empféangers, Gblicherweise der KurzschluBstrom
eines Fotoelements, hinter jeweils einem schmalbandigen Filter mit einer DurchlaBwellen-
lange von ca. 500 nm bzw. 900 nm gemessen. Es ist darauf zu achten, daR die Filter keinen
weiteren DurchlaBbereich haben. Das Verhaltnis dieser beiden MeRBwerte charakterisiert
die spektrale Energieverteilung des schwarzen Strahlers bei der gegebenen Temperatur.
Nun wird der Lampenstrom der zu kalibrierenden Lampe so lange verandert, bis das Verhéltnis
der hinter den beiden Filtern gemessenen Fotostrome dem vorher an der Normlampe
gemessenen entspricht. Damit hat die Gebrauchslampe die gleiche Farbtemperatur
(genauer gesagt Verhaltnistemperatur) wie die Normlampe. Es sei hier noch erwahnt, daR
die Kalibrierung der Lampe in dem Gehause erfolgen muB3, in dem sie spéater betrieben
werden soll, da gednderte Warmeverhaltnisse und Reflexionen im Gehause zu erheb-
lichen Anderungen in den Strahlungseigenschaften der Lampe fiihren kénnen.

Einstellen des Abstandes von der Flache des Gliihfadens fiir eine vorgegebene
Bestrahlungsstarke £. bzw. Beleuchtungsstarke £,.

Im Werkprifschein der Normlampe ist Gblicherweise die Strahl- (I) bzw. Lichtstarke (I.)
fur die Richtung senkrecht zur Glihfadenflaiche angegeben. Bei hinreichend groRem
Abstand zum Glihfaden, mindestens dem 10fachen der maximalen Glithfadenabmessung,
gilt £ = I/R?, woraus sich nach R = v/ //E der Abstand fur den gewiinschten Wert von £
errechnen [aBt. Nun wird der Fotostrom des Fotoelements in diesem Abstand von dem
Glihfaden der Normlampe gemessen und anschlieBend der Abstand zur Gebrauchslampe
mit dem Fotoelement eingestellt, bei dem der gleiche Fotostrom flie3t. Ist ein gentigend
genaues Luxmeter (z. B. Osram-Centra-V (%) Si-Fotoelement) bzw. ein Leistungsmesser
mit genigender Bandbreite vorhanden, so kann natirlich die Einstellung auch hiermit
erfolgen. Bei MeRgeréaten fiir die Bestrahlungsstérke ist zu beachten, daf im allgemeinen
nicht der gesamte Bereich der spektralen Energieverteilung des (schwarzen) Strahlers
erfal3t wird, z. B. wegen Einbau des Thermoelements hinter einem Quarzfenster. Auf diese
Weise ist die gemessene Bestrahlungsstarke £. gegeniber dem schwarzen Strahler zu
gering. Dies fuhrt dazu, dal3 das MeRobjekt bei Einstellung von £, mit diesem Gerét bei
einer zu hohen Bestrahlungsstarke gemessen wird (verkirzter Abstand zum Strahler),
obwohl es selbst fir den im StrahlstarkemeRgerat ausgefilterten Spektralbereich un-
empfindlich ist. Das kann zu Fotostromdifferenzen bis zu 20% fiihren. Bei Angaben der
Bestrahlungsstéarke ist daher eine Angabe des benutzten MeRgeréts erforderlich, um MeR-
ergebnissevergleichenzukdnnen (spektrale Empfindlichkeitskurve, Fenstermaterialusw.),
bzw. fir die Farbtemperatur des Strahlers der Korrekturfaktor bezogen auf den schwarzen
Strahler anzugeben.

36



Die in diesem Buch angegebenen Bestrahlungsstarken sind mit dem Hewlett-Packard
Radiant Flux-Meter hp 8334 A mit Option 013 gemessen.

Von der PTB bzw. den Lampenherstellern werden Normlampen z. Z. nur auf Farbtempe-
ratur bzw. Verhéltnistemperatur im sichtbaren Bereich ausgemessen. Bedingt durch den
Aufbau der Normlampen, besonders durch ungleichmaBige Temperaturverteilung lber
die Gluhfadenflache (Warmeableitung durch Aufhdngung) garantieren diese Ausmessun-
gen, selbst bei Lampen des gleichen Typs, keinen gleichartigen Verlauf der spektralen
Energieverteilung im Infraroten, in dem die zu messenden Bauelemente Gberwiegend ihr
Maximum haben. Dies auRert sich in Fotostromunterschieden bei gleichen MeRbedingun-
gen, z. B. £, =100 Ix und 7r = 2856 K, von einigen % bis tiber 10% je nach Lampentyp.
Lampen mit Wendel bzw. Doppelwendel zeigen dieses Verhalten besonders stark. Ledig-
lich die neue Ausfuhrung der Wi 41 G von Osram mit freistehendem Glihfaden bildet hier
eine Ausnahme mit Streuungen von Lampe zu Lampe von einigen Promille, wie Messungen
an einer gréReren Zahl von Lampen gezeigt haben, so daB sie als Normlampe im Zusam-
menhang mit Halbleiter-Fotobauelementen empfohlen werden kann.

Zur Messung der Fotoempfindlichkeit (Fotostrom bzw. Fotospannung) werden die zu
messenden Bauteile an die fir die jeweilige Bestrahlungsstarke ermittelte Stelle gebracht
und dort so gefat, daR die bestrahlungsempfindliche Flache des Halbleiter-Chips senk-
recht zur Lichtrichtung steht. Zylindrische Bauteile wie z. B.in TO 18- bzw. TO 5-Geh&usen
oder ahnlichen Plastikgehdusen werden so gehalten, dall die Gehduseachse mit der
Strahlungsrichtung zusammenfallt. Dies ist vor allem bei Bauteilen mit stark bindelnder
Linse wichtig. Eine Halterung gemafd Abb. 9 mit beweglich gehaltener (schwimmender)
Fassung fir die AnschluRdréhte hat sich hierfur bewahrt.

37
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Bei der Messung des KurzschiuBstromes /x von Fotoelementen ist darauf zu achten, daR
derInnenwiderstand des verwendeten MeRgerats klein genug gegen den Innenwiderstand
des Fotoelements ist, desgleichen fur die Messung der Leerlaufspannung, dal3 der Innen-
widerstand des MeRgerats groR gegen den Innenwiderstand des Fotoelements ist. Abb. 10
zeigt diesen Zusammenhang z. B. fiir das Fotoelement BPY 11 fiir £, = 100 Ix.

Abb. 10 pA mV
Ip Ip=f [RL] } UL |Up
|‘ Up -f [RL]EV- 100 Ix T
107
9 K
Ip
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100 1K 10K 100K ™ 10MQ
_>PL

Messung der Schaltzeiten

Die Messung der Schaltzeiten geschieht oszillographisch in einem MeRaufbau, entspre-
chend den unten angegebenen Schaltungen (Abb. 11) mit Hilfe einer gepulsten Infrarot
emittierenden GaAs-Diode als MeRquelle und eines Zweistrahl-Oszillographen. Die
Schaltzeiten der GaAs mussen selbstverstandlich klein gegen die Schaltzeiten des zu
messenden Bauelementes sein.

Abb. 11 'UCE ‘UEE
Kanal 11
GoAsDode ¥ o o v -
Kanal 1 Kanal I Kanal II
Fototransistor Fotoelement
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Strahlungsaussendende Bauelemente (Sender)

Strahlung im sichtbaren Bereich - LED - Licht emittierende Dioden (Light Emitting
Diodes)

Hier erfolgt die Messung der Lichtstarke in Richtung der Gehauseachsen mit einem Emp-
fanger mit V (1)-Charakteristik und Kalibrierung in Candela (Foot-Lambert). Es ist aber
darauf zu achten, daR der Angleich an die V (1)-Kurve (Abb. 12) auch im Wellenlédngen-
bereich der LED geniigend genau ist, denn die meisten MeRgerate dieser Art haben zwar
eine integrale Ubereinstimmung mit V (1) auf wenige Prozent, weichen aber an den Flan-
ken speziell um 700 nm stark vom V (1)-Verlauf ab.
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Abb. 12
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Strahlung im infraroten Bereich — IRED - Infrarot emittierende Dioden (Infrared
Emitting Diodes)

Die Messung der Strahlstarke I in Richtung der Geh&auseachse sollte mit einem wellen-
langenunabhangigen Empfanger (Thermoelement) erfolgen, doch bereiten geringe
Empfindlichkeit, Tragheit und Temperaturempfindlichkeit hier Schwierigkeiten. Aus die-
sem Grund erfolgt die Messung im allgemeinen mit Hilfe eines entsprechend kalibrierten
Fotoelements. Hierbei ist jedoch die spektrale Empfindlichkeitskurve des Fotoelements zu
bericksichtigen und fir Abweichungen in der abgestrahlten Wellenlange des zu messen-
den Strahlers eine Korrektur am MeRergebnis vorzunehmen (z. B. IRED mit unterschied-
licher Herstellungstechnologie). Fiir die Messung der Gesamtstrahlung des Bauelements
muf die IRED soin einen paraboléhnlichen Reflektor eingebaut werden, dal sichergestellt
ist, daR samtliche vom Bauelement ausgehende Strahlung das den Abschlu3 des Parabols
bildende Fotoelement erreicht. Eine Skizze eines solchen MeRparabols zeigt Abb. 13. Im
tbrigen gelten die gleichen Forderungen wie bei der Messung der Strahlstarke.

Q=00g -
Ga As-Diode Kalibrierte Fotodiode
(IRED) mit Verstarker (z B. BPW 33)

Kalibrierte Fotodiode mit Verstarker (z. B. BPW 33)

58
—{ 8 L) — 10—
7=100mA
konstant /¢
5w - e
-~ CND‘ ;
R=10kQ
IRED R=1. 1089

\
groRflachiges Fotoelement

Abb. 13

In Féallen, in denen Infrarot emittierende Dioden in Verbindung mit Spiegeln oder Linsen
verwendet werden, z. B. in Lichtschranken, kann es sinnvoll sein, den in einen definierten
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Kegel mit dem Halbwinkel ¢ abgestrahlten StrahlungsfluB (Strahlungsleistung) ®. bzw.
die Kurve ®. = f(¢) anzugeben (Abb. 14).

Abstrahlungskegel
in Abhéangigkeit vom Halbwinkel ¢

\ @, gesamt

Halbwinkel ¥

Abb. 14 ! 0 90°

Messung der Schaltzeiten

Far die Messung der Schaltzeiten gilt das bei bestrahlungsempfindlichen Bauelementen
Gesagte, nur daR jetzt eine Fotodiode als MeRempfanger dient, deren Schaltzeiten klein
gegen die der zu messenden IRED oder LED sein missen.

f Uee
IRED

Fotodiode
LED

Kanal 1 Kanal 2
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Optoelektronische Koppelelemente

Optoelektronische Koppelelemente dienen vornehmlich der galvanischen Trennung von
zwei Schaltungskreisen, die sich in den meisten Fallen auf unterschiedlichem Spannungs-
potential befinden. Welche Potentialdifferenzen sicher im Sinne der VDE-Bestimmungen
getrennt werden kénnen, hangt nicht nur von den Eigenschaften des Koppelelementes,
sondern ebenso von der Art der Schaltung und den Umweltbedingungen beim Einsatz ab.

Zur Zeit bestehen fir Koppelelemente noch keine endgiiltigen DIN-Normen bzw. VDE-
Bestimmungen, doch wird daran in der Deutschen Elektrotechnischen Kommission (DKE/
UK 631.6) gearbeitet. Als Grundlage fiir einen Einsatz von Koppelelementen kénnen der-
zeit neben der VDE-Entscheidung 69 [ETZ-b, Bd 26 (1974) H 22] nur die VDE-Bestimmun-
gen VDE 0110 und VDE 0160 sowie VDE 0303/DIN 53480 herangezogen werden, auf
denen mit groRer Wahrscheinlichkeit auch die in Arbeit befindliche DIN-Norm beruhen
wird.

Der Bauelementehersteller kann zur Entscheidung lber die zuladssige Nennisolations-
spannung im konkreten Einsatzfall die Werte der Isolationspriifspannung, der Luft- und der
Kriechstrecke, letztere unter Berlicksichtigung der Isolationseigenschaften des verwen-
deten Gehausematerials (KC-Wert nach VDE 0303/DIN 53 480) angeben, aus denen sich
anhand der Tabellen VDE 0110/0160 die Nennisolationsspannung entnehmen [aRt.

Messungen an optoelektronischen Koppelelementen.

Neben der Messung der statischen Parameter von GaAs-IRED und Si-Fototransistor (oder
Si-Fotodiode) ist hier vor allem der Koppelfaktor /c//r von Interesse. Seine Messung ent-
spricht der Stromverstarkungsmessung am Transistor, nur daf} hier /¢ (analog /s) und
Uce eingepragt werden und /. gemessen wird.

U5V Uy 5V
°
L=10mA ./
konstant | ¢
=" » feoma |,
Yy = < | konstant | konstant
| |
I I _J

Die Analogie zum Transistor geht so weit, daR man Koppler am Kennlinienschreiber,
abgesehen natiirlich von den Isolationseigenschaften, wie Transistoren mit extrem niedri-
ger Stromverstarkung messen kann.
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Die Anode der GaAs-IRED entspricht hier der Basis (/s = /g), Kathode und Emitter des
Fototransistors sind gemeinsam an den Emitteranschlu gelegt, der Kollektor des Foto-
transistors an den Kollektoranschluf3 des Kennlinienschreibers.

[=10mA
konstant

r——"
A4

m O

Schaltzeiten

Fir Optokoppler gilt das schon bei den bestrahlungsempfindlichen Bauelementen
Gesagte, mit der Anderung, daR die Infrarot emittierende Diode im Bauelement fest einge-
baut ist (siehe Abb. 11).
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2.9.1. Temperaturbegriffe bei optischen Strahlungen

Lfd. | Begriff Formel- | Beziehung zur Definition Bestimmung Bemerkungen
Nr. zeichen | Planckschen
Strahlung

Temperatur, die jeder optischen Strahlung zugeordnet werden kann

1 Schwarze T Ts Gleichheit der Zur spektralen Strahldichte jeder Wellen- Pyrometrie In der visuellen Pyrometrie wird meist mit einer
Spektrale spektralen lange einer zu kennzeichnenden Strahlung wirksamen Wellenlange von etwa 650 nm
Strahlungs- Strahldichte 18Rt sich diejenige Temperatur der Planck- gearbeitet. Im allgemeinen Fall ist die Schwarze
temperatur einer ausge- schen Strahlung angeben, bei der diese bei Temperatur wellenldngenabhéngig. Die Schwarze

wahlten derselben Wellenlange die gleiche Strahl- Temperatur ist stets kleiner als die wahre
radiance Wellenlange dichte besitzt. Pyrometerformel (nach Wien): Temperatur.
temperature 1 1 i
=2 —Lin(e-r)
T, T ¢

Temperaturen, die nur optischen Strahlungen mit bestimmten Eigenschaften zugeordnet werden kénnen

2 Farb- Ti Gleichheit Wenn eine Strahlung eine Farbe besitzt, Farbmessung Im allgemeinen Fall ist kein Rickschlu von 7t
temperatur der Farbe die der Farbe einer Planckschen Strahlung auf die spektrale Verteilung moglich. Bei reinen

gleicht, so ist die Temperatur der letzteren Temperaturstrahlungen ist 7: meist naherungs-
color die Farbtemperatur der zu kennzeichnenden weise gleich 7, im sichtbaren Bereich.
temperature Strahlung.

3 ahnlichste Tn maoglichst Wenn eine Strahlung eine Farbe besitzt, Farbmessung | Im allgemeinen Fall ist kein Rickschlu von 7,
Farb- weitgehende die der Farbe einer Planckschen Strahlung auf die spektrale Verteilung moglich.
temperatur Farbahnlichkeit zwar nicht gleicht, ihr aber — empfindungs- Die Angabe einer &hnlichsten Farbtemperatur ist

gemaf bewertet — nahe kommt, so ist die nur sinnvoll, wenn die Farbe der zu kennzeich-
correlated Temperatur der farbahnlichsten Planck- nenden Strahlung weniger als etwa 10 --- 15
color schen Strahlung die 8hnlichste Farb- Empfindungsschwellen vom Planckschen
temperature temperatur der zu kennzeichnenden Strahlung Kurvenzug entfernt liegt. Geht der Farbunter-
schied gegen O, so geht 7, in T Gber.

4 Verteilungs- T, Gleichheit der Wenn eine Strahlung in einem anzu- Spektrale UmfaRBt der Bereich der spektralen Proportionalitat

temperatur relativen spek- gebenden Wellenlangenbereich zwischen /1 Messung das Sichtbare, soist 7: = T..
tralen Strah- und 7. eine spektrale Verteilung besitzt, Da es keine Strahlungsquellen gibt, die die
distribution lungsverteilung die der einer Planckschen Strahlungs- spektrale Proportionalitatsbedingung in einem
temperature zwischen 74 verteilung proportional ist, so ist die groRen Wellenlangenbereich streng erfiillen,
und /2 Temperatur der letzteren die Verteilungs- werden in der Praxis Abweichungen bis zu
temperatur der zu kennzeichnenden Strahlung. einigen Prozenten zugelassen, so daf z. B. fir
eine Wolframstrahlung im Wellenldngenbereich
von etwa 400 zu 50 nm gilt 7s = T..

5 Verhaltnis- T Gleichheit des Wenn der Quotient Q der Strahlung .Blau/Rot” Im allgemeinen Fall ist kein RickschluR von 7;

temperatur Quotienten der zweier (enger) Wellenlangen(bereiche) 71 Messung auf die spektrale Verteilung méglich. Bei reinen
Strahlung und /2 einer zu kennzeichnenden Strahlung Temperaturstrahlungen ist 7. zwischen /;und 72

ratio zweier aus- dem entsprechenden Quotienten einer meist ndherungsweise gleich T,, wenn die beiden

temperature gewahlter Planckschen Strahlung gleicht, so ist die Wellenlangen nicht zu weit auseinanderliegen.

Wellenlédngen

Temperatur der letzteren die Verhéltnis-
temperatur der zu kennzeichnenden Strahlung
Q zwischen 0 (& 7=0) und

224 1 2t (& T =00) mit 11 <J2.

DIN 5496, DIN 5033, DIN 5031
Internationales Worterbuch der Lichttechnik,
3. Auflage 1970, herausgegeben von CIE und IEC.

Beim grauen Strahler, der durch einen wellenldngenunabhéngigen Emissionsgrad ¢(%) = constant
gekennzeichnet ist, fallen die Zahlenwerte mehrerer Temperaturen mit der wahren Temperatur zu-

sammen. 7= Ty =

T.=T: = To = T, (Ausnahme: T, < 7).




174

2.9.2. Strahlungs- und Lichtmessung

Strahlungsphysikalische GroRBen Spekt. strahlungsphys. GroBen | Lichttechnische GroRen
Ifd. Nr. GroRe For- SI- Beziehung Vereinfachte Erklarung GroRe For- | Praktische | GroRe For- Prak-
mel- Ein- mel- | Einheit mel- | tische
zei- heit zei- zei- Einheit
chen chen chen
1 Strahlungs- be; P | W Die Strahlungsleistung Spektrale Pes. | W Lichtstrom ' Im
A leistung ist die gesamte in Form Strahlungs- nm luminous flux Lumen
- - Strahlungsflu von Strahlung auf- fluRver-
radiant power tretende Leistung teilung
Senderseitige GrofRen
2 X Strahlstérke I w L= dd. Strahlstérke ist Strah- Spektrale Lo/ w Lichtstarke I, Im _
<'d Q radiant sr LR TN lungsleistung pro Strahlstérke- srnm luminous sr —cd
Bt 4 intensity Raumwinkel verteilung intensity Candela
d
3 A Y Strahidichte Le W _ d2g. Strahldichte ist Strah- Spektrale Lej. W Leuchtdichte Ly cd _
zdQ, radiance m2sr Le= a4 - dQ; lungsleistung pro Strahldichte- cm2 srnm | luminance cm? sb
~. Flache u. Raumwinkel. verteilung Stilb
Empfangerseitige GroRen
4 ~. Bestrahlungs- | £. w dd. Bestrahlungsstarke ist Spektrale Eej. w Beleuchtungs- | £, Im
N stirke m2 £ =34, einfallende Strahlungs- | Bestrah- mZnm stirke mr = X
irradiance leistung pro lungsstérke- illuminance Lux
VA, (Empfanger-)Flache verteilung
Bei den Formelzeichen dirfen die Indizes ,.e Photometrisches Grundgesetz dA: = Flachenelement des
(= energetisch) und ,v* (= visuell) weggelassen . . . Senders
werden, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht. dog = 341 cos e:ﬁ;iAz €S £2 9, dA; = Flachenelement des
Empféangers
DIN 1301, DIN 1304, DIN 5031, DIN 5496 < 6 = Aus‘;t,aﬁmngswmke,
Internationales Wérterbuch der Lichttechnik —— € ¢z = Einstrahlungswinkel
. Photometrisches Entfernungsgesetz R =Abstand
3. Auflage, herausgegeben von CIE und [EC - i ) gsg Sender-Empfanger
E=7500s & Qo (R sollte das Zehn- Qo =sr
dA dA, fache der maximalen
] Empfanger Ausdehnung von
Sender Sender und Empfénger

betragen, um den
Fehler unter 1%
zu halten).
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2.9.3. StrahlungsgroRen

Bezeichnung Symbol MeRgroRe Abkiirzung Erklarung
Strahlungsmenge Q Joule J Strahlungsmenge durch eine Flache
Wattsekunde Ws

StrahlungsfluR 3 Watt w Strahlungsmenge Q pro Sekunde durch eine Flache
Punktférmige - - - ... ist eine Quelle aus so groRem Abstand AR betrachtet, daR alle Strahlen aus einem Punkt
Strahlungsquelle zu kommen scheinen.

Wenn diese groBte lineare Ausdehnung der Quelle wesentlich kleiner als der Abstand R ist

(Beispiel: Sonne fir irdischen Beobachter)
Raumwinkel Q Sterad sr 0= A _As _As _ A der Strahlstrom & (W) einer punktférmigen Quelle ist im
(Abb. siehe Vorwort) T R2 R.2 Rs2 R2’ Raumwinkel konstant. (Voraussetzung: homogenes, nicht

dampfendes Medium)

Q =1heiBt A = R2; somit Quaibkugel = Q= 2 7 S1; Quolkugel = Q o= A4msr

Strahlstake I Watt w ... ist die Raumwinkeldichte des Strahlstromes (%) I einer Quelle ist im aligemeinen
Sterad sr verschieden nach Betrachtungsrichtung.

I nur definiert, wenn R — e
GesamtstrahlungsfluR D Ges Watt w a1
einer Quelle B ges = | 1dQ

o
Bestrahlungsstarke E Watt W ... ist die Flachendichte des Strahistromes
(Abb. siehe Vorwort) Meter2 m2 dé dd 1
= —- = = e—= = 2

E dA,dA R2 dQ E o R 1=ER
Strahlidichte L Watt w . ist die Strahlstarke bezogen auf die vom Beobachter gesehene strahlende Flache
(Abb. siehe Vorwort) Meter2 Sterad m2 sr « o . . . s

< Flachenprojektion A, = A cos ¢, wenn ¢ der Winkelist,um den die strahlende Flache gegen

die Verbindungslinie zum Betrachter verdreht ist. L = 2, = Acoss/:

Wichtige optische GroRe.

1. In einem Strahlengang ohne Dampfung bleibt L erhalten und kann durch keine optische

MaRnahme vergroRert werden.

2. Das menschliche Auge empfindet Strahldichteunterschiede als Helligkeitsunterschiede.
Empfindlichkeit S= ¥ Ampere A Elektrische GroRe (Strom, Spannung oder Widerstand) im Verhéltnis zur Bestrahlungs-
des Empféngers E Bestr. Starke E starke.
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2.9.4. Einheiten der Leuchtdichte — Einheiten und Umrechnungsfaktoren

Einheiten sb cd/m?2 cd/ft? cd/in2 asb L Lm ftL
1 Stilb = cd/cm? = sb =1 104 929 6,45 31400 | 3,14 3140 | 2920
1 cd/m2 = Nit = nt = | 104 1 9,29 X10-2)| 6,45 X104 3,14 3,14 X 104 0,314 | 0,292
1 cd/ft2 = 11,076 X10-3| 10,76 1 6,94 X 10-8 | 33,8 3,38 X10-8 3,38 3,14
1 cd/in2 = | 0,155 1550 144 1 4870 0,487 487 452
1 Apostilb = asb =] 3,18X10% | 0,318 2,96 X102 | 2,06 X104 |1 104 0,1 9,29 X 10-2
1 Lambert = L oder la = 10,318 3183 296 2,05 104 1 108 929
1 mL oder mla =1 3,18 X104 3,18 0,296 2,05 X10-3| 10 10-3 1 0,929
1 footlambert =
1 equivalent footcandle =
1 apparent footcandle = |343X10+4 | 3,43 0,318 2,21 X 10-3| 10,76 1,076 X 10-3 | 1,076 | 1
ftL oder ftla
d
10-¢ 10-5 10-4 10-3 10-2 10~ 1 101 102 10l3 194 1?5 —_— N“=c—z
10-10 10-% 10-® 10-7 10-5 10-5 10-¢ 10-3 10-2 10-' 100 e
l cm?
10-10 10-® 10-8 10-7 10-& 10-5 10-4 ! 10-3 10-2 10-' 1 10+ 10+2 > la
F t t 1 —+— } - $ } +- } {
10-¢  10-% 10-4 10-3 10-2 10-! 1 110 102 103 104 108 108 » asb
|
10-¢  10-5 10-4 10-3 10-2 10-'| 1 100 102 10® 104 —> ftla
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
|
1
10-¢  10-7 10-¢ 10-5 10-4 10-3 10-2 10- 1 10 102 103 —_ :t—:
A T 1 T 1 " AL_r 1 T 1 1 T 1 T Ll 1 T A T
10-¢ 10-8 10-7 10-8 10-5 10-4 10-3 10-2 10! 1 10 102 - > If%
n
l< Zapfchensehen Im—
keine Wahrnehmung - Stabchensehen - L g Blendung
l Ubergangsgebiet —l Tagessehen

Dunkelanpassung

Purkinje-Effekt



2.9.5. Einheiten der Beleuchtungsstiarke — Einheiten

Ix mlx ph fc
1Lux =Ix = 1 10-3 10-4 9,29 X 10-2
1 Millilux = mix = 10-8 1 10-7 9,29 X 10-5
1Phot = ph = 104 107 1 929
1Footcandle =fc* = | 10,76 | 10760 | 1,076 X10-3| 1

*Beachte: equivalent footcandle oder apparent
footcandle sind gleich footlambert
(Leuchtdichte) und nicht gleich
footcandle (Beleuchtungsstarke)

Beleuchtungsstarke

und Umrechnungsfaktoren

Lichtstrom ¢ pro Sekunde
pro Sterad (sr) 1 Lumen (Im)

Raumwinkel Q = % = (Sterad) = (sr)

1 foot = 0,305 m
1 Vollkugel §=4 x - sr

-——— Phot(ph)s"‘;%r—' ——————————————— -
+ — e ———— -+
10 2 3 4 5678910 2 3 4 56789104 2 3 4 5678910° 2 3 4 5678910
- ——  Milli-lux (mlx)  — e — — Lux (Ix) = Fumen ——— e -
i m
1
10 2 3 4 5 678810 ! 2 3 4 5 678910 2 3 5 678910 2 30 40 50 60 80 100
N 1 D A R L 01 | A MR W WA A1
[ AR R N R
102 3 3 4 56789107 2 3 4 5 678910 2 3 4 5678910 2, 3, 4 56 78910
- ———— — Footcandle (fo) = Sme®  — — — — — — — —— -



Umrechnung £, (Lux) in £. (W/m2 bzw. mW/cm?)
bezogen auf die Strahlung des schwarzen Strahlers

_Lumen
RS 100 0’ 102 mW
10 cm?
VA /4
/[ /
7Y/
5 / /Ll /

S SU S

~N
N
Y
N
N

3000 K== ] // / /

Beleuchtungsstdirke —— £y
2
=
1
NSO/
N
™.

S B

88

>x =

N
‘\\/‘IL‘T
.y
\\

S

SN

N
\
.
\\
—~

ot gl ? 0
Bestrahlungsstarke ~ ——s Fe



Umrechnung £, (Lux) in £, (W/m2 bzw. mW/cm?2)
bezogen auf die Strahlung des schwarzen Strahlers

Lumen
m?
104
)4
: //
4
/
/
10°
e
t /
. /
s /
g
S ﬁssk
3 /
10? / {
y,
7/
5
/
1’
100 10’ 102 10° ":”—2
107 10° 10! 02 W
cm?

Bestrahlungsstarke —— £,
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2.9.6. Elektromagnetische Strahlung. Frequenz- und Wellenbereiche

Dislektrische
Medizinische Anwendung Erwérmung
Licht  Strahlungs-
trocknung

Sichtbare
) Strahiuny
Kosmische! g
Strahiung | y-Sfraniung | | UV-Btrahlung. IR-Stranlung Radiostrahlung

Wntgen- ! Mikrowellen Fern—’ UKW—{ KW—]
strahlung

Radar seh-
Frequenz 0% 10% 1?‘5

|

|

! ‘ Strahiung

oo L

ALAAIA AV M i ; >
welleniange 0% 100 0t o ot 0? 10° 0°m
T I T T T T I:' T l T T T T T
Tpm nm ,l\mm Imm Tem 1din 1m
// N\

/ N\
/. AN
/ Licht-pektrum >
0,38 pm 0.78um

Relative Empfindlichkeit verschiedener lichtempfindlicher Empfanger im Vergleich zur spektralen Emission einer
Glihlampe von 2850 K

%
100
3 N LA AN
z IV N
£ L/ N
T |I / / Slinampe™ l
A N
I{ -{ / \ l "N
L d )\
Ly /
7] \
l’ |
/] !
1,// \‘Al/jb’lﬂé’/liﬂﬁﬂd/lll’ﬂﬂ//
00,2 04 06 08 10 12 14 16 18 20 2,2um
— A
04 05 08 07 08 um
Ultraviolelf <————— T 1 s ////1/8

T T T T
042 046 0525 059 085 0125
violert blsy grin gelb  orange of

Diese Darstellung giltallgemein fiir alle fotoelektrischen Bauelemente aus Germanium und Silizium.
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Elektromagnetische Strahlung

Wellenlange Frequenz  Bereich
[nm] im Vacuum [Hz]
[nm]
10-q 10247
\ 10-s4 | A-strahlen
\ 1023_4
20 N\ 107°1r Kosm.
\ 1022 § Hohen-
30 N 10-+4 | 1xE
40 N\ 1021 4
extremes \ 10-3{}1 pm
60 N 1020
80 7 \ 10-24 } y-
100 1079
(UV) N 10-"4F1A
\ 10|BT
T \l o S Rontg.-
200 { 1nm
[nm] fernes 1017 4
300"& 10! N
380 j‘i\ \40(73 Ehes 1076
400 = 1 qr
— —] 1015 |
violett 108 / L1 um
] / 1014 ]
(sichtbare Strahlung) 10 4}
. (Licht) 13 -Wellen-
ultramarin / 1073 gebiet
1 / 105 1F
/ . 10241 THZ | Mikro-
. 10 -1 mm
44 eisblau / 7 ror ]
/ 107 4F1cm
500
u 10
|b|augrun / {/ 101 | Zenti-
1 / o qF
1| griin / wm / 10° |1 GHz| Dezi-
10° 1F1m
4 / / 108 4 UK-
gelbgrin / / 10
4 nm 0° 4k X . ‘
gelb 10 nahes b )
soo-—_* / 10 4t
] | orange / mmleres 10° 411 MHz M-
/ 102 |1 Km
4 s 4
helirot /104 10 L
g / fernes 1041
104
T / 1044 L
/ °
700 1054 10 {H1 KHz| g
i c}unkelrot 105 4L 1 Mm :%
J extvem 102 E
/. fernes 1064} -§
4
104 10" 4 ! 3
1 1074 F
800 TR | T
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Visueller Nutzeffekt der Gesamt- Empfindlichkeitskurve fur das

strahlung des schwarzen Korpers menschliche Auge (V) = Hell-
in Abhéangigkeit von der Temperatur. empfindlichkeitsgrad fur
oo Tagessehen)
Vi Ei-d:
n= Lm—“—‘
&5 di
m o
0,15 ¢ 700 100%
0,14 N o
0,13 600 I \
0,12 T [ 1\
on [ N 500 F75%
0,10 =
/ s — -
0,09 <
008 g 0 ’
0107 J = l \ - 50%
006 f 300 [ !
0,05 I \
| 200
of - 5%
003 d 3 f \
=680 £ Physiol. 680y EEnerg:
002 Lumen  Wattsr \T] att sl 100 \
0,01 r T |
’ |
0 4 | ’ 0 / N 0%
0 2000 4000 6000 8000 10000 Z(Kelvin) 360 440 520 600 680 760nm
—— Wellenldnge ——»

Ausschnitt aus obiger Kurve

(Vi Er-di
,7:0—_
(£ -di
o
! HE
Taored
004 R
=
003 B 12,9%%
Sy
2398%
002 iva
51/
5
i =1 | [ £0905%
ST/
T
2 0735%
ooz RN
500 2000 2500 3000 3500 /s (Kelvin)
——
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2.10. Angaben zur Qualitat

Um die Lieferqualitat zu kennzeichnen, wird folgendes angegeben:
1. Maximal- bzw. Minimalwert von KenngréRen

2. AQL-Wert (annehmbare Qualitatsgrenziage)

Ein Lieferlos, dessen prozentualer Fehleranteil bei einer Kenngréf3e gleich oder kleiner dem
dafiir angegebenen AQL-Wert ist, wird beziiglich dieser KenngroRe bei der betreffenden
Stichprobenprifung mit hoher Wahrscheinlichkeit (meist 90%) angenommen.

Fir die verschiedenen Fehler (Fehlerdefinition siehe Abschnitt 3) gelten, wenn nicht
anders vereinbart, die in der Tabelle zusammengestellten AQL-Werte. Als Grundlage
dienen fir Attributprifung die identischen Stichprobenpldne DIN 40080 oder ABC-
STD 105.

3. Fehlerdefinition (die Vornorm DIN 40 080 wurde hier beriicksichtigt)

Fir jede Fehlerklasse, fir die ein AQL-Wert festgelegt ist, wird nur die Anzahl der fehler-
haften Stiicke (mit je einer oder mehreren fehlerhaften Kenngroen in dieser Fehlerklasse)
gewertet.

Totalfehler (kritischer Fehler)

Bei Vorliegen eines solchen Fehlers ist jede funktionsgemafRe Verwendung des Bauele-
mentes stark beeintrachtigt oder ausgeschlossen.

Beispiele:

Draht- bzw. Gehdusebruch, falsche oder fehlende Kennzeichnung, grobe Risse und Lunker,
Kontaktunterbrechung oder KurzschluR sowie grobe KenngréRenabweichung.

Hauptfehler

Bei Vorliegen eines solchen Fehlers ist die Brauchbarkeit des Bauelementes merklich
beeintréchtigt. Das Nichteinhalten der angegebenen Grenzen bei KenngréRen mit * wird
als Hauptfehler gewertet.

Nebenfehler

Solche Fehler beeintrachtigen nur wenig die Brauchbarkeit des Bauelementes.
Beispiele:

Abweichungen bei dynamischen und optischen KenngréRen, sofern diese nicht bei der
Hauptanwendung besondere Bedeutung haben; geringfiigige Uberschreitung der Kenn-
groRen im Temperaturbereich, geringfliigige Schaden am Gehause, schlecht lesbare
Typenkennzeichnung.
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Fehlerklasse Einzel AQL Summen AQL
1. Fehler an Gehausen

u. Zuleitung

a) Totalfehler 0,25 0.25

b) Hauptfehler 0,25 !
1. Fehler der elektrischen

oder optischen Eigenschaften

a) Totalfehler 0,25 0,25

b) Hauptfehler 0,65 2,50

c) Nebenfehler 2,50 -
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2.11. Einbau- und Loétvorschriften

1. Einbau

Die Einbaulage der Bauelemente ist beliebig. Das Abbiegen der AnschluRdréhte ist bis zu
einem Abstand von 1,5 mm vom Gehé&use zuldssig, sofern der Durchmesser der Anschliisse
0,5 mm nicht tberschreitet. Beim Abbiegen der AnschluRdrahte diirfen keine mechani-
schen Krafte auf das Gehause ausgelibt werden. AnschluRdréhte mit einem Durchmesser
groRer 0,5 mm sollten nicht gebogen werden.

Beim Einbauin der Nahe von warmeerzeugenden Bauelementen ist fiir die Berechnung der
Junctiontemperaturdie in diesem Fall erhdhte Umgebungstemperaturzu beriicksichtigen.

2. Lotung

Beim Einloten ist darauf zu achten, dal3 das Bauelement thermisch nicht tiberlastet wird.
Die maximale Sperrschichttemperatur darf nur kurzzeitig (max. 1 min) tberschritten
werden.

Die Tabelle gibt eine Ubersicht iber maximal zulassige Lottemperaturen und Létzeiten.
(Vergl. DIN 40 046 Blatt 18)

Kolbenlétung Tauchlétung
(mit 3 mm Kolbenspitze)
Temperatur | Abstand der Maximal | Temperatur | Abstand der
des Lotstelle zuldssige | des Lotstelle
Lotkolbens | vom Geh&use | Lotzeit Lotbades vom Gehéause
Mdeta"' 235°C = 1,5 mm 5s
gl er 300°C =1,5mm 5s
as- 260°C =1,5mm 3s
gehause
Kunst- 235°C = 2mm 3s
stoff- 300° C = 2mm 3s
gehause 260°C =2 mm 3s
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Silizium-Fotoelement

BP 100

Das Silizium-Fotoelement BP 100 eignet sich fiir Steuer- und Regelzwecke. Die gute
Ansprechempfindlichkeit, die kleinen Abmessungen und die hohe zulédssige Betriebs-

temperatur ermoglichen universelle Anwendungen.

Der Verzicht auf ein Gehause erlaubt den Aufbau leistungsfahiger Abtastsysteme; die
Elemente kénnen hierzu eng aneinandergereiht auf beliebige Halterungen aufgekittet
werden. Die lichtunempfindliche Seite des Elementes ist durch einen gelben Farbpunkt

gekennzeichnet.

Typ | Bestelinummer
BP 100 | Q60215-X100

Montagehinweise im Vorwort beachten

Grenzdaten

Umgebungstemperatur
Sperrspannung')

o, , bestrahlungsempfindliche Flache

3‘* _.( | Jmax
J4,630,2,<—31.1 —
17max

Farbpunkt (Kathode)

—»

15 max
—
r[]?.tﬂj

1) Autlageflache 27min
Gewichtetwa 0,2 g

Ty - 55 bis+100 | °C
Ur 1 \

') Pluspol der Spannungsquelle an die durch einen Farbpunkt gekennzeichnete Seite des Elementes legen.
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BP 100

Kenndaten (7y = 25° C)

Fotoempfindlichkeit (KurzschluRstrom /x)!) S 25 (=19) nA/Ix
Wellenldnge der max. Fotoempfindlichkeit %S max 850 nm
Quantenausbeute 7 0.80 Elektronen
(Elektronen pro Photon) (4 = 850 nm) ! Photon
Spektrale Fotoempfindlichkeit (2 = 850 nm) S 0,565 A/W
Leerlaufspannung (£, = 100 Ix)1) UL 170 (= 120) mV
Leerlaufspannung (£, = 1000 Ix)) UL 300 (= 200) mV
KurzschluRstrom (£, = 1000 Ix)') Ik 25 uA
Anstiegszeit (fiir 60% von /) t; 4 us
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung 7K -2,6 mV/K
Temperaturkoeffizient des KurzschluRstromes 7K 0,12 %/K
Kapazitdt (Ur = 0 V; £ = 0) Co 1000 pF
Bestrahlungsempfindliche Flache A 7 mm?2
Dunkelstrom (Ur =1V; £ =0) Ir 3 (=10) uA
Dunkelstrom (Ur =1V; Ty = 50°C; £E=0) Ig 7 uA

1) Die angegebene Beleuchtungsstérke bezieht sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 56033 und IEC 306-1).

Umstellung der Angaben auf Bestrahlung mit Normlicht A nach DIN 5033, Wolfram-Fadenlampe Farbtemperatur
Te = 2856 K fir BP 100: £, (bei 7r = 2856 K) in Lux entspricht in ihrer Wirkung auf das Bauelement
1,935 X E, (bei Tr = 2400 K) in Lux.
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BP 100
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BP 100

UA
10t

107

05
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=
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BP 100

Fotospannung Up = f (/«); RL = Parameter Fotostrom /p = f(Ik); RL = Parameter
mv pA
0° CETH 103
T
5 = g A ,- 5
L 30, ~# p.
il @iy, ’ L
A3KkQ
T 2/ 10 / / T 2|
10 | 0
— 3 pd VA A N 1 5 N ni|
b/ V4 7/ 5 =
1 03/ 0,/1 0,034 001/kQ }»
L 30[7TH
o' / / w0 et
'I 7
7 !
5 7 5 . 100
/ o
/
L = 3001[1]
\ HI s el ‘M
10° : 1P -
yil 5 10° 5 108 5 o0hua 100 5 00 5 10 5 10%A
—l =K
Optimaler Anpassungswiderstand Mittlerer Fotostrom als Funktion
Ru=f(E); Ru=F(Ix) der Lichtwechselfrequenz
KQ 7RL=1kQ;E\,=1000 Ix
10° =S aas: T 10?] Sy
5 i ) N
R i P
L TN T )
10 T X
N
5 AN
N
60
N
1 N
AN
5 ™N 40
! \
1°
5 20
107 ; 0
10 10 103 10*Ix 10° 5 10 5 107 5 108 kHz
(~04) ~4) (~40) . (~400)uA —— Lichtwechselfrequenz
—tv
(/p)
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Silizium-Fotoelement BPX 79
mit erhohter Blauempfindlichkeit

BPX 79 ist ein Silizium-Fotoelement in Planartechnik. Die erh6hte Empfindlichkeit bei
kiirzeren Wellenldngen macht es besonders geeignet fiir Anwendungen bei Lichtquellen
mit hohem Blauanteil. Die Planartechnik sichert ein niedriges Sperrstromniveau und
geringes Rauschen. Das Fotoelement ist nitridpassiviert und fur 2 = 450 nm entspiegelt.

bestrahlungsempfindliche Flache 45x45

Typ | Bestellnummer
BPX 79 | Q62702-P 51 . [
.$~ i mﬁ:;:;_.
w I
T*
- (52 02ere—— 75min ]
o
5 0 Zmax
e t(Anod
EL _rot(Anode)
) Wil Litze 03
1)Auflageflache 3min
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 1 Y
Tu -55bis+100 | °C

Lagertemperatur u. Betriebstemperatur
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BPX 79

Kenndaten

Fotoempfindlichkeit!)
Leerlaufspannung (£, = 100 Ix)')
Leerlaufspannung (£, = 1000 Ix)1)

Wellenlange der max. spektralen Empfindlichkeit

Quantenausbeute

(Elektronen pro Photon) (4 = 800 nm)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (~ = 800 nm)
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90% und von

90% auf 10% des Endwertes

(RL=1kQ; Ur=1V; 2 =950 nm)
(RL=1kQ; Ur =0V, 7 =950 nm)
Kapazitaten

(Ur=0V)

(Ur=1V)

Bestrahlungsempfindliche Flache
Dunkelstrom (Ur =1V; E= 0)
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung
Temperaturkoeffizient des KurzschluRstromes

UL

)-S max

te; tr
t; t

Co
Ci

TK
TK

135 (= 100)
320 (= 220)
410 (= 310)
800

0,73
0,47

6
10

2500
1800

20

0,3 (= 50)
-2,6

0,2

nA/Ix
mV
mV
nm

Elektronen

Photon
A/W

us
us

pF
mm
WA
mV/K
%/K

1) Die angegebene Beleuchtungsstérke bezieht sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).
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BPX 79
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BPX 79

0,4

i

02

Dunkelstrom /r = f(Ty) Verlustleistung Piot = £ (Tu)
mW
300
P
)4 ‘T‘“ 250
1
200
150 -
/
~ — 100
> 50
0
0 20 40 60 80 100 °C 0 25 50 75 100 125 °C
—1 —]
KurzschluBBstrom 7 e f(Tu) Leerlaufspannung UA": f(Tu)
K 25° L 25
1,2
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08
06
0,4
02
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80°C
—]y -7
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Silizium-Fotoelement

BPY 11

Das Silizium-Fotoelement BPY 11 eignet sich fir den Einsatz in Steuer- und Regelgeréten,
zur Abtastung von Lichtimpulsen und fir quantitative Lichtmessungen. Seine gute
Ansprechempfindlichkeit, die kleinen Abmessungen und die hohe zuldssige Betriebs-

temperatur ermoglichen universelle Anwendungen.

Der Verzicht auf ein Gehéuse erlaubt den Aufbau leistungsfédhiger Abtastsysteme;
das Element kann hierzu eng aneinandergereiht auf beliebige Halterungen aufgekittet
werden. Die lichtunempfindliche Seite des Elementes ist durch einen Farbpunkt gekenn-

zeichnet.

Einbau-Hinweise siehe Vorwort.

Typ | Bestellnummer r Kennfarbe

BPY 11 Q60215-Y 11 rot
BPY 11/I Q60215-Y 11-X 10 | braun
BPY 11/ll | Q60215-Y 11-X 11 | orange
BPY 11/l Q60215-Y 11-X12 | grin

Grenzdaten
Umgebungstemperatur Tu
Sperrspannung (Pluspol an Kathode) Ur

70

15 max

e

strahlungsempfindliche Flache

—_—

imax

19:0,2
{ 1=

4.5:02) 3L1 —
17max

1)
Farbpunkt (Kathode)

1) Auflageflache 2,7min

Gewichtetwa 0,2 g

-55 bis +100 | °C

1
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BPY 11

Kenndaten (7y = 25°C)

Fotoempfindlichkeit!) S 40 (= 28) nA/Ix
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit 5 max 850 nm
Quantenausbeute ) 080 Elektronen
(Elektronen pro Photon) (2 = 850 nm) ' Photon
Spektrale Fotoempfindlichkeit (1 = 850 nm) S 0,656 A/W
Leerlaufspannung (£, = 100 Ix)) UL 220 (= 180) mV
Leerlaufspannung (£, = 1000 Ix)) UL 375 (= 260) mV
KurzschluBstrom (£, = 1000 Ix)1) Ik 40 wA
Anstiegszeit (fiir 60% von /) t 4 us
Grenzfrequenz (Lastwiderstand R = 1 kQ) fy 55 kHz
Temperaturkoeffizient von U, (siehe Diagramm) TK -2,6 mV/K
Temperaturkoeffizient von I« (siehe Diagramm) TK 0,12 %/K
Kapazitat (Ur = 0 V; E = 0) Co 1000 pF
Bestrahlungsempfindliche Flache A 7 mm?2
Dunkelstrom (Ur =1V, £ = 0) Ir 1(=10) uA
Dunkelstrom (Ur =1V; Ty = 50°C; E = 0) Ir 2,56 uA

Fotoempfindlichkeits-Gruppen

Typ BPY 11 BPY 11/I BPY 11/11 BPY 11/1ll
KurzschluBstrom Zk

E, =100 Ix! 2,8 bis 5,5 2,8bis 3,8 | 3,3bis4,5 | 4,0bisb,5 uA
Kennfarbe rot braun orange grun

1) Die angegebenen Beleuchtungsstarken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).

Umstellung der Angaben auf Bestrahlung mit Normlicht A nach DIN 5033, Wolfram-Fadenlampe Farbtemperatur
7r = 2856 K fur BPY 11; £, (bei T = 2856 K) in Lux entspricht in ihrer Wirkung auf das Bauelement
1,935 X £, (bei Tr = 2400 K) in Lux.
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BPY 11
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BPY 11

Dunkelstrom /g = f (Ur) Temperaturabhangigkeit des
Ty = Parameter; £ =0 Dunkelstromes /g = f(7u)
Ur=1V;E=0
A u
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BPY 11

Fotospannung Ur = f (/); RL = Parameter Fotostrom /p = f(/); R. = Parameter

mv LA
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Optimaler Mittlerer Fotostrom als Funktion
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Silizium-Fotoelement

BPY 47

Das Fotoelement BPY 47 ist fir universellen Einsatz in Steuer- und Regelschaltungen
geeignet. Es kann als Empfénger fir Glihlampen oder Tageslicht verwendet werden.

Einbau-Hinweise siehe Vorwort.

Typ { Bestellnummer Tmax
- -
BPY 47 l Q60215-Y 47
T bestrahlungsempfindliche
N —7 Fldche
=10%0,2 40min

25max

,wei}

el

P

rot (Anode) Litze 8 03

1) Auflageflache 7,3 min

Gewichtetwa 16 g

Grenzdaten
Sperrspannung Ur 1 \Y
Temperaturbereich Tu - 55bis+100 | °C

Bei BPY 47 ist der Pluspol der Spannungsquelle mit dem weien AnschiuRdraht zu verbinden.
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BPY 47

Kenndaten (7y = 25° C)

Fotoempfindlichkeit?)
(Kurzschluf3strom /)

Wellenlange der max.
Fotoempfindlichkeit
Quantenausbeute

(Elektronen pro Photon) (4 = 850 nm)

Spektrale Fotoempfindlichkeit (2 = 850 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 10000 Ix)")
Leerlaufspannung

(E, = 1000 Ix)1)
Leerlaufspannung
(Ev =100 Ix)1)

Kurzschlu3strom

(E. = 10000 Ix)1)

GroRe der bestrahlungsempfindiichen
Flache

Temperaturkoeffizient von U,

(siehe Diagramm)
Temperaturkoeffizient von 7k

(siehe Diagramm)

Kapazitat (Ur = 0 V; £ = 0)
Dunkelstrom (Ur =1V; E = 0)
Dunkelstrom (Ur =1V; Ty = 50°C; £ =0)

TK

Co
Ir
Ir

1,3(=0,9)

850
0,80
0,55

=450
410 (= 280)
300 (= 150)

13

wA/Ix

nm
Elektronen
Photon
A/W

mV

mV

mV

mA

cmz2
mV/K
%/ K

nF
A
wA

1) Die angegebenen Beleuchtungsstérken beziehen sich aufdie ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 56033 und IEC 306-1).
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BPY 47

Relative spektrale Empfindlichkeit
Srel = F(7)

N
\

60 / \

30 §
/ L

0

400 500 600 700 800 900 1000 MO0 nm

— =\

Richtcharakteristik 7/« = f (¢)

Fotoelement
(ebener Empfanger)

mv
600

500
T 400
300
200

100

nfF
40

20

Leerlaufspannung U, = f (E.)
KurzschluBstrom /¢ = f(£))

LA
2000
1
v, TK
] —
Vi 1300
i // 1000
7 B £ Pr
f / T
f = -
///
1
72
0
0 500 1000 Lx
—£
Kapazitat C = f(Us); E=0
~
T~
I [90%
M/He/we,f ~N
H\~ \ -
~— e~
‘Uo/ —— L
0 05 0V
— b

77



BPY 47
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BPY 47

Fotospannung in Abhéngigkeit Fotostrom in Abhingigkeit
vom .KurzschluBstrom Up = f (/) vom KurzschluBstrom /p = f(/k)
R. = Parameter R. = Parameter
mv mA
3 2
0 —FFH FEH 10
HHH .
C_TTT —
Up % [ 3000 = / s
A > z A
/ !/ y W
/ / 30Q1]|
2|/1000 1
10" = / 10
30 } 7 V4 V4
/ =100 111
S/ / / S L 0
/ T / Il
100 / s ‘ il
/T / LHE——s00[T]
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y A V4 1T L 1
Y, ""?‘ i lll 1 0
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yaw T ,
/ | { I I 5000
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Iy Iy
Optimaler Anpassungswiderstand Mittlerer Fotostrom als Funktion
Ru=f(E); Ru=F(lk) der Lichtwechselfrequenz
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Ko RL=150 Q; £, = 1000 Ix
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Silizium-Fotoelement BPY 48

Das Fotoelement BPY 48 ist fir universellen Einsatz in Steuer- und Regelschaltungen
geeignet. Es kann als Empfénger fiar Glihlampen oder Tageslicht verwendet werden.

Einbau-Hinweise siehe Vorwort.

Typ ’ Bestellnummer Tmax
- -
BPY 48 | Q60215-Y 48
| bestrahtungsempfindliche
= 1| Flache
x . ™162:02 <—25 75min ———]
£ 9 D max
“—W = ﬂ ! weil}
} rot(Anodel Litze 0.3
1) Autlageflache 3,5min
Gewicht etwa 0,56 g
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 1 \Y
Tu - 55 bis+100 | °C

Temperaturbereich

Bei BPY 48 ist der Pluspol der Spannungsquelle mit dem weiBen AnschluBdraht zu verbinden.
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BPY 48

Kenndaten (7y = 25° C)

Fotoempfindlichkeit')

(KurzschluBstrom Z«)

Wellenlange der max.
Fotoempfindlichkeit

Quantenausbeute

(Elektronen pro Photon) (~ = 850 nm)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (2 = 850 nm)
Leerlaufspannung (£, = 10 000 Ix)1)

(£, = 1000 Ix)1)

(E. =100 Ix)")

KurzschluRstrom (£, = 10 000 Ix)7)

GroRe der bestrahlungsempfindlichen
Flache

Temperaturkoeffizient von U,

(siehe Diagramm)

Temperaturkoeffizient von 7«

(siehe Diagramm)

Kapazitat (Ur =0 V; £E=0)

Dunkelstrom (Ur = 1V; E=0)
Dunkelstrom (Ur =1V; Ty = 50°C; £=0)

0,43 (= 0,3)

850
0,80

0,55

=450

410 (= 280)
300 (= 150)
4,3

0,67
-2,6

0,12
8

10
25

wA/Ix
nm

Photon
A/W
mV
mV
mV
mA

cm?2
mV/K

%/K
nF

A
WA

Elektronen

') Dieangegebenen Beleuchtungsstarken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).
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BPY 48

Relative spektrale Empfindlichkeit Leerlaufspannung U, = f (E))
Srer = f (%) KurzschluBstrom /¢ = f (E.)
% v 1A
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BPY 48

Dunkelstrom /g = f (Ur) Temperaturabhéngigkeit des

E=0 Dunkelstromes
uA uA L=1f(Tu); Ur=1V;E=0
107 10°

Iy k
~ 102 l‘/
/' A
[=50°C A1 -
1 1/ A
]0 7
d
p.4 LA /,
/ - 10’ A
)4 25°C ~

/ y

10° / 10°

0 05 10V 0 50 100°C
—l —]
Temperaturabhangigkeit von U, Temperaturabhéngigkeit von /¢
L) e pim)
UL 25° Y Ik 25° v
15 15
U, Ik
UL25 [K 25
T i
10 NS 10 —T |
N
\
N
05 0,5
0 0
0 20 40 60 80 100°C 0 20 40 60 80 100°C
—y —y
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BPY 48

Fotospannung in Abhéangigkeit Fotostrom in Abhéangigkeit
vom KurzschluBBstrom Up = 7 (/x); vom KurzschluBstrom /p = f(/x);
R = Parameter R. = Parameter
\ mA
3 2
0 FTH IR 10—
EESSHIEES +
T a7
[‘/P 51 000 gy :” 5
il . i
‘ zazdll 'Mr ; I QT
Iy /1 | o
‘ /
ot 109011,)[ val yail .
4 7
301 —F -
SHATATIT/ AR 5 ! — 100t
raagiil 71 |
100% A / / ' ' 300(]]
i LT |
3/l 10/ 30/ L o
10 ﬁ__»/: AL 10°
N Al s T 1000 |
D 4iv4 | il 9 =
A/'; | R Pt
v I il |
(LA TTI 111 sl
o LA L) R [l
w5 1w’ 5 10 5 10°mA 10" 5 10 510 5 10°mA
el —ly
Optimaler Anpassungswiderstand Mittlerer Fotostrom als Funktion
R.=f(E); RL="f(Ix) der Lichtwechselfrequenz
RL=50Q; £, =1000 Ix
0 RL =150 Q; £, = 1000 Ix
k %
102 100 iy
AN
R ’p
N 8|
T 10! ™ T :
\\ :
60
N
10° N
= S h
N 40
. \
10!
20
10 . . . 0
10’ 10 10 10 Ix 10° 5 10" 5 02 5 10%KH:
(~L) (~40) (~400) (~4000) pA —— Lichtwechselfrequenz
—_— E

v
()
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Silizium-Fotoelement BPY 64

BPY 64 eignet sich fur den universellen Einsatz in Steuer- und Regelschaltungen.
Wie alle Silizium-Fotoelemente ist es als Empféanger fur Glihlampenlicht und fiir Tages-
licht verwendbar.

Einbau-Hinweise siehe Vorwort.

Typ J Bestellnummer max
e
BPY 64 —l Q60215-Y 64 g § | bestrahlungsempfindliche Flache
x *»6,2301 fe———75min ———!
5 2 1 25max /wewﬂ
r ' rot (\Annde)\thze ®03
1)Auflageflache 35 min
Gewichtetwa 0,2 g
Grenzdaten
Sperrspannung') Ur 1 Vv
Temperaturbereich Tu - 55bis+100 | °C

') Der Pluspol der Spannungsquelle ist mit der weiBen Anschiu3litze zu verbinden.
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BPY 64

Kenndaten (7y = 25° C)

Fotoempfindlichkeit?!)

(KurzschluBRstrom /x)

Wellenlange der max.
Fotoempfindlichkeit

Quantenausbeute

(Elektronen pro Photon) (1 = 850 nm)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (# = 850 nm)
Leerlaufspannung (£, = 10000 Ix)')

(£, = 1000 Ix))

(£, =100 Ix)1)

GrofRle der bestrahlungsempfindlichen
Flache

Temperaturkoeffizient von U,

(siehe Diagramm)

Temperaturkoeffizient von /x

(siehe Diagramm)

Kapazitat (Ur = 0 V; £ =0)

Dunkelstrom (Ur =1V; £ =0)
Dunkelstrom (Ur =1V; Ty = 50°C; £ = 0)

)-S max

UL

UL

TK
TK
Co

Ir
Ir

0,23 (= 0,16)
850
0,80

0,55

=450

410 (= 280)
300 (=150)

etwa 0,32
-2,6

0,12

4
4
10

uA/Ix

nm
Elektronen
Photon
A/W

mV

mV

mV

cm?
mV/K

%/K

nF
vA
uA

1) Dieangegebenen Beleuchtungsstarken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).
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BPY 64
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T 80
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Relative spektrale Empfindlichkeit

Srel = £ (%)

A

/-

// Al
i \

\

/ \

\

/ \
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— =

Richtcharakteristik /« = f (¢)

e 0w
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Bestrahlungs:
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30°

Leerlaufspannung U, = f (E,)
KurzschluBBstrom /x = f (£,)

mv A
600 — =7 T —
T T
500 — - — +— 200

- /K
300 1
+—— 100
200 -
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6 \& —
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T
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- # T e e T
o S
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BPY 64

Dunkelstrom /i = f (Ur)
Ty = Parameter; £=0

1A
10' —
i ° 50°C,
| ]
/|
T / 2C_t"
100 ———~/ - —l‘"-‘ ]
/
0 . s ]
5 _
mﬂ 1 S
0 05 1,0V
U
Temperaturabhéangigkeit von U,
U
UL 2so A7)
15 — T
y, |
Ui2s
10 NG
N
\\
N
N
05
0

0 20 40 60 80 100°C
—y
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10
5
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A
| 10°

10!

0,5

Temperaturabhangigkeit des
Dunkelstromes 7z = (Tu)

Urn=1V;E=0
/
7
P
4
)
50 100°C
- TU
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BPY 64

Fotospannung in Abhéngigkeit
vom KurzschluBstrom Ur = £ (/k)
R. = Parameter

mv
3 — —
==ci=csin e ;;i%
!‘/P 5 ?:3000’ %7* ;/“’i‘ 27 “
' A 13:

Optimaler Anpassungswiderstand
Ru=f(E); R.=f(lk)
kQ
108

e

[ . il

— IRl

10‘1 7J | ,,,,J_ L [ i L

10’ 10? 0’ 10%Lx
(~2) (~20) (~200) (~2000) A

—--—«»Ev
()

Fotostrom in Abhéngigkeit
vom KurzschluB3strom /p = f(/k)
R. = Parameter

mA

10— T
I s i
ror T
| i

1

Mittlerer Fotostrom als Funktion
der Lichtwechselfrequenz
RL =250 Q; £, = 1000 Ix

%

10

Tso

60

N

40

20

0
100 5 10 5 10° 5 10 kHz
—— Lichtwechselfrequenz
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Silizium-Fotoelemente

TP 60, TP 61

Die Silizium-Fotoelemente TP 60 und TP 61 eignen sich zum Einsatz in Regel- und Steuer-
schaltungen. Bei gleichen elektrischen Daten unterscheiden sie sich nur durch die Bau-
form. Die Anode (positiver Elementpol) ist durch eine rote AnschluBlitze gekennzeichnet.

Einbau-Hinweise siehe Vorwort Silizium-Fotoelemente.

Typ ] Bestellnummer
TP 60 Q62607-S 60
TP 61 Q62607-S61
TP 61 bestrahlungsempfindliche
Litze ®05 Flache _,
rot (Anode)
weifd

L———~ L0min ——— -

Gewichtetwa1g

Grenzdaten

Betriebs- und Lagertemperatur
Sperrspannung!)

TP 60
Ll/tze @05 M12x1

i rot(Anode)

!
e
'

[ -30min —— b e

Gewicht etwa 20 g

| TP 60 [ TP 61 [

Tu ‘ — 25 bis + 75 1 —55bis+100 | °C
Un 11,0 1,0 Vv

1) Der Pluspol der Spannungsquelle ist mit der weilen Anschlulitze zu verbinden.
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TP 60, TP 61

Kenndaten (7y = 25° C)

Fotoempfindlichkeit!)
(KurzschluBstrom)

Wellenldnge der max.
Fotoempfindlichkeit

Quantenausbeute

(Elektronen pro Photon) (4 = 850 nm)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)
Leerlaufspannung (£, = 10 000 Ix)1)

(Ev = 1000 Ix)1)

(Ev =100 Ix)")

KurzschluRstrom (£, = 10000 Ix)1)

(Ev = 1000 Ix)1)

Infrarote Empfindlichkeitsgrenze

GroRe der bestrahlungsempfindlichen
Flache

Toleranz der bestrahlungsempfindlichen
Flache

Temperaturkoeffizient von U,

(siehe Diagramm)
Temperaturkoeffizient von /x

(siehe Diagramm)

Kapazitat (Ur =0 V; £ =0)
Dunkelstrom (Ur =1V; E=0)
Dunkelstrom (Ur =1V; Ty = 50°C; £E=0)

A-Tol.
TK

TK
Co

Ir
Ir

1(=0,7)

850
0,80

0,65

=440

410 (= 270)
300 (= 140)
=7

=0,7

1,100

uA/Ix

nm
Elektronen
Photon
A/W

mV

mV

mV

mA

mA

nm

cm?

cm?2
mV/K

%/K

nF
A

') Die angegebene Beleuchtungsstérke bezieht sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).

Umstellung der Angaben auf Bestrahlung mit Normlicht A nach DIN 5033, Wolfram-Fadenlampe Farbtemperatur
Tr = 2856 K fur TP 60 und TP 61; £, (bei 7r = 2856 K) in Lux entspricht in ihrer Wirkung auf das Bauelement

1,935 X £, (bei Te = 2400 K) in Lux.
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TP 60, TP 61

Relative spektrale Empfindlichkeit
Srer = f(2)

92

100 ﬂf—s
90
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50 /, \
40
30 \
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1
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[
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10° 0° 0°
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Bestrahlungsy
richtung
30° 30°
4o° 40°
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80° | R
0 — 0°
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(ebener Empfanger)

—_—

mv
600

500

400
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100

nF
32

2

Leerlaufspannung und
KurzschluBstrom als Funktion
der Beleuchtungsstérke
UL=f(E); Ik = F(E)
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[7 1000
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//
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N ]
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. -0
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E=0
N
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TP 60, TP 61

Dunkelstrom /g = 1 (Ur) Temperaturabhéangigkeit des
Ty = Parameter; E=0 Dunkelstromes /r = 7 (7Tu)
Ur=1V;E=0
A pA
10? 10
!
R - Iy
T ago T
| A Ty =50°C L~ 102
/ g
e /T ‘ 7
o | 7’
o / yald ' g
J,I
A
/
T/ 107
A
]OD | i 10 0
0 05 10V 0 50 100°C
—U —»/'U
Temperaturabhangigkeit von U, Temperaturabhangigkeit von
W _ Ik _
UL 2so (T Te 250 f(Tu)
15 15
Uy I
Uias K25
T B T |
10 \\ 10— I
~N
TN
05 i 05
0 0
0 20 40 60 80 100°C 0 20 40 60 80 100°C
—y —y
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TP 60, TP 61

Fotospannung in Abhéangigkeit
vom KurzschluBBstrom Up = £ (/k);
R. = Parameter

my
10 = PR FH
T T Il 1 1
11 117 | T
5 [— T I — ==
Up 9 3000 ATz
i AL 1
‘ L~ ,l / /1] /
| /
i mfo, i /| /
7
s i
yARI 7/ 7
/:“ | [
100/ | \H A1
I} / i |
10’ 30‘.!1‘0/59' L]
/A 7
/ \!II !
S AT i
p4 / |
AV | i
LTI
‘100L 1 | | - 1 i
~1 0 1 2
10 510 5 10 5 10" mA
,i,,IK
Optimaler Anpassungswiderstand
Ru=F(E); Ru=F (I
kQ
102
RL
S
N
N
N
10 N\
\\
07! A
-2
10 L
10’ 10? 10 10° 1x
~001) ~0) ~1) (~10) pA
__.Ev
()

94

Fotostrom in Abhéngigkeit
vom KurzschluBBstrom /p = f (/k);

ARL = Parameter

2

10

I 5

%
100

/p
T 8

60
40
20

0

100 5 1

I 43001
L —=100 {11
____T 300/ 1]]
B
— = 1000
f"
3000
i i
g’ 5 10° 5 100 5 10°ma

—lx

Mittlerer Fotostrom als Funktion
der Lichtwechselfrequenz
E, =1000 Ix; R. = 50 Q Lastwiderstand

N

5 102 5 103Ktz
—— Lichtwechselfrequenz



Fotodioden







Differential-Fotodiode in Bandleitertechnik BPX 48
und Kunststoffverguf}

Die Differential-Fotodiode BPX 48 ist fur spezielle Anwendungen in der Industrieelektro-
nik vorgesehen wie Nachlaufsteuerung, Kantenfiihrung und Weg- bzw. Winkelabtastung.
Die Einzeldioden sind nur durch einen Abstand von 50 pm voneinander getrennt. Dadurch
ist eine sehr genaue Positionsbestimmung méglich. Die Anstiegs- und Abfalizeit des Foto-
stromes ist kurz, so daR sich Regelkreise mit kleiner Totzeit aufbauen lassen. Die Silizium-
Planartechnik sichertein niedriges Dunkelstromniveau, geringes Rauschen und damitsehr
glinstige Signalverhaltnisse.

Typ 1 Bestellnummer b gy 7 506,5,02——
BPX 48 | @62702-P17-51 ‘ ’{F . g’& '
p—— === =f_§-"‘
w5
] 04 Lt
07! | e——762 ——

0—%T—16—~4 -~ 25 - Gewichtetwa 0,5 g

gemeinsame Kathode N_E

1 =<

b
Hp

bestrahlungsempfindliche

Eﬁr%¢mchen 1,10x 225
b 1‘%:

===7"_"]
e

|
&

3

o

Fao

= N

A A
Grenzdaten (fur Einzeldiodensystem)
Sperrspannung Ur 10 \%
Sperrschichttemperatur T 125 °C
Lagertemperatur Ts -40bis+80 | °C
Verlustleistung Prot 50 mwW
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BPX 48

Kenndaten (7y = 25° C)
(Die Angaben beziehen sich auf ein System der Fotodiode)

Fotoempfindlichkeit!) S
Wellenlange der max. spektralen Empfindlichkeit s max
Quantenausbeute

(Elektronen pro Photon) (1 = 850 nm) "
Spektrale Fotoempfindlichkeit (x = 860 nm) S
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes

von 10% auf 90% und von

90% auf 10% des Endwertes

(RL=1kQ; Ur = 0OV) t; t
(RL=1kQ; Ur =10 V) te; t
Grenzfrequenz gemessen an einem
Arbeitswiderstand (RL = 1kQ; Ur =10 V) fy
Kapazitat

(Ur= 0V) Co
(Ur=10V) Cio
Bestrahlungsempfindliche Flache A
Dunkelstrom (Ur =10 V; £ = 0) Ir

32 (=15)
850

0,80
0,56

=500
=150

40
10
1.9
100 (= 200)

nA/Ix

nm
Elektronen
Photon
A/W

1) Die angegebene Beleuchtungsstérke bezieht sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).
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BPX 48
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BPX 48

Dunkelstrom /g = f (Ur)

Tu=25°C
nA
250
k
A w0
/
‘V
7
‘f
150 va
/
/
4
100 7
v
/ //
4
/ //
50 % -1
YA
7 /‘
0
0 Vi b4 6 8 0V
— Uy
Ir
Fotostrom .~ = f(Tu)
P 25°
14
R
b5 12
10 —
T
0.8
06
0.4
02

0
-30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 °C

100

Diodenkapazitat in Abhéngigkeit
von der Sperrspannung C = f(Ur)
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BPX 48

0

Leerlaufspannung U,

=f(E)

KurzschluBstrom /x = f(£,)

mV pA
500 50
400 40
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—
"
300 / 30
/
// /,/
200 / 7 20
//
/
100 / 10
/
/
0 0
0 500 1000 Ix
— F,
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E, = Parameter
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BPX 48

Abtastung der Differential-Fotodiode
mit einem 25 um breiten Lichtstrahl

S
Ax -— | —dx
i ]
T
? gl
»l
Ll
[
W7
Al |
T 0,5 :
| S— ]
-20 10 0 20um
057 I —=dx
)
40—

102

Versuchsanordnung
Spalt
(25 um breit)

T  Trennsteg
der Dioden

Ax Verschiebung
von S

MeRschaltung

Differenz-Fotosignal A7
(bezogen auf Sattigungswert 1)
in Abhangigkeit

von der Verschiebung 4x

des Lichtspaltes S



Silizium-Fotodiode mit sehr kleinem Dunkelstrom BPW 32

BPW 32 ist eine Si-Fotodiode in Planartechnik. Die Fotodiode ist in ein transparentes
Kunststoffgehause eingebaut und hat als Anschlisse LoétspieRe im Rasterabstand von
5,08 mm (%10 Zoll). Die Bauform ermdglicht eine sehr einfache Montage auch auf Raster-
platten. Die plane Riickseite des Kunststoffgehduses ermdglicht eine stabile Fixierung des
Bauelementes. Die BPW 32 istals Empféanger firniedrige Beleuchtungsstarken entwickelt
worden und fiir den Einsatz als Empféanger fiir Belichtungsmesser sowie Belichtungs-
Automaten vorgesehen. Das Fotobauelement zeichnet sich durch kleine Dunkelstrome
und bei Elementbetrieb durch hohe Leerlaufspannung bei niedrigen Beleuchtungsstérken
aus. Die Kathode ist mit einem orangen Farbpunkt gekennzeichnet.

Typ | Bestellnummer Lo g
! ’ RS w
BPW 32 | Q62702-P 74 ! DHN
w| = * :T_¥ ‘.3'
Sy | ~
| f I
e 2l 2
04 N
0.7 508 \
- ~ Anode Kathode

bestrahlungsempfindliche
Flache 10x10

Kathode— Gewicht etwa 0,05 g

Grenzdaten

Sperrspannung Ur 7 \
Lagertemperatur Ts -55 bis +80 °C
Lottemperatur

2 mm vom Gehé&useboden entfernt (= 3 s) T 230 °C
Verlustleistung(7y = 25° C) Prot 100 mW
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BPW 32

Kenndaten (7y = 25° C)

Fotoempfindlichkeit!)
Nullpunktsteilheit?)

(Ee =0 Ix; Ty = 50°C)
Bestrahlungsempfindliche Flache
Wellenlange der max.
Fotoempfindlichkeit
Quantenausbeute

(Elektronen pro Photon) (+ = 800 nm)

Spektrale Fotoempfindlichkeit (# = 800 nm)
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes

von 10% auf 90% und von

90% auf 10% des Endwertes
(RL=1kQ; Us =0V; 1 =950nm)
(RL=1kQ; Ur=5V; 1 =950nm)
Kapazitat (Ur =0 V; £=0)
(Uk=3V; E=0)

Dunkelstrom

(Ur =1V; E=0)
Temperaturkoeffizient von Ik
Rauschéaquivalente Strahlungsleistung
(Ur = 1V)

Nachweisgrenze

So

;-S max

t;;
t; t

Cs

Ir
K

NEP

D*

10 (=7)

=056
1

800
0,73
0,47

5 (= 20)
0.2

2,1 X10-15

4,8 X101

nA/Ix

mV/pA
mm?2

nm
Elektronen
Photon
A/W

us
us

pF

pA
%/K

v Hz
cm v Hz
w

1) Die angegebene Fotoempfindlichkeit bezieht sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).

2) So ist ein MaR fir die unterste Fotoempfindlichkeit beim Einsatz der Fotodiode in BelichtungsmeRgeréten.

Definition der Nullpunktsteilheit So siehe Abbildung.
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BPW 32

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom /r = f (E.)
Sret = f (%) pA
.
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BPW 32

Dunkelstrom /g = £ (Ug)
Tu=25°C; £=0
pA
40
R /
{,
/
Y
10 /
/
0
012 3 4 56 7 8910V
> U
Ip
Fotostrom .=~ = (Ty)
P 250
12
R —]
Ip 250 0 ]
T T
08
06
0,4
0,2
0

-30 -20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80°C
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Kapazitat C = ¢ (Ur)
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Grof3flachige Silizium-Fotodiode BPW 33
mit sehr kleinem Dunkelstrom

BPW 33 ist eine grol¥flachige Si-Fotodiode in Planartechnik. Die Fotodiodeistin ein trans-
parentes Kunststoffgehduse eingebaut und hat als Anschlisse LotspieRe im Raster-
abstand von 5,08 mm (%10 Zoll). Die Bauform erméglicht eine sehr einfache Montage
auch auf Rasterplatten. Die plane Riickseite des Kunststoffgehduses ermdglicht eine
stabile Fixierung des Bauelementes. Die BPW 33 ist als Empféanger fir niedrige Beleuch-
tungsstarken entwickelt worden und fiir den Einsatz als Empfanger fiir Belichtungsmesser
sowie Belichtungsautomaten vorgesehen. Das Fotobauelement zeichnet sich durch hohe
Leerlaufspannung bei niedrigen Beleuchtungsstarken aus. Die Kathode ist mit einem
orangen Farbpunkt gekennzeichnet.

Typ | Bestellnummer
BPW 33 | 062702-P 76
Kathode
bestrahlungsempfindliche
Flache 2,75x 275
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 7 Y
Lagertemperatur Ts —-40bis +80 °C
Lottemperatur
2 mm vom Gehauseboden entfernt (¢t = 3 s) To 230 °C
Verlustleistung (7y = 25° C) Prot 150 mW
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BPW 33

Kenndaten (7y = 25° C)

Fotoempfindlichkeit') S 50 (= 35) nA/Ix
Nullpunktsteilheit?)

(E, =0; Tu =50°C) So = 0,05 mV/pA
Bestrahlungsempfindliche Flache A 7,6 mm?2
Wellenlange der max.

Fotoempfindlichkeit /.S max 800 nm
Quantenausbeute 0.73 Elektronen
(Elektronen pro Photon) (2 = 800 nm) K ! Photon
Spektrale Fotoempfindlichkeit (1 = 800 nm) S 0,47 A/W

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90% und von
90% auf 10% des Endwertes

(RL=1kQ; Ur =0V; 2 =950 nm) t; t 2,5 us
(RL=1kQ; Ur =5V; 1 =950 nm) t; tr 1,0 us
Kapazitat (Ur = 0 V; £=0) Co 750 pF
(Ur=3V; E=0) Cs 330 pF
Dunkelstrom
(Ur=1V; E=0) Ir 20 (=100) pA
Temperaturkoeffizient von Ik TK 0,2 %/K
Rauschéquivalente Strahlungsleistung W
= -15 —
(Ur = 1V) NEP 5,3X10 i
Nachweisgrenze D 5,2 X 1013 @W@

1) Die angegebene Fotoempfindlichkeit bezieht sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe bei
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5040 und IEC 306-1).

2) So ist ein MaR fir die untere Fotoempfindlichkeit beim Einsatz der Fotodiode in BelichtungsmeRgeraten. Definition
der Nullpunktsteilheit So siehe Diagramm.
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BPW 33

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom /p = f (£.)
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BPW 33
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Silizium-PIN-Fotodiode in Kunststoffumhiillung BPW 34

BPW 34 ist eine Si-PIN-Fotodiode in Planartechnik. Die Fotodiode ist in ein transparentes
Kunststoffgehduse eingebaut und hat als Anschlisse LotspieRe im Rasterabstand von
5,08 mm (%o Zoll). Die Bauform erméglicht eine sehr einfache Montage auch auf Raster-
platten. Die plane Riickseite des Kunststoffgehduses ermdéglicht eine stabile Fixierung des
Bauelementes. Durch Mehrfachanordnungen kénnen auch Zeilen realisiert werden.
Dieser universelle Fotoempfanger ist sowohl fir den Dioden- als auch fiir den Element-
betrieb geeignet. Besonders glinstig ist das Rausch-Signalverhéltnis selbst bei geringen
Beleuchtungsstarken. Die Leerlaufspannungist bei kleinen Beleuchtungsstarken héherals
bei vergleichbaren Fotoelementen in Mesa-Technik. Die PIN-Fotodiode zeichnet sich
durch geringe Sperrschichtkapazitat, hohe Grenzfrequenz und kurze Schaltzeiten aus.
Die Fotodiode ist speziell fiir die IR-Tonibertragung geeignet. Die Kathode ist mit einem
blauen Farbpunkt gekennzeichnet.

Typ | Bestellnummer "'-n,z‘j ’1%5‘;,5‘0,2"1 .
BPW 34 | Q62702-P 73 - L XY
O hts
il A
A e I
Anode Kathode

bestrahlungsempfindliche
Flache 2,75x2,75

Gewichtetwa O0,1g

Grenzdaten

Sperrspannung Ur 32 \Y,
Betriebs- und Lagertemperatur Ts - 40 bis + 80 °C
Lottemperatur

2 mm vom Gehauseboden entfernt (1= 3 s) N 230 °C
Verlustleistung (7u = 25° C) Prot 150 mW
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BPW 34

Kenndaten (7y = 25° C)

Fotoempfindlichkeit!) (Ur = 5 V) S 70 (= 50) nA/Ix
Wellenlédnge der max. Fotoempfindlichkeit /.S max 850 nm
Quantenausbeute 088 Elektronen
(Elektronen pro Photon) (1 = 850 nm) 1 ! Photon
Spektrale Fotoempfindlichkeit (1 = 850 nm) S 0,60 A/W
Leerlaufspannung (£, = 100 Ix)") UL 285 mV
Leerlaufspannung (£, = 1000 Ix)?) UL 365 mV
KurzschluBstrom (£, = 100 Ix)?) Ik 6,5 vA

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90% und von
90% auf 10% des Endwertes

(RL=1kQ; Ur =0V; 1 =950 nm) e t 125 ns
(RL=1kQ; Ur =10 V; 1 = 950 nm) t; t 50 ns
Temperaturkoeffizient fir Uy TK -2,6 mV/K
Temperaturkoeffizient fir I/« bzw. Ip TK 0,18 %/K
Kapazitat
(Ur=0V;f=1MHz; £E=0) Co 72 pF
(Ur =3V;f=1MHz; £=0) Cs 25 (=40) pF
Bestrahlungsempfindliche Flache A 7,6 mm?2
Dunkelstrom (Ur = 10 V) Ir 2 (= 30) nA
Rauschéquivalente Strahlungsleistung W

= —-14 —_—
(Ur =10 V) NEP 4,2 X 10 T
Nachweisgrenze o 6,6 X 1012 cmTVH_z

1) Die angegebene Fotoempfindlichkeit und die Beleuchtungsstérken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung
einer Wolfram-Fadenlampe mit einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 6030 und IEC 306-1).
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BPW 34

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom /p = f (E.)
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BPW 34

Dunkelstrom /g = f (Ur)
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BPW 34

Leerlaufspannung U, = f (E,)
KurzschluBstrom Jx = £ (E,)

Leerlaufspannung %‘;50= £(Tu)
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Silizium-Fotodiode BPX 60

BPX 60 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das groRflachige fotoempfindliche
System ist sowohl fiir den Betrieb als Element als auch fur Diodenbetrieb mit kleinstem
Sperrstromniveau geeignet. Das hermetisch dichte Gehause — eine TO-56-Modifikation mit
planem Glasfenster — erlaubtden Einsatz unter extremen Betriebsbedingungen. Besonders
glinstig ist das Rausch-Signal-Verhéltnis selbst bei geringen Beleuchtungsstarken. Die
Leerlaufspannung ist bei kleinen Beleuchtungsstéarken hoher als bei vergleichbaren Foto-
elementen in Mesa-Technik.

Typ | Bestellnummer bestrahlungsempfindliche Flache
3x3mm
BPX 60 | 062702-P 54

L 0,45 Kathode
N‘fe:_ S
g g
= Anode
LR
r — 13,541 6.93
3,2_02 ”
Gewichtetwa 2 g
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 32 \%
Betriebs- und Lagertemperatur Ts - 40 bis+125 | °C
Sperrschichttemperatur 7i 125 °C
Léttemperatur 2 mm vom
Gehauseboden entfernt (1= 3 s) I 230 °C
Verlustleistung Phot 325 mw
Warmewiderstand Rin su 300 K/W
Rin Je 80 K/W
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BPX 60

Kenndaten

Fotoempfindlichkeit!)

Wellenlédnge der max. Fotoempfindlichkeit
Quantenausbeute

(Elektronen pro Photon) (. = 850 nm)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (1 = 850 nm)
Leerlaufspannung (£, = 100 Ix)?)

(Ev = 1000 Ix)1)

KurzschluBBstrom (£, = 100 Ix)")

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90% und von

90% auf 10% des Endwertes

(RL=1kQ; Ur =0V; 2 =950nm)
(RL=1kQ; Ur =10V, 7 = 950 nm)
Temperaturkoeffizient fir UL
Temperaturkoeffizient fir /x
Sperrschichtkapazitat

(Ur =0V, f=1MHz; E=0)

(Ur=10V; f=1MHz; E=0)
Bestrahlungsempfindliche Flache
Dunkelstrom (Us =10 V; Ty = 25°C; E=0)

te; tr
t;
TK
TK

Cio

Ir

50 (= 3,5)
850

0,73

0,50

360 (= 270)
460

5 (= 3,5)

2,6
1,0
-2,6
0,2

750
220
7.6
7 (= 300)

nA/lIx
nm

Elektronen

Photon
A/W
mV
mV

uA

') Die angegebene Beleuchtungsstarke bezieht sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).
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BPX 60

Relative spektrale Empfindlichkeit
Sret = F(7)
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BPX 60
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BPX 60

Leerlaufspannung U, = f(£.)
KurzschluBstrom /x = £ (£,)
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Silizium-PIN-Fotodiode mit kleinem Sperrstrom BPX 61

BPX 61 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik mit kleinem Sperrstrom. Die geringe
Kapazitat gestattet Betrieb bis 10 MHz. Das groRflachige fotoempfindliche System ist so-
wohl fur den Betrieb als Element als auch fir Diodenbetrieb mit kieinstem Sperrstrom-
niveau geeignet. Das hermetisch dichte Gehause — eine TO-5-Modifikation mit planem
Glasfenster — erlaubt den Einsatz unter extremen Betriebsbedingungen. Besonders giin-
stig ist das Rausch-Signal-Verhaltnis selbst bei geringen Beleuchtungsstarken. Die Leer-
laufspannung ist bei kleinen Beleuchtungsstarken héher als bei vergleichbaren Foto-
elementen in Mesa-Technik. Die PIN-Fotodiode zeichnet sich durch geringe Sperrschicht-
kapazitat, hohe Grenzfrequenz und kurze Schaltzeiten aus.

Typ } Bestellnummer bestrahlungsempfindliche Flache
BPX 61 | Q62705-P 25 3x3mm

0,45 Kathede
7

Gewichtetwa 2 g

Grenzdaten

Sperrspannung Ur 32 \%

Betriebs- und Lagertemperatur Ts - 40 bis +125 | °C

Sperrschichttemperatur Ti 125 °C

Lottemperatur

2 mm vom Gehauseboden entfernt (= 3 s) N 230 °C

Verlustleistung (7y = 25° C) Piot 325 mwW

Warmewiderstand Rin Ju 300 K/W
Rin s 80 K/W
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BPX 61

Kenndaten (7y = 25° C)

Fotoempfindlichkeit!) (Ur = 5 V) S 70 (= 50) nA/Ix
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit /.5 max 850 nm
Quantenausbeute . 088 Elektronen
(Elektronen pro Photon) (2 = 850 nm) ! Photon
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm) S 0,60 A/W
Leerlaufspannung (£, = 100 Ix)1) U 285 mV

(£, = 1000 Ix)") UL 365 mV
KurzschluRstrom (£, = 100 Ix)1) Ik 6,5 uA

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90% und von
90% auf 10% des Endwertes

(RL=1kQ; Ur =0V; 1 =950nm) t; 125 ns
(RL=1kQ; Ug =10 V; 2 =950 nm) t; t; 50 ns
Temperaturkoeffizient fur UL TK -2,6 mV/K
Temperaturkoeffizient far /x TK 0,2 %/K
Kapazitat
(Ur=0V;f=1MHz; £=0) Co 72 pF
(Ur=3V;f=1MHz; £=0) Cs 25 (=40) pF
Bestrahlungsempfindliche Flache A 7,6 mm?2
Dunkelstrom
(Ur =10 V; Ty = 25°C; £=0) Ir 2 (= 30) nA
Rauschéquivalente Strahlungsleistung W

= —14 AN
(Ur =10 V) NEP 4,2 X10 W
Nachweisgrenze (Un = 10 V) D 6,6 X101 em ¥ He

1) Die angegebene Fotoempfindlichkeit bezieht sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).
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BPX 61

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom /p = f (E,)
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BPX 61
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BPX 61

Leerlaufspannung ﬁf f(Tu) KurzschluB3strom ﬁz f(Tu)
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Silizium-Fotodiode mit sehr kleinem Dunkelstrom BPX 63

BPX 63 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Sie ist auf einer TO-18-Bodenplatte
montiert und mit einem transparenten Kunststoff abgedeckt. Die BPX 63 istals Empfanger
fur niedrige Beleuchtungsstarken entwickelt worden und fir den Einsatz als Empféanger
fir Belichtungsmesser sowie Belichtungs-Automaten vorgesehen. Das Fotobauelement
zeichnet sich durch kleine Dunkelstrome und bei Elementbetrieb durch hohe Leerlauf-
spannung bei niedrigen Beleuchtungsstarken aus. Die Kathode der BPX 63 ist mit dem
Gehause galvanisch verbunden.

Typ | Bestellnummer bestrahlungsempfindliche
Flache 10x10
BPX 63 | 062702-P55 foe

Anode
@045

EB_S:] ——

25403

Gewichtetwa 0,6 g

Grenzdaten

Sperrspannung Ur 7 Y
Lagertemperatur Ts - 55 bis +90 °C
Verlustleistung (7y = 25° C) Prot 200 | mw
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BPX 63

Kenndaten (7y = 25° C)
Fotoempfindlichkeit!) S 10 (= 0,8) nA/Ix
Wellenlange der maximalen Fotoempfindlichkeit /.5 max 800 nm
Quantenausbeute , 073 Elektronen
(Elektronen pro Photon) (. = 800 nm) ! ! Photon
Spektrale Fotoempfindlichkeit (# = 800 nm) S 0,47 A/W
DurchlaBspannung?)
(E=0; Ir =1pA; Tu = 50°C) Up 1(=0,5) mV
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90% und von
90% auf 10% des Endwertes
(RL=1kQ; Us =0V; /. =950 nm) te t 1,3 us
(RL=1kQ; Ur =5V; 7. =950nm) t; ts 1,0 us
Kapazitéat (Ur = O V) Co 120 pF
(Ur=3V) Cs 50 pF
Dunkelstrom (Ur =1V; £ =0) Ir 5 (= 20) pA
Temperaturkoeffizient von Ik TK 0,1 %/K
Bestrahlungsempfindliche Flache A 1 mm?2
Rauschéquivalente Strahlungsleistung W

= -15 A
(Ur=1V) NEP 2,7 X10 W
Nachweisgrenze (Us = 1V) D" 3,7 X 1018 CmWHZ

1) Die angegebene Beleuchtungsstérke bezieht sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).

2) Up ist ein MaR fiir die unterste Fotoempfindlichkeitsgrenze beim Einsatz der Fotodiode in BelichtungsmeRgeraten.
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BPX 63

Relative spektrale Empfindlichkeit
Srer = £(2)
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BPX 63

Dunkelstrom /g = f (Ur)
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BPX 63

Nullpunktsteilheit So = I%F
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Schnelle-Silizium-PIN-Fotodiode BPX 65

BPX 65 ist eine planare Silizium-PIN-Fotodiode im Gehause 18 A 2 DIN 41876 (dhnlich
TO-18) mit planem Lichtfenster. Die Kathode ist mit dem Gehéause elektrisch verbunden.
Das plane Lichtfenster |al3t den Strahlengang mit optischen Linsensystemen unbeeinfluft.
Wegen der hohen Grenzfrequenz ist diese Diode besonders als optischer Empfanger mit
grolRer Modulations-Bandbreite geeignet.

Die PIN-Fotodiode zeichnet sich durch geringe Sperrschichtkapazitat und kurze Schalt-
zeiten aus.

Typ ] Bestellnummer bestrahlungsempfindliche

28
0] F 1

BPX 65 | 062702-P 27 [”r foche 0 e

0,45 i J o

135t ——={5,2_

Gewichtetwa 0,5 g

Grenzdaten
Sperrspannung Ur 50 \Y,
Sperrschichttemperatur T 125 °C
Lagertemperatur Ts -55bis +125 °C
Verlustleistung Prot 250 mw
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BPX 65

Kenndaten (7y = 25° C)

GroRe der bestrahlungsempfindlichen Flache A 1 mm?2
Wellenlange der maximalen
spektralen Empfindlichkeit S max 850 nm
Quantenausbeute 0.80 Elektronen
(Elektronen pro Photon) (1 = 850 nm) K ! Photon
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm) S 0,55 A/W
Anstiegszeit des Fotostromes
(Arbeitswiderstand AL = 50 Q; Us = 20 V;
4 =900 nm) t 0,5((=1) ns
Kapazitat (Ur = O V) Co 15 pF
(Ur=1V) Ci 12 pF
(Ur =20V) C20 3,6 pF

Grenzfrequenz (Arbeitswiderstand AL = 50 Q;
Ug =20 V; % =900 nm) fy 500 ‘| MHz
Dunkelstrom (Ur = 20 V; E = 0) Ir 1(=5) nA
Fotoempfindlichkeit!) bei Ur = 20 V S 10((==7) nA/Ix
Rauschaquivalente Strahlungsleistung W

- —14 LA
(Ur=20V) NEP 3,3 X10 W
Nachweisgrenze (Ur = 20 V) D* 3,1X1012 C"‘V’\{ﬁz
Temperaturkoeffizient fur /p TK 0,2 %/K

1) Die angegebene Fotoempfindlichkeit bezieht sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).
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BPX 65

Spektrale Fotoempfindlichkeit Fotostrom /p = f( £.)
Sier = (%) in A/W
und Quantenausbeute 1, = 7 (%)
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BPX 65
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BPX 65
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Ty als Parameter; £ =0

Q
200

100

50

Serienwiderstand Rs = f (Ur);
E = 0; MeRfrequenz f = 100 MHz

\ R
— N\
\
\\
~~—
0 10 20 30 40

—

50V

137




Schnelle-Silizium-PIN-Fotodiode BPX 66

BPX 66 ist eine planare Silizium-PIN-Fotodiode im Gehause 18 A 2 DIN 41876 (dhnlich
TO-18) mit planem Lichtfenster und extrem niedrigen Dunkelstrom. Die Kathode ist mit
dem Gehéuse elektrisch verbunden. Das plane Lichtfenster 1aBt den Strahlengang mit
optischen Linsensystemen unbeeinfluBt. Wegen der hohen Grenzfrequenzist diese Diode
besonders als optischer Empféanger mit groRer Modulations-Bandbreite geeignet.

Die PIN-Fotodiode zeichnet sich durch geringe Sperrschichtkapazitat und kurze Schalt-
zeiten aus.

Typ | Bestellnummer bestrahlungsempfindliche

28
9 F 1
BPX 66 | @62702-P80 ] '1;* toche 0 e
@ 0,45 7 v
{ > o
| B S
~ &
~ ~
*G
e 13581 —>15,2 ;1= 55915
Gewicht etwa 0,5 g
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 50 \%
Sperrschichttemperatur T 125 °C
Lagertemperatur Ts - 55 bis +125 °C
Verlustleistung Prot 250 mW
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BPX 66

Kenndaten (7y = 25° C)

GroRe der bestrahlungsempfindlichen Flache
Wellenldnge der maximalen
spektralen Empfindlichkeit
Quantenausbeute
(Elektronen pro Photon) (1 = 850 nm)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (# = 850 nm)
Anstiegszeit des Fotostromes
(Arbeitswiderstand RL. = 50 Q; Usr = 20 V;
/. =900 nm)
Kapazitat (Ur = 0 V)

(Ur=1V)

(Ur =20V)
Grenzfrequenz (Arbeitswiderstand . = 50 Q;
Ur =20V; /. =900 nm)
Dunkelstrom (Ur = 1V; E = 0)
Fotoempfindlichkeit!) (Ur = 1V)
Rauschéquivalente Strahlungsleistung
(Ur=1V)

Nachweisgrenze (Ug = 1V)

Temperaturkoeffizient fir /p

A

;-S max

t

G
Cao

Ir

NEP

D«I»
TK

1

850
0,80
0,55

0,5(=1)
15
12
3,6

500

0,15 (= 0,3)
9(=5)

1,3 X10-14

6,4 X 1012
0,2

mm?2

nm
Elektronen
Photon
A/W

1) Dieangegebenen Beleuchtungsstarken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht Anach DIN5033 undIEC 306-1).
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BPX 66

Spektrale Fotoempfindlichkeit
Srei = f(4) in A/W

und Quantenausbeute y = (%)
in Elektronen je Photon
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BPX 66

Dunkelstrom /g = f(Ug) Sperrschichtkapazitat C = 7 (Ur);
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BPX 66

Dunkelstrom 7z = £ (Ug); Serienwiderstand Rs = f (Us);
Ty als Parameter; E=0 E = 0; MeRfrequenz f = 100 MHz

Q
200

L\

100
AN

50

—

142



Silizium-Fotodiode in Kunststoffumhiillung BPX 90

BPX 90 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Die Fotodiode ist in ein transparentes
Kunststoffgehéduse eingebaut und hat als Anschlisse LotspieBe im Rasterabstand von
5,08 mm (%10 Zoll). Die Bauform erméglicht eine sehr einfache Montage auch auf Raster-
platten. Die plane Riickseite des Kunststoffgehduses ermdglicht eine stabile Fixierung des
Bauelementes. Durch Mehrfachanordnungen kénnen auch Zeilen realisiert werden. Dieser
universelle Fotoempfanger ist sowohl far den Dioden- als auch fur den Elementbetrieb
geeignet. Besonders glinstig ist das Rausch-Signalverhaltnis selbst bei geringen Beleuch-
tungsstarken. Die Leerlaufspannung ist bei kleinen Beleuchtungsstarken hoéher als bei
vergleichbaren Fotoelementen in Mesa-Technik.

Typ ' Bestellnummer
BPX 90 | Q62702-P 47
bestrahlungsempfindliche
Flache 165x305
Kathode—
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 32 Y,
Betriebs- und Lagertemperatur Ts —40 bis +80 °C
Lottemperatur 2 mm vom
Gehauseboden entfernt (t = 3 s) n 230 °C
Verlustleistung Prot 100 mwW
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BPX 90

Kenndaten (7y = 25° C)

Fotoempfindlichkeit')
Wellenlédnge der max. Fotoempfindlichkeit
Quantenausbeute
(Elektronen pro Photon) (~ = 850 nm)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (# = 850 nm)
Leerlaufspannung (£, = 100 Ix)1)

(E, = 1000 Ix)1)
KurzschluRstrom (£, = 100 Ix)1)
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90% und von
90% auf 10% des Endwertes
(RL=1kQ; Ur =0V, 1 =950 nm)
(RL=1kQ; Ur =10 V; 2 = 950 nm)
Temperaturkoeffizient fir UL
Temperaturkoeffizient fur /k
Kapazitat
(Ur=0V;f=1MHz; E=0)
(Ur=10V; f=1MHz; £=0)
Lichtempfindliche Flache
Dunkelstrom (Ur =10 V; £ = 0)

S

UL
UL
Ik

t; t
t; tr
TK
TK

Co
Cio

Ir

40 (= 25)
850

0,73

0,50

360 (= 270)
460

4 (= 2,5)

1.1
0,8
-2,6
0,2

500
170
5,0
5 (= 200)

nA/Ix

nm
Elektronen
Photon
A/W

mV

mV

uA

1) Die angegebene Beleuchtungsstarke bezieht sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).
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BPX 90

Srel

Relative spekt. Empfindlichkeit S = (/)
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BPX 90

Dunkelstrom /g = f (Ur)
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BPX 90
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Silizium-Fotodiode in Kunststoffumhiillung BPX 91

BPX 91 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Die Fotodiode ist in ein transparentes
Kunststoffgehduse eingebaut und hat als Anschliisse LotspieRe im Rasterabstand von
5,08 mm (2/10 Zoll). Die Bauform ermdéglicht eine sehr einfache Montage auch auf Raster-
platten. Die plane Riickseite des Kunststoffgehduses ermdglicht eine stabile Fixierung des
Bauelementes. Durch Mehrfachanordnungen kénnen auch Zeilen realisiert werden. Dieser
universelle Fotoempfanger ist sowohl fir den Dioden- als auch fir den Elementbetrieb
geeignet. Besonders glinstig ist das Rausch-Signalverhéltnis selbst bei geringen Beleuch-
tungsstarken. Die Leerlaufspannung ist bei kleinen Beleuchtungsstarken hoher als bei
vergleichbaren Fotoelementen in Mesa-Technik. Die Kathode ist mit einem weilRen Farb-
punkt gekennzeichnet.

Typ | Bestellnummer Rt I - Eia
~ il
BPX 91 | Q62702-P 48 : L 1Sey
> = T s
i I
v
—i— :}
S
508 —=
Kathode

bestrahlungsempfindliche
Flache 2,75x2,75

Grenzdaten

Sperrspannung Ur 32 \%
Betriebs- und Lagertemperatur Ts —40 bis +80 °C
Lottemperatur 2 mm vom

Gehauseboden entfernt (1= 3 s) 7. 230 °C
Verlustleistung (7u = 25° C) Prot 150 mwW
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BPX 91
Kenndaten (7y = 25° C)
Fotoempfindlichkeit!) S 50 (= 35) nA/Ix
Wellenldnge der max. Fotoempfindliichkeit As max 850 nm
Quantenausbeute 073 Elektronen
(Elektronen pro Photon) (# = 850 nm) K ! Photon
Spektrale Fotoempfindlichkeit (#~ = 850 nm) S 0,50 A/W
Leerlaufspannung
(Ev =100 Ix)") UL 360 (= 270) mV
(Ev = 1000 Ix)) UL 460 mV
KurzschluBstrom (£, = 100 Ix)1) Ik 5 (= 3,5) uA
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90% und von
90% auf 10% des Endwertes
(RL=1kQ; Ur =0V; 1 =950 nm) t; t 2,5 us
(RL=1kQ; Ur =10 V; 1 =950 nm) t; ts 1,0 us
Temperaturkoeffizient fir Up K -2,6 mV/K
Temperaturkoeffizient fur /x K 0,2 %/K
Kapazitat
(Uk=0V; f=1MHz; £=0) Co 750 pF
(Uk =10 V; f=1MHz; £E=0) Cio 220 pF
Bestrahlungsempfindliche Flache A 7.6 mm?2
Dunkelstrom (Ugr =10 V; £ = 0) Ir 7 (= 300) nA

1) Die angegebene Beleuchtungsstéarke bezieht sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 56033 und IEC 306-1).
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BPX 91

Relative spekt. Empfindlichkeit S = 7 (/)
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BPX 91
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BPX 91
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Silizium-Fotodiode in Kunststoffumhiillung BPX 92

BPX 92 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Die Fotodiode istin ein transparentes
Kunststoffgehause eingebaut und hat als Anschlisse LotspieBe im Rasterabstand von
5,08 mm (2/10 Zoll). Die Bauform ermdglicht eine sehr einfache Montage auch auf Raster-
platten. Die plane Riickseite des Kunststoffgehdauses ermdglicht eine stabile Fixierung des
Bauelementes. Durch Mehrfachanordnungen kénnen auch Zeilen realisiert werden. Dieser
universelle Fotoempfanger ist sowohl fur den Dioden- als auch fir den Elementbetrieb
geeignet. Besonders glinstig ist das Rausch-Signalverhaltnis selbst bei geringen Beleuch-
tungsstéarken. Die Leerlaufspannung ist bei kleinen Beleuchtungsstarken hoher als bei
vergleichbaren Fotoelementen in Mesa-Technik.

Typ | Bestellnummer
BPX 92 | 062702-P 49 o
el B3
Y
\\
\
Kathode
bestrahlungsempfmdhche
Flache 125x0,75
Kathode
Grenzdaten
Sperrspannung Ur | 32 \%
Betriebs- und Lagertemperatur Ts | —55 bis +80 °C
Lottemperatur 2 mm vom Gehauseboden entfernt ;
(t=3s) n 230 °C
Verlustleistung (7y = 25° C) Prot ‘ 50 mWwW
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BPX 92

Kenndaten (7y = 25° C)

Fotoempfindlichkeit?!)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit
Quantenausbeute

(Elektronen pro Photon) (4 = 850 nm)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (1 = 850 nm)
Leerlaufspannung

(E. =100 Ix)1)

(Ev = 1000 Ix)1)

KurzschluBstrom (£, = 100 Ix)1)
Anstiegs- und Abfalizeit des Fotostromes
von 10% auf 90% und von

90% auf 10% des Endwertes

(RL=1k; Ur =0V; 7 =950 nm)
(RL=1k; Ur =10 V; 2 = 950 nm)
Temperaturkoeffizient fur UL
Temperaturkoeffizient fir /x

Kapazitat

(Ur =0V, f=1MHz; £E=0)

(Us =10 V; f=1MHz; £ =0)
Bestrahlungsempfindliche Flache
Dunkelstrom

(Urk =10 V; E=0)

S
)-S max
n
S

UL
UL
Ik

tr; tr
t; t
K
K

Cio

Ir

7 (= 4)
850

0,73
0,50
325 (= 240)

410
0,7 (=0,4)

1 (=100)

nA/Ix

nm
Elektronen
Photon
A/W

mV
mV

uA

1) Die angegebene Beleuchtungsstarke bezieht sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 56033 und IEC 306-1).
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BPX 92

Sret

Relative spekt. Empfindlichkeit S = £ (%)
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BPX 92
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BPX 92

Kurzschluf3strom [K[;O =f(Tu) Leerlaufspannung Z/%f’: f(Tu)
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Silizium-Fotodiode in Kunststoffumhiillung BPX 93

BPX 93 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Die Fotodiode ist in ein transparentes
Kunststoffgehduse eingebaut und hat als Anschliisse LotspieRe im Rasterabstand von
5,08 mm (%10 Zoll). Die Bauform ermdglicht eine sehr einfache Montage auch auf Raster-
platten. Die plane Riickseite des Kunststoffgehduses ermoglicht eine stabile Fixierung des
Bauelementes. Durch Mehrfachanordnungen kénnen auch Zeilen realisiert werden.
Dieser universelle Fotoempfanger ist sowohl fiir den Dioden- als auch fir den Element-
betrieb geeignet. Besonders glinstig ist das Rausch-Signalverhaltnis selbst bei geringen
Beleuchtungsstarken. Die Leerlaufspannung ist bei kleinen Beleuchtungsstarken héher
als beivergleichbaren Fotoelementen in Mesa-Technik. Die Kathodeist durch einen weiRen
Farbpunkt gekennzeichnet.

Typ ’ Bestellnummer
BPX 93 | Q62702-P 50
bestrahlungsempfindliche
Flache 10x10
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 32 \%
Betriebs- und Lagertemperatur Ts - 55 bis +80 °C
Léttemperatur 2 mm vom Gehaduseboden entfernt
(t=3s) Tu 230 °C
Verlustleistung (7u = 25° C) Prot 75 mW
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BPX 93
Kenndaten (7y = 25° C)
Fotoempfindlichkeit') S 8 (= 5) nA/lx
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit J.s max 850 nm
Quantenausbeute , 073 Elektronen
(Elektronen pro Photon) (2 = 850 nm) 1 ! Photon
Spektrale Fotoempfindlichkeit (1 = 850 nm) S 0,50 A/W
Leerlaufspannung
(Ev. =100 Ix)") UL 360 (= 270) mV
(£, = 1000 Ix)1) UL 460 mV
KurzschluBstrom (£, = 100 Ix)1) Ik 0,8 (=0,5) uA
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90% und von
90% auf 10% des Endwertes
(RL=1kQ; U= 0V) tr; ti 1.1 us
(RL=1kQ; Ur=10V) tr; tf 0,8 us
Temperaturkoeffizient fur UL K -2 mV/K
Temperaturkoeffizient fur /¢ 7K 0,1 %/K
Kapazitat
(Ur=0V; f=1MHz; £E=0) Co 120 pF
(Ur=10V; f=1 MHz; £=0) Cio 40 pF
Bestrahlungsempfindliche Flache A 1 mm?2
Dunkelstrom
(Uk=10V; E=0) Ir 0,5 (=50) nA

') Die angegebene Beleuchtungsstarke bezieht sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).
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BPX 93

Relative spekt. Empfindlichkeit S = 7 (%) Fotostrom /p = f(E,)
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BPX 93
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BPX 93

Ixas

162

08

06

04

02

Kurzschluf3strom

Ik _
Ik 25°

f(Tu)

Uias

0 10 20 30 40

50 60 70

—

Leerlaufspannung ﬁ°= f(Tu)

08 N

06

0,4

02

0 10 20 30 40 50 60 70 80°C
—



‘ Nicht fiir Neuentwicklung"

Silizium-Fotodiode

BPY 12

Die BPY 12 ist eine universell verwendbare groRflachige Silizium-Fotodiode in Planar-
technik, die auch fur quantitative Lichtmessungen geeignet ist. Besonders vorteilhaft &Rt
sie sich fir Anwendungen einsetzen, bei denen eine hohe Grenzfrequenz an einem hoch-
ohmigen Arbeitswiderstand gefordert wird. Die Planartechnik sichert ein niedriges Dun-
kelstromniveau, geringes Rauschen und damit sehr glinstige Signalverhaltnisse.

Einbau-Hinweise siehe Vorwort

Typ ‘ Bestellnummer

BPY 12 | 062702-P9

Grenzdaten

Sperrspannung!) Ur

Lagertemperatur Ts

Verlustleistung Prot

bestrahlungsempfindliche Flache 45 x45

K

=< r=5£02»te—— 50min
(=]

5 2max

002

E}g _.!1)L r

'—r (Ag = Silberdraht)

1) Auflagefliche
Gewicht etwa

20
-55 bis +100
150

3min
0,2g

\%
°C
mw

1) Der Pluspol der Spannungsquelle ist mit der versilberten, lichtunempfindlichen Seite der Fotodiode zu verbinden.
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BPY 12

Kenndaten (7y = 25°C)
Fotoempfindlichkeit!)

Wellenldnge der max. Fotoempfindlichkeit

Quantenausbeute
(Elektronen pro Photon) (2 = 850 nm)

Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes

von 10% auf 90%

und 90% auf 10% des Endwertes
(RL=1kQ; Ur =0V; 2 =950 nm)
(RL=1kQ; Ur =20 V; 2 =950 nm)
Grenzfrequenz (RL = 1kQ; Ur = 20 V)
Kapazitat

(Ur=0V; E=0)

(Uk=20V; E=0)

Dunkelstrom (Ur = 20 V; E = 0)
Bestrahlungsempfindliche Flache
Rauschéquivalente Strahlungsleistung
(Ur=20V)

Nachweisgrenze (Ur = 20 V)

Temperaturkoeffizient fur /p

As max

=100
850

0,88
0,60

2
=150
1

140

25

100 (=1000)
20

6,7 X10-13

6,7 X 10"
0,15

nA/Ix

nm
Elektronen
Photon
A/W

us

1) Die angegebene Beleuchtungsstérke bezieht sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht Anach DIN 5033 und IEC 306-1).
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Nicht fiir Neuentwicklung

BPY 12

60

40

20

0

Spektrale Fotoempfindlichkeit
S=7(.)in A/W und Quanten-
ausbeute n =7(7) in Elektronen

/N
\
\
\
\
/ \
/

400 500 600 700 800 900 1000 1100 nm
— 2

20°

Richtcharakteristik /p =f (g)

10° 0° 10°
r-—
Bestrahlungs
10 T richtung

Fotoelement
(ebener Empfanger)

20°

Fotostrom /p = f(£.)

Ur =20V
pA
10°
Iy
T 102 f"‘
A
v 7
P4
/ "
]01 '// ul
/!
//
g
10°
-
0
il 102 10° 10 1x
EV
JUSETEE 1 11 1y 1 1 L1in 1 110
0.05 05 5 50mw
—, cm?
Verlustleistung Pi: = £ (7Tu)
mw
175
ﬁut 150
125 \\
100 \

75 \

50

25 \

0
0 2 4 80 80 100 °C
rU

165



BPY 12

Dunkelstrom /s = f (Ur) Kapazitat in Abhéngigkeit
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A C=f(Ur); E=0
n pF
10 200
A
A
L~ 1 T 150
108 , -
\
A
\
100
4 \
2 //// \ |-
10 ‘\ N
ol 50 =
7 N ~ [ max
4 Saol T Nittewert |
] 4 it = S N B
| Lo lmin ]
0’ '/ 0 Ll
0246810121%1618202224262830 V g 10 oV
. — R
Uy
Fotostromli =f(Tu) Dunkelstrom /g = f(Tu)
E=0 P s Un=20V;E=0
nA
14 108 7
y 4
_!p_ /‘ll
1p25 1,2 ]R 7
i
/
10 — T o ",/
i) 7
/// V4 y 4
s,/
D,E /,1 // |
104 , ;'/
06 7
P4
E8'4
T 4
0,4 | |
03 ,'/‘
=
02 W2y
/ |
V4 |
102 // 1
-60 -40 20 0 20 4 60 80 100 °C 0 20 40 60 80 100 °C
— -7

U

166

Nicht fiir Neuentwicklung




Nicht fiir Neuentwicklung J

BPY 12
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Fototransistoren







NPN-Silizium-Planar-Fototransistor BP 101

BP 101 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Fototransistor, auf Bodenplatte dhnlich
18 A 3 DIN 41876 (TO-18) montiert, mit glasklarem KunststoffverguRR. Die Plastikab-
deckung erlaubt Strahlungseinfall unter weitem Winkel. Durch Anbringen einer Blende
kann der Strahlungseinfallwinkel beliebig verkleinert werden. Der EmitteranschluR ist
durch eine Nase am Gehauseboden gekennzeichnet. Der Kollektor ist mit den metallischen
Gehauseteilen elektrisch verbunden. Der Fototransistor eignet sich besonders zum Einsatz
in Computer-Blitzgerdaten und hochwertigen elektronischen Lehrspielwaren bei Glih-
lampen und Tageslicht.

Typ [ Bestellnummer bestrahlungsempfindliche
h

BP 101 | Q62702-B 28 Flache 0,38x 0,38

BP 101 I Q62702-B 35 ECB

BP 101 Il Q62702-B 29

BP 101 IV Q62702-P12-S1

2,56+ 013

£
= 1

Gewichtetwa 0,5 g

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 32 \Y,
Emitter-Basis-Spannung Ukso 5 \%
Kollektorstrom Ic 100 mA
Kollektor-Spitzenstrom (t = 10 us) Iem 200 mA
Sperrschichttemperatur Ti 125 °C
Lagertemperatur Ts —-55 bis +80 °C
Max. zul. Lottemperatur (t= 5 s) n 260 °C
Verlustleistung (7u = 25° C) Phot 300 mwW
Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Luft Rinsu 500 K/W
Kollektorsperrschicht-Gehéuse Rinsg 200 K/W
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BP 101

Kenndaten (7y = 25°C)

Kollektor-Emitter-Reststrom

(Ue=30V; E=0)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic = 500 pA; Is = 25 pA; E=0)
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S=0,18 max)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit
Typ. Fotoempfindlichkeit der Kollektor-
Basis-Fotodiode
Bestrahlungsempfindliche Flache
Anstiegszeit auf 90% des Endwertes
Abfallzeit auf 10% des Anfangswertes
(RL=1kQ)")

Kapazitat

(Ue=0V; f=1MHz; £E=0)
(Us=0V;f=1MHz; E=0)
(UEB=OV;f=1MHZ;E=O)

Iceo
UCEsat
y3

;-S max

S
A

tr; s
Cee

Ccs
Ces

5 (=100)
0,15 (=0,4)

430 bis 1060
800

0,35
0,14
5(=10)
6

10
12

nA

nm
nm

nA/lIx

mm?2

us

pF
pF
pF

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit rémischen
Ziffern gekennzeichnet. Die Gruppierung erfolgt bei £, = 1000 Ix.

Gruppe | ] 1] v
Fotostrom
(Uce =5 V; E, =1000 Ix)
Ip | 63 bis 125 100 bis 200 | 160 bis 320 | 250 bis 500 | pA
Fotostrom
bei 20 mW/cm? ca. Ir | 0,25 bis 0,56 | 0,45 bis 0,90 | 0,70 bis 1,40 | 1,0 bis 2,0 |mA
Stromverstarkung M)
(E, = 1000 Ix; P (cB)
Uke =5V 260 400 640 1000

Die angegebenen Beleuchtungsstarken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer
Wolfram-Fadenlampe mit einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033
und IEC 306-1). Bestrahlungsstarke £. gemessen mit hp Radiant Flux Meter 8334 A mit

Option 013.

1) gemessen mit Lumineszenzdiode 2 = 950 nm

2) Ip (ce) = Fotostrom des Fototransistors
Ip (c8) = Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode
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BP 101

Relative spektrale
Empfindlichkeit Sie = 7 (%)

100
rel // \
1 /[
60
v \
20
4
0
400 600 800 1000 nm
—_— l
Richtcharakteristik /p = f (¢)
10° $= 0° —=¢ 10°
20° 20°
30 30°
40° 40°
50° 50°
50° 60°
70° 70°
80° 80°
90° 90°
100° 100°

Fotostrom in Abhéngigkeit
pA von E,bzw. E. Ip =1 (F)

10
5
/
10° N
5 77
/ //
I
2 L
1 I /
5 1225
'/ 7|
oaap.4
o L g
5 A&
10° 4 //
5
10"
10’ 5 10 5 10° 5 10°1x
EV
[NERTTE 1 Lol AL T
005 0] 05 1 510 50 MW
—-—»[e cm?
Verlustleistung Pt = £ (Ty)
mwW
300
\\
\\
200 N
— R
\\ ho
\\
N
'?thJU’ \\
N
100 N
0
0 50 100 150 °C
—

173




BP 101

Reststrom Iceo = £ (Uce)
A Ty = Parameter; £, =0 Ix
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BP 101

Fotostromli =f(Tu) Koilektor-Emitter-Kapazitat
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NPN-Silizium-Planar-Fototransistor BP 102

BP 102 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Fototransistor, auf Bodenplatte &hnlich
18 A 3 DIN 41876 (TO-18) montiert, mit glasklarem Kunststoffvergu3. Die Plastikab-
deckung erlaubt Strahlungseinfall unter weitem Winkel. Durch Anbringen einer Blende
kann der Strahlungseinfallwinkel beliebig verkieinert werden. Der EmitteranschluR ist
durch eine Nase am Gehauseboden gekennzeichnet. Der Kollektor ist mit den metallischen
Gehauseteilen elektrisch verbunden. Der Fototransistor eignet sich besonders zum Einsatz
in Computer-Blitzgerdten und hochwertigen elektronischen Lehrspielwaren bei Gluh-
lampen und Tageslicht sowie in Kombination mit GaAs-Lumineszenzdioden in Kleinlicht-
schranken.

Typ I Bestellnummer bestrahlungsempfindliche
Flache 0,38 x 038

BP 102 | Q62702-P 23-51 g

BP 102 II Q62702-P 23-52 ®0,45 hml‘_ [ ELB

BP 102 11l Q62702-P 23-53 | $7 #/,i 3

BP 102 IV Q62702-P 23-54 e —

D N PR T

075

Gewichtetwa 0,5 g

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 32 \Y,
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 \Y
Kollektorstrom Ic 100 mA
Kollektor-Spitzenstrom (¢t = 10 us) Iem 200 mA
Sperrschichttemperatur Ti 125 °C
Lagertemperatur Ts - 55 bis +80 °C
Max. zul. Lottemperatur (=5 s) n 260 °C
Verlustleistung (7u = 25° C) Prot 300 mwW
Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Luft Rinsu 500 K/W
Kollektorsperrschicht-Gehause Rinsc 200 K/W
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BP 102

Kenndaten (7y = 25°C)

Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uee=30V; E=0)

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic = 500 uA; Is = 25 uA; E=0)

Iceo

U CEsat

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S = 0,1 Smax)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit
Typ. Fotoempfindlichkeit der Kollektor-

Basis-Fotodiode

Bestrahlungsempfindliche Flache
Anstiegszeit auf 90% des Endwertes
Abfallzeit auf 10% des Anfangswertes

(RL=1kQ)")

Kapazitat

(Ue =0 V; f=1MHz; E=0)
(U =0V;f=1MHz; E=0)
(Us=0V;f=1MHz; £=0)

A
)-S max

S
A

t; t

Cce
Ces
Ces

5 (=100)
0,15 (=0,4)

450 bis 1100
760

’

1,1
0,17

nA

nm
nm

nA/Ix
mm?2

us

pF
pF
pF

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit rémischen
Ziffern gekennzeichnet. Die Gruppierung erfolgt bei £, = 1000 Ix.

Gruppe | 1 1l 1\

Fotostrom Ip | 160 bis 320|250 bis 500/400 bis 800|630 bis 1250| uA
(Uce = 5 V; E, =1000 Ix)

Fotostrom ca.Ir |0,7bis1,4 [1,1bis2,2 |1,8bis3,6 [2,8bisb,6 |mA
(Uce =5 V; Ee = 20 mW/cm2)

Stromverstarkung M 200 320 500 800

(£, = 1000 Ix; P(CB)

U =5YV)

Die angegebenen Beleuchtungsstérken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer
Wolfram-Fadenlampe mit einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033
und IEC 306-1). Bestrahlungsstérke £. gemessen mit hp-Radiant Flux Meter 8334 A mit

Option 013.

1) gemessen mit Lumineszenzdiode %~ = 950 nm.

2) Irce) = Fotostrom des Fototransistors

Ip(ce) = Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode
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BP 102
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BP 102

Reststrom /ceo = £ (Uce) Reststrom /ceo = F(Tu)
Ty = Parameter; £, = 0 Ix Uce =30V; E,=0Ix
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BP 102

Fotostroml-lp‘ =f(Tu) Kollektor-Emitter-Kapazitat
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NPN-Silizium-Planar-Fototransistor BP 103

BP 103 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Fototransistor, auf Bodenplatte dhnlich
18 A 3 DIN 41876 (TO-18) montiert, mit glasklarem Kunststoffvergu. Die Plastikab-
deckung erlaubt Strahlungseinfall unter weitem Winkel. Durch Anbringen einer Blende
kann der Strahlungseinfallwinkel beliebig verkleinert werden. Der EmitteranschluR ist
durch eine Nase am Gehéduseboden gekennzeichnet. Der Kollektorist mit den metallischen
Gehauseteilen elektrisch verbunden. Der Fototransistor eignet sich besonders zum Einsatz
in Computer-Blitzgeraten mit Basisintegrationsschaltung und selbsterregten (hochfre-
quenten) Ziindspannungsgenerator (siehe Schaltbild) und hochwertigen elektronischen
Lehrmitteln bei Glihlampen- und Tageslicht sowie in Kombination mit GaAs-Lumines-
zenzdioden in Kleinlichtschranken.

Typ | Bestellnummer bestrahlungsempfindtiche
h

BP 103 | Q62702-P 75-53 Flache 0,38x0,38
BP 103 1l Q62702-P 75-51 @045
BP 103 1lI Q62702-P 75-52
BP 103 IV Q62702-P 75-54 e ——

[e———13,5%1 ]

Gewichtetwa 0,5 g
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 100 \
Emitter-Basis-Spannung Ukso 7 \
Kollektorstrom Ic 100 mA
Kollektor-Spitzenstrom (¢ = 10 us) Iem 200 mA
Sperrschichttemperatur T 125 °C
Lagertemperatur Ts - 55 bis +80 °C
Max. zul. Lottemperatur (=5 s) 7L 260 °C
Verlustleistung (7y = 25° C) Prot 300 mW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Luft Rinsu 500 K/W
Kollektorsperrschicht-Gehause RiniG 200 K/W

181




BP 103

Kenndaten (7y = 25° C)

Kollektor-Emitter-Reststrom

(Uce =30V; E=0)

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S = 0,1 Smax)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit
typ. Fotoempfindlichkeit der Kollektor-
Basis-Fotodiode

Bestrahlungsempfindliche Flache
Anstiegszeit auf 90% des Endwertes
Abfallzeit auf 10% des Anfangswertes

(RL=1kQ)")

Kapazitat

(Ue=0V; f=1MHz; £E=0)
(U =0V; f=1MHz; £=0)
(Uess=0V; f=1MHz; E=0)

Iceo

;~S max

tr; ts

Cce
Ccs
Ces

5 (=100)

440 bis 1070
850

1,2
0,12

5 (= 10)
9

13
21

nA

nm
nm

nA/lIx
mm?2

us

pF
pF
pF

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit rémischen
Ziffern gekennzeichnet. Die Gruppierung erfolgt bei £, = 1000 Ix.

Gruppe | 1l Hi v

Fotostrom Ip | 160 bis 320|250 bis 500|400 bis 800|630 bis 1250|uA
(Uce = 5 V; E, = 1000 Ix)

Fotostrom ca. Ip

(Uce=5V; Ee=20mW/cm?) |0,7 bis 1,4 |1,1bis2,2 [1,8bis3,6 [2,8bis56 |mA
Stromverstarkung fLE’Q) 180 280 450 710

(E, = 1000 Ix; Fice)

Uce =5V)

Kollektor-Emitter-

Sattigungsspannung

(Ic =0,1mA; Is = 1 uA;

E=0) Ucksat | 200 170 160 160 mV
(Ic = 2,5 mA; Is = 25 pA; ‘

E=0) Ucesat | 190 160 150 150 mV

Die angegebenen Beleuchtungsstéarken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer
Wolfram-Fadenlampe mit einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033
und IEC 306-1). Bestrahlungsstarke £, gemessen mit hp Radiant Flux Meter 8334 A mit

Option 013.

1} gemessen mit Lumineszenzdiode 7 = 950 nm.
2) Ipce) = Fotostrom des Fototransistors
Ip(ce) = Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode
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BP 103

Relative spektr. Empfindlichkeit Fotostrom in Abhéngigkeit
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BP 103

Kollektor-Emitter-Kapazitat Kollektor-Basis-Kapazitat
Cce = f(Uce) Ccs = f(Ucs)
pF pF

10 ! ‘ 14 T

102 10! 10° 10! 102 v 02 ! 100 10! 102 v

= Uge = Ug

Emitter-Basis-Kapazitat
Ces = £ (Use)
pF

24

B 22

20

184



BP 103

Anwendungsbeispiel

+ O

UB
R,

-o— 3

4OV KAT05-02

( Quench-
W, Rohre Ro2

L]
Blitzrohre
D Ro 1

’—< N *
" 4&3 b BP103
i L
2.2MQ| | Co === 390nF
2200pF =6 D, ZNNGI48 £ R,
A T
ZUndtrafo fir MeBschaltung [ T 10 nF

W, 4 Wdg 0,15¢ CulS

W, 1 Wdg 025 Cul

W, 1140 Wdg 0150 CulS

Jnnenraum der Spule gefullt mit
SIFFRRIT-Zylinder-Kern Material M25
Spulen-Jnnen-Durchmesser: 11mm
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Silizium-Fototransistor BPX 38

BPX 38 ist ein NPN-Silizium-Planar-Fototransistorim Gehause 18 A3DIN41876 (TO-18)
mit planem Fenster und hoher Strahlungsempfindlichkeit fir frontale Bestrahlungsrich-
tung. Das plane Fenster 1aRt den Strahlengang unbeeinfluBt. Er ist deshalb besonders fur
industrielle Anwendungen geeignet, bei denen Linsensysteme verwendet werden. Der
KollektoranschluB ist mit dem Gehéause elektrisch verbunden.

Typ l Bestellnummer bestrahlungsempfindliche
-8 Fldche 0,86x 086

BPX 38 | Q62702-P 15-S 1 5045 um[*

BPX 38 Il Q62702-P15-S2 '

254203

BPX 38 Il Q62702-P 15-S 3
BPX 38 IV Q62702-P 15-S4

e—— 135¢1 —— 572

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 50 \Y
Emitter-Basis-Spannung Ukso 7 vV
Kollektorstrom Ic 50 mA
Sperrschichttemperatur T 175 °C
Lagertemperatur Ts -55bis+125 | °C
Verlustleistung (7y = 25° C) Prot 330 mw
Max. zul. Lottemperatur (t= 5 s) N 260 °C
Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Luft Rinsu =450 K/W
Kollektorsperrschicht — Gehause Rinsc =150 K/W
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BPX 38

Kenndaten (7y = 25° C)

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S=0,1Smax)

Wellenldnge der max. Fotoempfindlichkeit

Fotoempfindlichkeit der Kollektor-

Basis-Fotodiode

Bestrahlungsempfindliche Flache

Kapazitat

(Uke=0V;f=1MHz, E=0)
(U =0V; f=1MHz; E=0)
(Uss =0V; f=1MHz; E=0)

)

}-S max

S
A

Cce
Ccs
Ces

450 bis 1080 nm
870 nm
5,5 nA/lx
0,60 mm?2
23 pF
41 pF
47 pF

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit rémischen
Ziffern gekennzeichnet. Die Gruppierung erfolgt bei £, = 1000 Ix.

Gruppe

v

Fotostrom Ip
(Uce = 5 V; £, =1000 Ix)
Fotostrom ca. Ir
(Uce =5 V; Ec = 20 mW/cm?2)
Anstiegszeit von 10% auf
90% des Endwertes
Abfallzeit von 90% auf
10% des Anfangswertes
(1(: =1 mA; UcE =5h V;
RL=1kQ)1)
Kollektor-Emitter-
Séattigungsspannung
(lc=2mA; Is = 50 uA;
E=0)
Stromverstéarkung
P(CB)
(E, =1000 Ix; Uce =5 V)
Kollektor-Emitter-

Reststrom
(Uceo = 25 V; E=0)

t; t

UCEsat
Ipce)?)

Iceo

0,4 bis 0,8

1,6 bis 3,2

175
100

5 (= 200)

0,63 bis 1,25

2,5 bis 5,0

175
160

8 (= 200)

1,0 bis 2,0

4,5 bis 9,0

160
250

12 (=500)

1,6 bis 3,2

7.0 bis 14,0

12

140
400

20 (= 500)

mA

mA

us

mV

nA

Die angegebenen Beleuchtungsstérken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer
Wolfram-Fadenlampe mit einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A DIN 5033 und
IEC 306-1). Bestrahlungsstarke £. gemessen mit hp Radiant Flux Meter 8334 A mit

Option 013.

) gemessen mit Lumineszenzdiode /. = 950 nm.
2) Ipice) = Fotostrom des Fototransistors
Irce) = Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode
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BPX 38
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Relative spektrale

Empfindlichkeit Siei = £ (%)

/

\

/

\

Yo

900

—» 1

10 0

Richtcharakteristik /¢ = f ()

10

90
80

60
50
40
30
2,

1000 1100 nm

20

30

40

50

60

70

80
90

Ip

Fotostrom /p = f (E.)

nA (Uce =5V)
[ [S—— by
?: - I
1[]1 o 1 1\‘/‘ 7 /
=
| V.
] U
100 ‘ | /) /
; A i
/. R
. " 'S T
]0-1 //
YA,
w0l Lz /|
0’ ] i L
0’ 102 10} 1041x
—Ly
005 0/ 05 1 50 20 50nw
—>F cm?
Verlustleistung Pt = £ (Tu)

mwW
350

300

250

200

150

100

50

0 25

50 75

B .

00 125 150 °

—



BPX 38

Fotostrom /p = £ (Uce) Fotostrom IL =f(Tu)
E, = Parameter P 250
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BPX 38

Dunkelstrom Iceo = £ (Uce) Kollektor-Emitter-Kapazitat
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HA pF
0 30
Iggg 10° B G
o0 . 150°C fE
20
\
N
10 h
AN
N
0 A
107 10 10! 102V
> U
Kollektor-Basis-Kapazitat Emitter-Basis-Kapazitat
Ces = f(Ucs) Ces = f (Ues)
pF pF
60 11777 - = 60 i J
CCB I . l.‘ b T CEB R - J 1 !_ e LD
- ,4,_. H S S T.. o
NG
40 \ .L EERI . 40 }_,,_ NG N i
S T\s e _{, Ly
\ TN

|

|

i

|

!

—t

T
V4

T
I S—

N

0 H \ SRR 20 b - b

N I imnsi

\\. —Lr ~>L B J,, AR _T Al

1 Bl AR

— L R I — J 1 —

o Lo L LTHI DT L 0L l L
107 10 ik 0y 107 100 10'v

— U — U

190



Silizium-Fototransistor

BPX 43

BPX 43 ist ein NPN-Silizium-Planar-Fototransistor im Gehause 18 A 3DIN 41876 (TO-18)
mit linsenformigem Fenster fiir frontale Bestrahlungsrichtung. Das spezielle Transistor-
system zusammen mit dem linsenférmigen Fenster verleiht dem Fototransistor eine
besonders hohe Fotoempfindlichkeit. Er ist deshalb fir industrielle Anwendungen bei
geringen Beleuchtungsstérken geeignet. Der KollektoranschluB ist mit dem Gehause

elektrisch verbunden.

Typ | Bestellnummer

BPX 431 Q62702-P16-S 1
BPX 43 Il Q62702-P 16-S 2
BPX 43 Il Q62702-P 16-S 3

BPX 43 IV Q62702-P 16-S 4

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

Verlustleistung (7u = 25° C)

Max. zulassige Lottemperatur (t=5 s)
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft
Kollektorsperrschicht — Gehause

@045

bestrahlungsempfindliche
Flache 0,86x0,86
’/ ECB

25403

1351 ——rg

Gewichtetwa 1,5 g

Ucko
Ukso
Ic

7

Ts
Prot
T

Rthou
Rinsc

50 \Y,

7 Vv
100 mA
175 °C
-55bis+125 | °C
330 mwW
260 °C
=450 K/W
=150 K/W
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BPX 43

Kenndaten (7y = 25° C)

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S = 0,1 Smax)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit
Fotoempfindlichkeit der Kollektor-

Basis-Fotodiode

Bestrahlungsempfindliche Flache

Kapazitat

(Ue=0V;f=1MHz; E=0)
(U =0V; f=1MHz; E=0)
(Us =0V; f=1MHz; E=0)

}#S max

S
A

CCE
CCB
CE B

450 bis 1080 nm
870 nm
26 nA/Ix
0,65 mm?2
23 pF
41 pF
47 pF

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit rémischen
Ziffern gekennzeichnet. Die Gruppierung erfolgt bei £, = 1000 Ix.

Gruppe

I\

Fotostrom Ir
(Uce = 5 V; E, = 1000 Ix)
Fotostrom ca. Ip
(Uce = 5 V; Ee = 20 mW/cm?2)
Anstiegszeit von 10% auf
90% des Endwertes
Abfallzeit von 90% auf
10% des Anfangswertes
([c =1 mA; U(:E =5 V;
RL=1kQ)")
Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung
(Ic = 2 mA; Iz = 50 YA;

UCEsat

E=0)

Stromverstarkung IL—P(CE)Q)
P(CB)

(E, = 1000 Ix; Uce = 5 V)

Kollektor-Emitter-

Reststrom

(Uceo = 25 V; E=0)

tr; b

Iceo

1,6 bis 3,2

9 bis 18

175
85

5 (= 200)

2,5 bis 5,0

14 bis 28

175
1356

8 (= 200)

4,0 bis 8,0

22 bis 45

160
215

12 (= 500)

6,3 bis 12,6

35 bis 70

12

140
345

20 (= 500)

mA

mA

us

mV

nA

Die angegebenen Beleuchtungsstéarken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer
Wolfram-Fadenlampe mit einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033
und |IEC 306-1). Bestrahlungsstéarke £, gemessen mit hp Radiant Flux Meter 8334 A mit

Option 013.

1) gemessen mit Lumineszenzdiode 4 = 950 nm.

2) Ipce) = Fotostrom des Fototransistors

Ipcs) = Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode
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BPX 43
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BPX 43
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BPX 43

Dunkelstrom Iceo = £ (Uce) Kollektor-Emitter-Kapazitat
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NPN-Silizium-Fototransistor BPX 62

BPX 62 ist ein planarer NPN-Silizium-Fototransistor hoher Empfindlichkeit in einem
Mikro-Keramikgehause. Wegen der geringen Abmessungen des Gehéuses und der Anord-
nung der Anschlisse ist dieser Fototransistor zum Einbau in gedruckte Schaltungen
besonders raumsparender ein- und zweidimensionaler optischer Abtasteinheiten vorge-
sehen. Er eignet sich fur universelle Anwendungen mit Glihlampenlicht und Lumines-
zenzdioden auch Uberall dort, wo es in erster Linie auf Miniaturisierung, geringe Einbau-
tiefe und hohe Packungsdichte ankommt, z. B. fiir Lochstreifen- und Lochkartenleser, fir
Weg- und Winkelabtaster sowie Leseeinrichtungen fiir digitale Raster.

Typ | Bestellnummer Linse  Keramik Kollektor Emitter

BPX 62 1 Q62702-P19-S 1 - - N
BPX 62 Il Q62702-P19-S2 T — 7T -
BPX 62 Il Q62702-P19-S3 7
BPX 62 IV Q62702-P19-S4 16201 -

05+0)
150

09
oy 154055

::3] -

bestrahlungsempfindliche Flache 043x043

Gewichtetwalg

Grenzdaten (7y = 25°C)

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 50 \%
Emitter-Basis-Spannung Ukso 7 Y
Kollektorstrom Ic 50 mA
Sperrschichttemperatur Ti 125 °C
Lagertemperatur Ts -55bis+125 | °C
Loéttemperatur (= 3 s) Tu 230 °C
Verlustleistung Prot 100 mwW
Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Luft Rinau 1000 K/W
Kollektorsperrschicht-Gehause Rinsc 300 K/W
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BPX 62

Kenndaten (7y = 25° C)

Kollektor-Emitter-Reststrom

(Ue=25V; E=0)

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic = 0,25 mA; E, = 1000 Ix)
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S= 0,1 Smax)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

1 CEO
UCEsat

A

AS max

Anstiegszeit von 10% auf 90% des Endwertes
Abfallzeit von 90% auf 10% des

Anfangswertes
(RL=1kQ)1)

Bestrahlungsempfindliche Flache

Kapazitat

(Ue = 0V; f=1MHz; £ =0)

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit rémischen

tr; t
A

CC E

5 (=100)
0,2

440 bis 1070
850

5(=10)
0,17

6

Ziffern gekennzeichnet. Die Gruppierung erfolgt bei £, = 1000 Ix.

nA

nm
nm

us
mm?2

pF

Gruppe

1l v

Fotostrom
(Ue=5V;
E, = 1000 Ix)
Fotostrom
(Ue=5YV;

Ip

Ee = 20 mW/cm?) ca. Ip

0,4 bis 0,8

2 bis 4

0,63 bis 1,25

3 bis 6

1,0 bis 2,0

4,5 bis 9,0

1,6 bis 3,2 | mA

7,5 bis 15,0 | mA

Die angegebenen Beleuchtungsstérken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer
Wolfram-Fadenlampe mit einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033
und IEC 306-1). Bestrahlungsstérke £. gemessen mit hp Radiant Flux Meter 8334 A mit

Option 013.

) gemessen mit Lumineszenzdiode 4 = 950 nm.
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BPX 62
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Fotostrom in Abhangigkeit
von £, bzw. E.; Ir = f(E.)
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BPX 62

Fotostrom 7£‘°= f(Tu) Kollektor-Emitter-Kapazitat
P28 oF Cece = £ (Uce)
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NPN-Silizium-Fototransistor in BPX 81
Kunststoffumhiillung im 2,54-mm-Raster

BPX 81 ist ein NPN-Silizium-Planar-Transistor in Kunststoffumhillung mit LétspieBan-
schlissen. Der Kollektor-AnschluR ist durch eine Nase am Létspiel3 gekennzeichnet. Der
Fototransistor eignet sich fur universelle Anwendungen in Verbindung mit Glihlampen
und Infrarotlicht. BPX 81 kann auf Rasterplatten montiert werden und ist auch in Miniatur-
lichtschranken als Empfanger fir die Lumineszenzdiode LD 261 (gleiche Bauform wie
BPX 81) vorgesehen.

Typ | Bestellnummer

BPX 81/I Q62702-P43-S1
BPX 81/l Q62702-P43-S2
BPX 81/l Q62702-P43-S3

BPX 81/IV Q62702-P43-S4

- \
" bestrahlungsempfindliche

Flache 043x 043
E

Gewicht etwa 0,02 g

&R

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung Uce 32 \%
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
Kollektorstrom Ic 50 mA
Lagertemperatur Ts —40 bis +80 °C
Verlustleistung Prot 100 mWwW
Léttemperatur 2 mm vom

Gehéauseboden (t= 3 s) T 230 °C
Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Luft Rinou 750 K/W
Kollektorsperrschicht-LotspieR® RinaL 650 K/W
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BPX 81

Kenndaten (7y = 25° C)

Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uce =25 V; E=0)

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic = 0,25 mA; £, = 1000 Ix)

Iceo

Ucksat

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S= 0,1 Simax)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

A
AS max

Anstiegszeit von 10% auf 90% des Endwertes
Abfallzeit von 90% auf 10% des

Anfangswertes (RL = 1 kQ)")

Bestrahlungsempfindliche Flache

Kapazitat

(Ue =0V; f=1MHz; E=0)

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit rémischen

t; b
A

Cee

Ziffern bezeichnet. Die Gruppierung erfolgt bei £, = 1000 Ix.

25 (= 200) nA
0,2 \%
440 bis 1070 nm
850 nm
5 (=10) us
0,17 mm?2
6 pF

Gruppe | 1l 1l v

Fotostrom Ir |0,63 bis 1,25|1,0 bis 2,0|1,6 bis 3,2 |2,5 bis 5,0 |mA
(Uce = 5 V; E, =1000 Ix)

Fotostrom ca. Ir |2,5 bis 5,0 |4,0 bis 8,0|7,0 bis 14,0[11,0 bis 22,0 |mA
(Uce =5 V; Ee = 20 mW/cm?2)

Kennfarbe braun rot orange gelb

Die angegebenen Beleuchtungsstéarken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer
Wolfram-Fadenlampe mit einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033
und IEC 306-1). Bestrahlungsstérke £. gemessen mit hp Radiant Flux Meter 8334 A mit

Option 013.

1) gemessen mit Lumineszenzdiode 4 = 950 nm.
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BPX 81

Relative spektrale Empfindlichkeit
’, Sret = £(2)
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Fotostrom in Abhéangigkeit
von £, bzw. E;; Ir = f(E))
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BPX 81

Fotostrom Iif f(Tu) Kollektor-Emitter-Kapazitat
P28 oF Cce = f(Uce)
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NPN-Silizium-Fototransistorzeilen BPX 80 bis BPX 89
im 2,54-mm-Raster

BPX 80 bis BPX 89 sind Fototransistorzeilen in Kunststoffumhiillung, welche aus einer
Anordnung von maximal 10 epitaktischen NPN-Silizium-Fototransistoren bestehen. Die
Abstdnde der einzelnen fotoelektrischen Empfénger entsprechen dem genormten
2,64-mm-("10-Zoll-)RastermaR. Ein geringer Offnungskegel des linsenférmigen Licht-
fensters verhindert optisches Ubersprechen vom Nachbarsystem. Die Kollektoranschliisse
werden durch seitlich angebrachte Nasen an den LotspieBen gekennzeichnet.

Die zweite Ziffer der Typenbezeichnung ist identisch mit der Anzahl der fotoelektrischen
Empfanger einer Zeile (z. B. BPX 84 ist eine Zeile mit 4 Fototransistoren; BPX 80 mit
10 Fototransistoren). Zunachst werden bevorzugt Zeilen mit zwei, drei, sechs und neun
Fototransistoren hergestellt, entsprechend den Typenbezeichnungen BPX 82, BPX 83,
BPX 86 und BPX 89. Die Gibrigen Fototransistorzeilen sind nicht lagermaRig, jedoch nach
Vereinbarung lieferbar.

Typ Bestellnummer

BPX 82 Q62702-P 21
BPX 83 Q62702-P 25
BPX 84 Q62702-P 30
BPX 85 Q62702-P 31
BPX 86 Q62702-P 22
BPX 87 Q62702-P 32 ;
BPX 88 Q62702-P 33 254 =
BPX 89 Q62702-P 26 Muster mit 4 Fototransistoren (z. B. BPX 84)
BPX 80 Q62702-P 28

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung Uce 32 \%
Sperrschichttemperatur Ti 90 °C
Kollektorstrom Ic 50 mA
Lagertemperatur Ts —40 bis +80 °C
Verlustleistung (7u = 25° C) Prot 100 mW
Loéttemperatur
2 mm vom Gehéduseboden (t = 3 s) n 230 °C

Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Luft Rinsu 750 K/W
Kollektorsperrschicht-Lotspiefd Rinar 650 K/W
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BPX 80 bis BPX 89

Kenndaten (7y = 25° C)
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Uce=25V; E=0) Iceo 25 (= 200) nA
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S =0,1Smax) 2 440 bis 1070 nm
Wellenldnge der max. Fotoempfindlichkeit AS max 850 nm
Fotostrom

(Uce =5 V; E=1000 Ix)" 4) Ir 0,63 bis 5,0 mA
Fotostrom

(Uce = 5 V; Ee = 20 mW/cm2)2) ca. Ip 2,5 bis 22,0 mA

Anstiegszeit von 10% auf 90% des Endwertes
Abfallzeit von 90% auf 10% des

Anfangswertes (RL = 1 kQ)3) te; t 5 (=10) us
Bestrahlungsempfindliche Flache A 0,17 mm?2
Kapazitat

(UCE =0 V,' =1 MHZ; E= 0) Ccs 6 pF

1) Dieangegebenen Beleuchtungsstarken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1).

2) gemessen mit hp Radiant Flux Meter 8334 A mit Option 013; siehe Kurve /p = f (E).
3) gemessen mit Lumineszenzdiode (7 = 950 nm) als Sender.

4) Die Streuung von /p innerhalb einer Zeile ist = 1:2. Zeilen mit engerer Streuung bzw. eingeengtem /p-Be-
reich ahnlich BPX 81 Gr. lI/111, auf Anfrage.
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BPX 80 bis BPX 89

Relative spektrale Empfindlichkeit
Srel = F(2)
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BPX 80 bis BPX 89

Fotostrom [Lf f(Tu) Kollektor-Emitter-Kapazitat
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Silizium-Fototransistor BPY 61

BPY 61 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Fototransistor in einem Miniatur-Glas-
gehduse. Die Basis ist nicht kontaktiert, die Steuerung erfolgt durch Lichteinfall. Der
Kollektor ist mit einem roten Farbpunkt am Geh&use gekennzeichnet. Durch die hohe
Stromverstarkung des Transistorsystems eignet sich dieser Fototransistor fur Anwendun-
gen, die besonders empfindliche fotoelektrische Empféanger fiir Gliihlampenlicht erfor-
dern. Bei der Zusammenstellung von Abtasteinheiten ist wegen der kleinen Abmessungen
eine hohe Packungsdichte erreichbar.

Typ | Bestellnummer bestrahlungsempfindliche | Kollektor
BPY611 | Q60215-Y 61-S 1 folel okt floehe0I30B |
BPY 61 Il Q60215-Y 61-S 2 %03 1/
BPY 61 Il Q60215-Y61-S 3 L — ';4
BPY 61 IV Q60215-Y61-S4 ) =

38min —e— 13_2 -9 )

Emitter
Gewichtetwalg

Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 50 \
Emitter-Basis-Spannung Ukso 7 \%
Kollektorstrom Ic 60 mA
Sperrschichttemperatur T 125 °C
Lagertemperatur Ts -55 bis +125 °C
Verlustleistung (7y = 25° C) Prot 70 mwW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Luft Rinou 1400 K/W
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BPY 61

Kenndaten (7y = 25° C)

Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uce = 25 V; E=0)

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic = 0,25 mA; E, = 1000 Ix)
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(§> 0,1 Smax)

Iceo
Ucksat

’

Welienldnge der maximalen Fotoempfindlichkeit 1s max
Anstiegszeit von 10% auf 90% von /p
Abfallzeit von 90% auf 10% von Ip

(R =1kQ))

Bestrahlungsempfindliche Flache

Kapazitat

(Ue=0V;f=1MHz; E=0)

tr; tr
A

Cce

5 (= 100)
0,2

440 bis 1070
850

5 (=10)

0,17

6

nA

nm
nm

us
mm?2

pF

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindiichkeit gruppiert und mit rémischen
Ziffern gekennzeichnet. Die Gruppierung erfolgt bei £, = 1000 Ix.

Gruppe | 1l 1 v
Fotostrom
(Uce = 5 V; £, =1000 Ix)1)
Ip 10,8 bis1,6 |1,25 bis2,5 |2 bis4 3,2 bis 6,3 mA
(Ue=5V;
E. =20 mW/cm?) ca./r |3,2 bis 6,3 |5,0 bis10,0 |9,0 bis18,0 [14,0 bis 28,0 | mA

Die angegebenen Beleuchtungsstérken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer
Wolfram-Fadenlampe mit einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033
und IEC 306-1). Bestrahlungsstéarke £. gemessen mit hp Radiant Flux Meter 8334 A mit

Option 013.

) gemessen mit Lumineszenzdiode 2 = 950 nm.
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BPY 61

Relative spektrale Empfindlichkeit
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BPY 61

Reststrom Jceo = £ (Tu)
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Silizium-Fototransistor

BPY 62

BPY 62 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Fototransistor im Gehause 18 A3
DIN 41876 (TO-18) mit Lichtfenster fur frontale Bestrahlungsrichtung. Der BasisanschluB
ist herausgefihrt, der Emitter ist durch eine Nase am Geh&useboden gekennzeichnet. Der
Kollektorist mit dem Gehause elektrisch verbunden. Der Fototransistor BPY 62 eignetsich
fur universelle Verwendung in Verbindung mit Glihlampenlicht, vor allem dort, wo beson-
ders empfindliche fotoelektrische Empfénger benotigt werden.

Typ | Bestellnummer
BPY 62 | Q60215-Y 62-A
BPY 62 Il Q60215-Y 62-B
BPY 62 Ill Q60215-Y 62-C
Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Verlustleistung (7u = 75° C)

Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht—Luft
Kollektorsperrschicht—Gehause

212

bestrahlungsempfindliche
Flache 0,4 x 0,4

28

@045 "
&:
~ 135t~y
Gewichtetwa 1,6 g

Uceo 32

Ukgo 5

Ic 100

Ti 125

Ts - 55 bis +125

Prot 300

Rinsu 500

Rt 200

EC

G

B

&

5'5—0,15

mA

°C
mW

K/W
K/W

"f

5403
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BPY 62

Kenndaten (7y = 25°C)
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Ue=25V; E=0) Iceo 5 (=100) nA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic = 1 mA; £, = 1000 Ix) Ucksat 0,3 \%
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S>> 0,1 Smax) A 430 bis 1060 nm
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit As max 800 nm

Anstiegszeit von 10% auf 90% von Ip
Abfallzeit von 90% auf 10% von /p

(RL=1kQ)") t; t 5 us
Fotoempfindlichkeit der Kollektor-

Basis-Fotodiode S 5 nA/Ix
Bestrahlungsempfindliche Flache A 0,14 mm?2
Kapazitat

(U(;E =0 V; f=1 MHZ; E= 0) CCE 6 pF
(Us =0V;f=1MHz; £ =0) Ccs 10 pF
(UEB =0 V} f=1 MHZ; E= O) CEB 12 pF

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit rémischen
Ziffern gekennzeichnet. Die Gruppierung erfolgt bei £, =1000 Ix.

Gruppe | 1l 1
Fotostrom (Uce =5 V;
E, = 1000 Ix;)") Ir | 1,25bis2,5 2,0bis 4,0 3,2 bis 6,3 mA
(Ue=5V;
E. =20 mW/cm? ca./p | 5,0bis10,0 | 9,0bis 18,0 14,0 bis 28,0 | mA
. [P(CE)Q)
Stromverstéarkung Tocn™
P(CB)
(E.=1000Ix; Uce =5V) 355 560 900

Die angegebenen Beleuchtungsstéarken beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer
Wolfram-Fadenlampe mit einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033
und |IEC 306-1). Bestrahlungsstarke £. gemessen mit hp Radiant Flux Meter 8334 A mit
Option 013.

1) gemessen mit Lumineszenzdiode . = 950 nm.
2) Irce) = Fotostrom des Fototransistors
Irce) = Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode
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BPY 62

Relative spektr. Fotoempfindlichkeit
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Fotostrom in Abhéngigkeit
von £, bzw. E; Ir = f(E))
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BPY 62

Reststrom /ceo = £ (Uce) Reststrom /ceo = F(Tu)
Ty = Parameter; E=0 Ue=25V;E=0
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BPY 62

Fotostrom /r = f (Ree) bezogen auf den

Fotostrom /pec bei Betrieb mit offener

Basis (Rse = =)
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BPY 62

Kolliektor-Emitter-Kapazitat Kollektor-Basis-Kapazitat
Cce = f(Uce) Ccs = f (Ucs)
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Lumineszenzdioden — IRED (infrarot emittierende Dioden)
(Infrarotstrahler)

Strahlstérke (Ie) und Lichtstéarke (I,) und elektrischer Strom 7 haben in der NORM das gleiche Formelzeichen. Um
Verwechslungen zu vermeiden, verwenden wir obige Schreibweisen I. bzw. I, (Geradestehendes ,1“) fir Strahl-
bzw. Lichtstérke und 7 (schragstehendes , /“ [kursiv]) fir den elektrischen Strom.






GaAs-Lumineszenzdiode (Infrarotstrahler) cQy 17

Die GaAs-Lumineszenzdiode CQY 17 emittiert Strahlung mit einer im nahen Infrarot
liegenden Wellenldnge. Die abgegebene Strahlung wird durch Stromflu in DurchlaR-
richtung angeregt und 4Rt sich modulieren. Das Gehause 18 A 2 DIN 41876 (&hnlich
TO-18) ist mit einer Glaslinse abgeschlossen. Der KathodenanschluR wird durch die
benachbarte Nase am Rand des Gehdusebodens gekennzeichnet. Die Anode ist galvanisch
mit dem Gehéause verbunden. Ab /r = 100 mA missen Kiihlkérper verwendet werden.

Typ ) Bestellnummer strahlende Flache 04x04

cQy 17/Iv Q62703-089-S1 $0,45
cay 17/v Q62703-089-S 2 = ———

am Gehduse

—=152-03
fe——13 5¢1 -—»L

Gewicht etwa 0,35 g

Grenzdaten

Sperrspannung Ur 4 \%
DurchlaBstrom If 100 mA
StoRstrom (£ = 10 us) frs 2000 mA
Sperrschichttemperatur Ti 100 oC
Lagertemperatur Ts -55bis +100 | °C
Verlustleistung (7c = 65° C) Prot 180 mW
Warmewiderstand

Sperrschicht umgebende Luft Ringu 500 K/W
Sperrschicht Gehause Rins 180 K/W
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cay 17

Kenndaten (7y = 25° C)

Wellenldnge der Strahlung bei Imax
Spektrale Bandbreite von 50% von Imax

Schaltzeiten (I von 10% auf 90%; 7+ = 100 mA)
Kapazitat bei Us = 0V

DurchlaBspannung (/r = 100 mA)
Durchbruchspannung (/g = 100 uA)

Sperrstrom (Ur = 3 V)
Halbwertzeit der Strahlstarke
(typ) fur Zr = 100 mA

Temperaturkoeffizient von I bzw. &,
Temperaturkoeffizient von Ur
Temperaturkoeffizient von 4peax

ipeak
M
tr; tr
Co
Ur
Usr
Ir

TK
TK
TK

Die Gruppierung erfolgt entsprechend dem bei /r =
Halbwinkel ¢ von 15° abgestrahlten StrahlungsfluR (Strahlungsleistung) ®. in mW.

950

+20

1

50

1,36 (=1.,7)
30 (= 4)
0,01 (=10)

105
-0,565
-1,6
0,3

%/K
mV/K
nm/K

100 mA in einen Kegel mit einem

Gruppe v Vv
® bei g =15° 1,1 bis 2,8 1,8 bis 4,5 mwW
b (gesamt) typ. 4 6,3 mwW

Abstrahlungskegel

in Abhangigkeit vom Halbwinkel ¢

\

Halbwinkel ¥
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cay 17
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cay 17

Kapazitat C = £ (Ur)
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cay 17
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GaAs-Lumineszenzdiode (Infrarotstrahler)

cQy 18

Die GaAs-Lumineszenzdiode CQY 18 emittiert Strahlung mit einer im nahen Infrarot
liegenden Wellenlange. Die abgegebene Strahlung wird durch Stromflu in DurchlaR-
richtung angeregt und |aRt sich modulieren. Das Gehause, dhnlich TO-18, ist mit einem
planen Lichtfenster versehen. Die Kathode ist durch die benachbarte Nase am Rand des
Gehéausebodens gekennzeichnet. Die Anode ist galvanisch mit dem Gehéuse verbunden.

Typ | Bestellnummer

cay 18/l Q62703-Q90-S 1
cay 18/1Iv Q62703-090-S2
cQy 18/v Q62703-Q90-S 3

Grenzdaten

Sperrspannung
DurchlaBstrom

StoRstrom (¢ = 10 us)
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Verlustleistung (7 = 65° C)

Warmewiderstand
Sperrschicht umgebende Luft
Sperrschicht Gehéuse

226

®05

strahlende Flache 0,4x04

—

i
13,561 —=152.93 =—

Gewicht etwa 0,4 g

Ur
Ir
irs
T
Ts
Prot

Rinsu
Rinse

T L
}

4
100

2000

100

- 55 bis +100
180

500
180

2,54+0,3

[\
5'570,15 Anode

Nicht fiir Neuentwicklunﬂ

am Gehause L

mA
mA

°C
mWwW

K/W
K/W




’ Nicht fir Neuentwicklung J

cQy 18

Kenndaten (7y = 25° C)
Wellenlédnge der Strahlung bei Imax

Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax

Vs peak

A

Schaltzeiten (I von 10% auf 90%; Ir = 100 mA) &;

Kapazitédt bei Ur = 0 V

DurchlaBspannung (/r = 100 mA)
Durchbruchspannung (/g = 100 uA)

Sperrstrom (Ug = 3 V)

Halbwertzeit der Strahlstarke

(typ) far /r = 100 mA
Temperaturkoeffizient von I, bzw. @,

Temperaturkoeffizient von Ur
Temperaturkoeffizient von Apeak

Co
Ur
Usr
Ir

TK
TK
TK

950

+20

1

50

1,35 (=1,7)
30 (= 4)
0,01 (£10)

105
-0,55
-1,6
0,3

%/K
mV/K
nm/K

Die Gruppierung erfolgt entsprechend dem bei /r = 100 mA in einem Kegel mit einem
Halbwinkel ¢ von 30° abgestrahlten Strahlungsflu® (Strahlungsleistung) ®. in mW.

Gruppe 1l v \
& bei ¢ = 30° 0,8 bis 2,0 1,25 bis 3,2 2,0 bis 5,0 mwW
d(gesamt) typ 2,5 4 6,3 mw

Abstrahlungskegel

in Abhdngigkeit vom Halbwinkel ¢

)

Hatbwinkel ¥
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cay 18
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Relative spektr. Emission Ie = £ (1)
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cQy 18

— DurchlaBspannung /r = 7 (Ur) Kapazitat C = £ (Us)
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cQy 18

1000
990
peak
980
970
960
950
940
930
920
910

900

230

Wellenlénge der Strahlung

Apeak = F(Tu)
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GaAs-Lumineszenzdiode (Infrarotstrahler) cQy 57

Die GaAs-Lumineszenzdiode CQY 57 emittiert bei StromfluB in DurchlaRrichtung Strah-
lung mit einer im nahen Infrarot liegenden Wellenlange. Die CQY 57 ist in ein Mikro-
keramikgehduse mit Linse hermetisch dicht eingebaut.

Aufgrund ihrer geringen Abmessungen eignet sich die CQY 57 fiir universelle Anwendun-
gen mit Fototransistoren BPX 62 auch Uberall dort, wo es in erster Linie auf Miniaturisie-
rung, geringe Einbautiefe und hohe Packungsdichte ankommt, z. B. fiir Lochstreifen- und
Lochkartenleser, fir Weg- und Winkelabtaster sowie Leseeinrichtungen fir digitale
Raster. Die Bauform erlaubt eine hohe Flexibilitdt in der Herstellung komplexer flachen-
hafter optischer Sendereinheiten. Die Anode ist zur besseren Warmeableitung mit dem
massiven Metallzylinder galvanisch verbunden.

Typ I Bestellnummer Kathode ~ Keramik Anode
T

cQy 57/1 Q62703-Q111 -
cQy 57/11 Q62703-Q112 *("*r B :d
cQy 57/11 Q62703-Q113
CcQy 57/I\vV Q62703-Q114 16201 (=

0Smexl | gmegs -

T 15t
=~ 3,1 —
strahlende Flache 0,4x04
Gewichtetwalg

Grenzdaten
Sperrspannung Ur 4 \
DurchlaRstrom Ie 100 mA
StoRstrom (t =10 ups) Irs 2 A
Sperrschichttemperatur T; 125 °C
Lagertemperatur Ts -55bis+150 | °C
Lottemperatur (t = 3 s) N 240 °C
Verlustleistung (7¢ = 70° C) Prot 180 mW
Warmewiderstand?)
Sperrschicht-Luft Rinau 1000 K/W
Sperrschicht-Gehause Ritnic 300 K/W

1) Die Sperrschichttemperatur muR entsprechend der Montageart Giber die Erwarmung kontrolliert werden. Bei Einbau
in doppelseitig kaschierten Epoxi-Leiterplatten (Cu-Starke 40 um; Flache 80 mm2) kann miteinem Warmewiderstand
Rinuk in Luft von 550 K/W gerechnet werden.
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cQy 57

Kenndaten

Wellenléange der Strahlung bei Imax
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen bei 50% der Strahlstarke Ie)
Schaltzeiten

(Ie von 10% auf 90%; Ir = 50 mA)
Kapazitat bei U = O V
DurchlaBspannung (7/r = 50 mA)
Durchbruchspannung (/g = 100 pA)
Sperrstrom (Ug = 3 V)
Temperaturkoeffizient von I bzw. &,
Temperaturkoeffizient von Ur
Temperaturkoeffizient von 7 peak
Halbwertzeit der Strahlstarke

(typ) fur Ir = 50 mA

L peak 950
Al +20
¢ 12
t; t 1
Co 40
Ur 1,25 (=1.6)
Usr 30 (= 4)
Ir 0,01 (=10)
K -0,55
K -1,5
K 0,3
108

nm
nm

Grad

us
pF

%/K
mV/K
nm/K

h

Die Gruppierung erfolgt entsprechend der Strahlstarke I in Achsenrichtung bei /r = 50 mA

in mW/sr.

Gruppe | 1 1 v

L") 0,5-1,0 0,8-1,6 1,25-2,5 2,0-4,0 mW/sr
d. (gesamt) 1,0 1,6 2,5 4,0 mwW

1) gemessen mit HP Radiant Flux Meter 8334 A (Option 013) MeRabstand = 70 mm.
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CcQy 57

Lrel

Relative spektrale Emission

Lt = £(2)
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cQy 57

—y
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cQy 57
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GaAs-Lumineszenzdiode (Infrarotstrahler) cQy 77

Die GaAs-Lumineszenzdiode CQY 77 emittiert Strahlung mit einer im nahen Infrarot
liegenden Wellenlange. Die abgegebene Strahlung wird durch Stromflu in DurchlaR-
richtung angeregt und 1Rt sich modulieren. Das Gehéause 18 A2 DIN 41876 (&hnlich
TO-18) ist mit einer Glaslinse abgeschlossen. Der Kathodenanschlul® wird durch die
benachbarte Nase am Rand des Gehdusebodens gekennzeichnet. Die Anode ist galvanisch
mit dem Gehéduse verbunden. Ab /r = 100 mA miissen Kihlkérper verwendet werden.

Typ | Bestellnummer strahlende F/!uche 04x04
cay 77/1 Q62703-Q121-S 1 9045 4
cay 77/1 Q62703-Q121-S2 ~ T &) ﬁ
cay 77/1l Q62703-Q121-S 3 ! 5y )
‘ 1
Sy - =553
:1‘5’2-0,3 L am Gehause
1351 —- 71

-
108

Gewichtetwa 0,35 g

Grenzdaten

Sperrspannung Ur 4 \
DurchlaRBstrom Ir 230 mA
StoBstrom (t =10 ps) Irs 4 A
Sperrschichttemperatur T 100 °C
Lagertemperatur Ts - 55 bis+100 °C
Verlustleistung (7c = 40° C) Prot 350 mwW
Warmewiderstand

Sperrschicht umgebende Luft Rinsu 500 K/W
Sperrschicht-Gehéuse Rins 180 K/W
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cay 77

Kenndaten (7y = 25° C)

Wellenlédnge der Strahlung bei Imax
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen bei 50% der Strahlstarke I)
Schaltzeiten

(I von 10% auf 90%; /r = 100 mA)
Kapazitat (Ur = O V)
DurchiaRspannung (/r = 100 mA)
Durchbruchspannung (/g = 100 uA)
Sperrstrom (Ur = 3 V)

Halbwertzeit der Strahlstédrke

(typ) fur Zr = 100 mA
Temperaturkoeffizient von I, bzw. &,
Temperaturkoeffizient von Ur
Temperaturkoeffizient von 7 peak

A peak

Al

TK
TK
TK

950
+20

6

1

40

1,35 (=1,7)
30 (= 4)
0,01 (=10)

105
-0,565
-1.5
0,3

nm
nm

Grad

%/K
mV/K
nm/K

Die Lumineszenzdioden werden nach ihrer Strahlstarke I. bei /r = 100 mA in Achsenrich-

tung gruppiert und mit rémischen Zahlen gekennzeichnet.

Gruppe | 1 1
I. Strahlstarke 8 bis 16 12,5 bis 25 20 bis 40 mW/sr
b, typ (gesamt) 2,5 4,0 6,3 mW
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cay 77

Relative spektrale Emission Strahlstarke I = 7 (/¢)
Lt = 7(2) m
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cay 77

Kapazitat C = £ (Ug)
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caQy 77
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GaAs-Lumineszenzdiode (Infrarotstrahler)

cQy 78

Die GaAs-Lumineszenzdiode CQY 78 emittiert Strahlung mit einer im nahen Infrarot
liegenden Wellenlédnge. Die abgegebene Strahlung wird durch Stromfluf in DurchlaBrich-
tung angeregt und 1aRt sich modulieren. Das Gehause, ahnlich TO-18, ist mit einem planen
Lichtfenster versehen. Die Kathode ist durch die benachbarte Nase am Rand des Geh&use-
bodens gekennzeichnet. Die Anode ist galvanisch mit dem Geh&use verbunden.

Ab /s = 100 mA missen Kiihlkérper verwendet werden.

Typ t Bestellnummer
cQy 78/I Q62703-Q132-S 1
cay 78/1 Q62703-Q132-S2
cay 78/11 Q62703-Q132-S3
Grenzdaten

Sperrspannung

DurchlaBstrom

StoBstrom (¢ = 10 us)
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Verlustleistung (76 = 40° C)

Warmewiderstand
Sperrschicht umgebende Luft
Sperrschicht-Gehause

strahlende Flache 0,4x04

’ L
% wr— é’*
S
*Z'B’UJL (
e 13,50 =152, g3 ~—
Gewichtetwa 0,4 g
Ur 4
IF 230
/'FS 4
T 100
Ts - 55 bis +100
Prot 350
Rinsu 500
Rinsa 180

254:03

5'5-11,15 Anode

am Gehause

mA

°C
°C
mW

K/W
K/W
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caQay 78

Kenndaten (7y = 25° C)

Welienlédnge der Strahlung bei Imax
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen bei 50% der Strahlstarke Ie)
Schaltzeiten

(Ie von 10% auf 90%; Ir = 100 mA)
Kapazitat (Ur = O V)
DurchlaBspannung (/r = 100 mA)
Durchbruchspannung (/r = 100 pA)
Sperrstrom (Ug = 3 V)

Halbwertzeit der Strahistarke

(typ) fur Zr = 100 mA
Temperaturkoeffizient von I bzw. &,
Temperaturkoeffizient von Ur
Temperaturkoeffizient von 2 peak

}-peak
AL

TK
TK
TK

950
+20

40

1

40

1,35 (=1,7)
30 (=4)
0,01(=10)

108
-0,65
-1,5
0,3

nm
nm

Grad

%/K
mV/K
nm/K

Die Lumineszenzdioden werden nach ihrer Strahlstarke I¢ bei /r = 100 mA in Achsenrich-

tung gruppiert und mit rémischen Zahlen gekennzeichnet.

Gruppe | 1l 1
I. Strahlstarke 1 bis 2 1,6 bis 3,2 2,5 bis b mW/sr
d e typ (gesamt) 2,5 4,0 6,3 mwW
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cQy 78

Relative spektrale Emission Strahlstarke I = 7 (/F)
Lot = £(2) oW
7o st
100 6
9
g L 1/

R

I
50 I : ‘ ] // yd
40 / o
[\ : A
I~
7) \ yd
/ L 1 /, o
10 %///
0
0
880 920 960 1000 1040  1080nm 0 50 100 150 mA
—2 =~
Abstrahlungscharakteristik Maximal zul. DurchlaBstrom
Tret = £ () [ Ir=1(T)
A
0 0 ]00 m
/10/ﬂ 0 S 240
0 — 200 220
’ e \
\
R, -=180 K/W
9‘0 T 180 "t
& 160 \
300 0 3 e \
60 120 N \
&% 100 N (\/ewuz 500K/W \
0 40°
0 40 80 AN \
500 1 50° 60 \\\ \
60° 20 60° 40
700 ]b 70° 20 N \
80° 80° N
900 90° 0

0 20 40 60 80 100 °C

—T
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cay 78

DurchlaBspannung s = f (Ur) Kapazitat C = 7 (Ur)

mé oF
10 7 50
,/ Z
i 7/ '7 A W0
T 102 / / ..-.-.'\
y i L
f N
7/ ; N
/ 7/ 30
10’ -/ / \\
y - l"
i 20
l 7
/
10°
7 10
]
J T
T
0" ’ 0 3 K] 1 1
08 10 12 14 16 18 20 22 24V 10 0 0 0V
UF UR
Ur « le
DurchlaBspannung Ur 200 f(Tu) Strahlstarke o f(Tu)
14 14
U ) ¢ ~N
Jul - N, o -2
Ugse 12 T B2
\\
T —— - 10 N
0.8 0.8 \
N
N
06 06
0.4 04
0.2 02
0
-30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 °C
—

0
—30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 °C
—
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cQy 78

Wellenlange der Strahlung Zul. Impulsbelastbarkeit
Jpeak = f (Tu) A Ir = f(t); v = Parameter; T = 40°C
1000 10’ m
930 Hi
A’peuk IF :
980 0005 ST T
P 001 ||
002
970 N
// 05 TN
960 = ol 1T §=
/ ~ M ™
950 10° Fa- T
/ I - N L
940 I
| I___ N
05
930 - H
920 T T ~
i
910 ““L J i
%00 10" — -
0 5 50 2 100 °C s oot ot w0 ot 1
— —
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GaAs-Lumineszenzdiode (Infrarotstrahler)

LD 241

Die GaAs-Lumineszenzdiode emittiert Strahlung mit einer im nahen Infrarot liegenden
Wellenléange. Die abgegebene Strahlung wird durch StromfluR in DurchlaBrichtung ange-
regt und laRt sich modulieren. Die Plastikabdeckung erlaubt Abstrahlung unter weitem
Winkel. Die Kathode ist durch die benachbarte Nase am Rand des Gehausebodens ge-
kennzeichnet. Die Anode ist galvanisch mit dem Gehause verbunden.

Typ | Bestellnummer
LD 241/ Q62703-Q95
LD 241/1 Q62703-Q97
LD 241/l Q62703-Q98
Grenzdaten

Sperrspannung

DurchlaBstrom

StoRstrom (¢ = 10 ps)
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Verlustleistung (7 = 40° C)

Warmewiderstand
Sperrschicht umgebende Luft
Sperrschicht-Gehause

246

B045

iﬂﬁﬂ —

strahlende Flache
Kathode

Lmax

Gewichtetwa 0,6 g

Ur
I
irs
Ts
Prot

Rinsu
Rinia

4
230

5

100

- 55 bis +100
350

500
180

mA

°C
°C
mwW

K/W
K/W

’
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LD 241

Kenndaten (7y = 25° C)

Wellenlédnge der Strahlung bei Imax
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen bei 50% der Strahlstarke 1)
Schaltzeiten

(Ie von 10% auf 90%; Ir = 100 mA)
Kapazitat bei Ug = 0 V
DurchlaBspannung (/r = 100 mA)
Durchbruchspannung (/r = 100 pA)
Sperrstrom (Ur = 3 V)
Temperaturkoeffizient von Ie bzw. &,
Temperaturkoeffizient von Ur
Temperaturkoeffizient von 7 peak
Halbwertszeit der Strahlstéarke

(typ) fur Zr = 100 mA

/’Lpeak
Al

t; t
Co

Usr
Ir

K
K
K

950
+20

60

1

40

1,35 (=1,7)
30 (= 4)
0,01 (= 10)
-0,55
-1,5

0.3

108

nm
nm

Grad

%/K
mV/K
nm/K

h

Die Lumineszenzdioden werden nach ihrer Strahlstarke I, bei /s = 100 mA in Achsenrich-

tung gruppiert und mit rémischen Zahlen gekennzeichnet.

Gruppe I 1l 1l
I. Strahlstarke 1,0 bis 2,0 1,6 bis 3,2 2,5 bis 5,0 mW/sr
d, typ (gesamt) 4 6 10 mwW
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LD 241

Relative spektr. Emission Strahlstéarke I = £ (ff)

— mw
" Iret = £(2) o
100 10
90
Lrel / le //
T 80 / \ L g , v/
0 | //
o )
: /
50 ‘ / al
. // I
40 ' A 4 /
30 ‘ \ // ,/ - r”
20 // \\\ 2 ,///// {
" N~ / ; e
0 0
880 920 960 1000 1040 1080nm 0 50 100 150 200 250 mA
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Abstrahlungscharakteristik Maximal zul. DurchlaBstrom
Iret = f(q) A Ir=1f(T)
100 P 00— 10° n
200 / 200 240
220
I, \
200 \
\Aiys5°180 KIW
180 \
160 \
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LD 241

DurchlaBspannung /r = f (UF)
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LD 241

Wellenléange der Strahlung
Jpeak = £ (Tu)

Zul. Impulsbelastbarkeit
Ir = f(t); v = Parameter; 7g = 40°C

1000
990
peak I
980
970
/
960 1/ “
>
L~ 1
950 _j i e
] N [ ]
940 i ] Bl
i il
930 m iy Tl
920 I
910
900
0 5 50 75 02 w02 " 0%
"—>’U —
Sender fiir Infrarotiibertragung
Anwendungsbeispiel
200mA 189
16V
BAY 61 J@U“F
6,89 L70pF
D 18k ;I T
NFD_@_' L po2u
47uF 5 e
X
7I0F g ot BB;H_ EEX% oder
10k 7 BAY 61
-L —O0

Mittenfrequenz 100 kHz
Leistungsverbrauch 16 V/230 mA

Abgestrahite IR-Leistung im zeitl. Mittel > 100 mW
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GaAs-Lumineszenzdiode im LD 261
2,54-mm-Raster (Infrarotstrahler)

Die GaAs-Lumineszenzdiode LD 261 emittiert bei StromfluR in DurchlaBrichtung Strah-
lung, mit einer im nahen Infrarot liegenden Wellenléange.

Das Gehéause besteht aus transparentem Kunststoff mit linsenférmigem Lichtaustritt. Zur
Unterscheidung von den Fototransistoren gleicher Bauform (BPX 81) ist der Kunststoff
leicht orange eingeférbt. Die Anschliisse haben die Form von LétspieBen im Rastermal
2,54 mm (V10 Zoll). Die Lumineszenzdioden werden nach Strahlungsintensitat gruppiert.
Zur Kennzeichnung der Gruppe erhalt der kathodenseitige Anschluf einen Farbpunkt.

LD 261 eignet sich in Verbindung mit dem Fototransistor gleicher Bauform BPX 81 zum
Aufbau von Lichtschranken mit Abstanden zwischen Sender und Empfanger von ca.
10 mm. Der Einbau kann problemlos sowohl in gedruckten Schaltungen als auch in Dick-
filmschaltungen erfolgen. Damit sind auch komplexe Abtasteinheiten zu realisieren. Wie
bei der Fototransistorserie BPX 80 bis BPX 89 sind auch bei LD 261Lumineszenzdioden in
Zeilen bis zu 10 Einheiten als LD 260 bis LD 269 lieferbar.

Typ , Bestelinummer
LD 261/1 Q62703-Q63
LD 261/11 Q62703-Q64
LD 261/1ll Q62703-Q65

LD 261/IV Q62703-Q66

Grenzdaten

Sperrspannung Ur 4 \'%
DurchlaBstrom IF 50 mA
Stol3strom (¢ =10 ps) frs 1,5 A
Sperrschichttemperatur Ti 80 °C
Lagertemperatur Ts —40 bis +80 °C
Léttemperatur 2 mm vom Gehéuse (1= 3 s) T 230 °C
Verlustleistung (7. = 25° C) Prot 85 mwW
Warmewiderstand

Sperrschicht-Luft Rinau 750 K/W
Sperrschicht-Lotspiel’ RinaL 650 K/W
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LD 261

Kenndaten (7y = 25° C)

Wellenlédnge der Strahlung bei Imax Jpeak 950 nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax Al +20 nm
Schaltzeiten

(Ie von 10% auf 90%; /r = 50 mA) t; t 1 us
Kapazitat bei Us = 0 V Co 60 pF
DurchlaBspannung (/s = 50 mA) Ur 1,25 (= 1,6) \Y
Durchbruchspannung (/g = 100 pA) Usr 30 (= 4) Y,
Sperrstrom (Ug = 3 V) Ir 0,01 (=10)
Temperaturkoeffizient von I, bzw. . TK -0,55 %/K
Temperaturkoeffizient von Uk TK -1,5 mV/K
Temperaturkoeffizient von 7 peak TK 0,3 nm/K
Halbwertzeit der Strahistarke

(typ) fur /r = 50 mA 108 h

Die Gruppierung erfolgtentsprechend der Strahistérke I. bei /r = 50 mAin Achsenrichtung.

Gruppe | 1] 1 v

Strahlstérke I') 0,5 bis 1,0 0,8 bis 1,6 1,25 bis 2,5 | 2,0 bis 4,0 mW/sr
de bei p=30°ca. | 0,28 bis 0,71| 0,45bis1,112| 0,71bis1,8 | 1,12 bis 2,8 | mW

d. (gesamt) typ. 1,0 1,6 2,5 4,0 mw
Farbkennzeichnung
(Kathode) braun rot orange gelb

Abstrahlungskegel
in Abhangigkeit vom Halbwinkel ¢

\

Halbwinkel ¥

1) StrahlungsfluR (Strahlungsleistung) ¢
in einem Kegel mit einem Halbwinkel ¢ = 30°.
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LD

261

Trel

Relative spektrale Emission I, = 7 (1)
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LD 261

DurchlaBBspannung 7r = £ (Ur)

mA
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7 y-
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/ 4
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7 7
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—
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Kapazitat C = £ (Ur)
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LD 261

Wellenlénge der Strahlung Zul. Impulsbelastbarkeit
o Apeak = f(Tu) Ir = f(t); v = Parameter; 7. = 25°C
-3
1000 10 . _ay =
990 qj:ﬁﬂﬁ:: |
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GaAs-Lumineszenzdioden-Zeilen LD 260 bis LD 269
im 2,54-mm-Raster (Infrarotstrahler)

LD 260 bis LD 269 sind GaAs-Lumineszenzdiodenzeilen in orangefarbiger Plastikum-
hiillung, welche aus einer Anordnung von maximal 10 Lumineszenzdioden, dhnlich der
LD 261, in einer Reihe bestehen. Diese Diodenzeilen emittieren bei StromfluR in DurchlaRR-
richtung Strahlung mit einer im nahen Infrarot liegenden Wellenlange. In Verbindung mit
den Fototransistorzeilen gleicher Bauform vom Typ BPX 80 bis BPX 89 lassen sich Licht-
schranken mit 10 mm Abstand zwischen Sender und Empfanger aufbauen. Mit dem
problemlosen Einbau in gedruckten Schaltungen lassen sich auch komplexe Abtastein-
heiten realisieren. Die Abstdnde der einzelnen Dioden entsprechen dem genormten
2,54 mm-("10-Zoll-)RastermaR. Die dritte Zahl der Typenbezeichnung ist identisch mit der
Anzahl der in der Zeile vorhandenen Lumineszenzdioden (z. B. LD 266 = eine Zeile mit
6 Dioden; LD 260 eine Zeile mit 10 Dioden).

Typ , Bestellnummer

LD 262 Q62703-Q70

LD 263 Q62703-Q71

LD 266 Q62703-Q74

LD 269 Q62703-Q77

LD 260 Q62703-Q78

Abweichende Systemzahlen pro Zeile auf Anfrage Muster mit 6 Dioden (z. B. LD 2'66)

Grenzdaten (Einzeldiode)

Sperrspannung Ur 4 \%
DurchlaBstrom Ir 50 mA
StoRstrom (¢ = 10 ps) Irs 1,6 A
Sperrschichttemperatur T; 80 °C
Lagertemperatur Ts —40 bis +80 °C
Léttemperatur 2 mm vom Gehéuse (= 3 s) I 230 °C
Verlustleistung (7. = 25° C) Prot 85 mw
Warmewiderstand

Sperrschicht-Luft Rinsu 750 K/W
Sperrschicht-LotspieR RinaL 650 K/W
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LD 260 bis LD 269

Kenndaten

Wellenidnge der Strahlung bei Imax
Spektrale Bandbreite bei 50% von Inax
Strahlstérke in Achsenrichtung’)

(Z/r = 50 mA)
Abgegebener StrahlungsfluR $2?)
in einem Kegel ¢ = 30° (/r = 50 mA)
StrahlungsfluB (Strahlungsleistung) ®.
gesamt (typ) (Z/r = 50 mA)
Schaltzeiten
(Ie von 10% auf 90%; 7/r = 50 mA)
Kapazitat bei Us = 0 V
DurchiaRspannung (/r = 50 mA)
Durchbruchspannung (/r = 100 pA)
Sperrstrom (Ug = 3 V)
Temperaturkoeffizient von I, bzw. &
Temperaturkoeffizient von Uk
Temperaturkoeffizient von Zpeax
Halbwertzeit der Strahlstarke
(typ) fir /r = 50 mA

Abstrahlungskegel
in Abhéngigkeit vom Halbwinkel ¢

/ peak

Al

Ie

ca. b,
Pe

tr; tf
Co

Ur
Usr
K

TK
TK

950
+20

0,5 bis 4,0
0,32 bis 2,5
2,0

1,7

60

1,25 (=1,6)
30 (=4)
0,01 (=10)
-0,55
-15

0,3

105

1) StrahlungsfluB (Strahlungsleistung) ®. in einem Kegel mit einem Halbwinkel ¢ = 30°.
2) Die Streuung von L innerhalb einer Zeile ist = 1:2. Zeilen mit engerer Streuung bzw. eingeengtem I, Be-

reich ahnlich LD 261 1i/11l auf Anfrage.

nm
nm

mW/sr
mWwW
mW

us
pF

%/K
mV/K
nm/K
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LD 260 bis LD 269

Relative spektrale Emission Strahistarke I = £ (/f)
Lt = (4
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LD 260 bis LD 269

DurchlaBspannung 7k = £ (Ur)

Kapazitat C = £ (Ur)
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LD 260 bis LD 269

Wellenlange der Strahlung Zul. Impulsbelastbarkeit
Apeak = f(Tu) Ie = f(t);v = Parameter; T. = 25°C
’000 10'3 —— -
990 —HH i J
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Lumineszenzdioden-LEDs (Licht emittierende Dioden)
(rotleuchtend)

(griinleuchtend)

(gelbleuchtend)







Ubersicht der rot-, griin- und gelbleuchtenden LEDs

Typ
CQY 26 A rot
caQy 26/1 rot Anod
cay 26/l rot node
CQY 28 A grun e
cQy 28/l grin 15
cay 28/l griin =
CQY 29 A gelb
caQy 29/1 gelb 135 —
caQy 29/1 gelb
LD 30 A rot Anode  _ _
LD 30/I rot : g5 THbea T
LD 30/11 rot - fs } g
D 30 t T ~
LD 30 C ro“ r V ?B i
LD 37 A griin |7l 05
LD 37/ griin 15,2 F —e3 g
LD 37/l grLin Fe—16,5-1— 475]3_0*.
LD 35 A gelb Kathode
LD 35/I gelb
LD 35/11 gelb
LD 40/1 rot
LD 40/11 rot
LD 50/I rot
LD 50/11 rot 18,8min-»
Ab Sept. 75
Umstellung der Bauform,
wie LD 41. ..
LD 41/A rot
LD 41/1 rot
LD 41/l rot
LD 57/A griin
LD 57/I grin
LD 57/l griin
LD 55 A g
LD 55/I gg:g kennzeichnung
LD 55/11 gelb
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Ubersicht der rot-, griin- und gelbleuchtenden LEDs

Typ

LD 461 rot

LD 461 A rot

LD 471 grin

LD 471 A grin

LD 481 gelb

LD 481 A gelb
Kathode 251.
i)
Ano/de

LD 460 bis LD 469 rot A t

LD 470 bis LD 479 griin fh‘ f? rjf\ A\]

LD 480 bis LD 489 gelb i e
04%

14254 08

(Muster mit 4 LEDs)
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GaAsP-Lumineszenzdiode (rotleuchtend) CcQy 26

CQY 26 ist eine GaAsP-Lumineszenzdiode, die bei Betrieb in DurchlaRrichtung rotes Licht
emittiert. Diese Diode ist vor allem als optischer Indikator zur Betriebskontrolle oder zur
Betriebsanzeige von Geraten mit diskreten bzw. integrierten Halbleiterbauelementen vor-
gesehen. Sehr geringer Stromverbrauch, verbunden mit geringer Eigenerwarmung, sowie
hohe Vibrationsfestigkeit ermdglichen dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Berei-
chen, fir die Signalglihlampen bisheriger Bauformen nicht oder nur unzureichend
geeignet sind. CQY 26 kann auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden.

Typ ] Bestellnummer
CcQy 26 A Q62703-052-S 1
cQy 261 Q62703-052-S2
cQay 261 Q62703-052-S3
Befestigungs-

Hilse mit

Ring, schwarzi Q 62901-B 66

Grenzdaten

Sperrspannung
DurchlaRstrom

StoRstrom (t =10 ps)
Lagertemperatur
Sperrschichttemperatur
Verlustleistung (7u = 25° C)

Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft

4-7.1,_‘12-—

Gewicht etwa 0,2g

| (AL
v8 9,5
YAl
Befestigungs-Hiilse Befestigungs-Ring
Ur 3 \%
Ir 100 mA
Irs 2,0 A
Ts -55bis+100 | °C
T; 100 °C
Prot 210 mwW
Rinsu 350 K/W
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cQy 26

Kenndaten (7y = 25° C)

Wellenlédnge des emittierten Lichtes Jpeak 665 +15 nm
Spektrale Bandbreite fiir 50% von Imax Al 30 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen fur 50% der Lichtstarke I,) [ 25 Grad
DurchlaBspannung (/r = 20 mA) Ur 1,6 (=2,0) \
Sperrstrom (Ug = 3 V) Ir 0,01 (=10) vA
Anstiegszeit t; 5 ns
Abfallzeit ts 5 ns
Kapazitat (Us = O V) Co 60 pF
Temperaturkoeffizient von 7, TK -0,8 %/K
Temperaturkoeffizient von Ur K -1,6 mV/K
Temperaturkoeffizient von 2peax K 0,3 nm/K
Lichtstarke (Ir = 20 mA)

Typ CQY 26 A cQy 26 | cQy 26 1l

I, 0,8(=0,3) 1,5 (=1,0) 2,5 (=2,0) mcd
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caQy 26

Relative spektrale Emission I, = 7 (1)
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cQy 26

100 °C

DurchlaBspannung /r = 7 (Ur) Kapazitat C = 7 (Ur)
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CcQyY 26

Wellenldnge der Strahiung Zul. Impulsbelastbarkeit
Lpeak = f(Tu) Ir = f(); ¥ = Parameter; T = 25°C
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GaAsP-Lumineszenzdiode (rotleuchtend) LD 30...

LD 30...sind GaAsP-Lumineszenzdioden, die bei Betrieb in DurchlaRrichtung rotes Licht
emittieren. Diese Dioden sind vor allem als optische Indikatoren zur Betriebskontrolle und
zur Betriebsanzeige von Geraten mit diskreten bzw. integrierten Halbleiterbauelementen
vorgesehen. Sehr geringer Stromverbrauch, verbunden mit geringer Eigenerwarmung,
sowie hohe Vibrationsfestigkeit, ermdglichen diesen Dioden Anwendungen in Bereichen,
fur die Signalglihlampen bisheriger Bauformen nicht oder nur unzureichend geeignet
sind. LD 30 kénnen auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden. LD 30 A, |, Il haben ein
rot diffuses, LD 30 C ein glasklares Gehause.

Typ Bestellnummer Anode  —wiifi gyl

| 0,5 e
LD 30 A Q62705-P 23-F 39 X T a?':
LD 30/I Q62705-P17-S 1 'i | 5
LD 30/1I Q62705-P 17-S 2 NV AR
LD30C Q62 705-P 22-F 39 e tgglor M| el
Befestigungs- 16,516, 3 ’
Hulse mit Kathode !
Ring, glasklar | Q 62901-B 61 Gewichtetwa 0,2 g
Befestigungs-
Hiilse mit 6
Ring, schwarzl Q62901-B 62 =

i w
Y ﬂ,e I

29 L¢6+
4,85

-©- O

Befestigungs-Huise Befestigungs-Ring

Grenzdaten

Sperrspannung Ur 3 \
DurchlaBstrom Ir 100 mA
StoRstrom (¢ =1 us) Irs 2,0 A
Lagertemperatur Ts -55 bis +100 | °C
Sperrschichttemperatur T 100 °C
Verlustleistung (7u = 25° C) Prot 210 mwW
Warmewiderstand

Sperrschicht-Luft Rinsu 350 K/W
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LD 30...

Kenndaten (7y = 25°C)

Wellenlange des emittierten Lichtes A peak 665 £15 nm
Spektrale Bandbreite fir 50% von Imax Al 30 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen fiur 50% der Lichtstarke 1)

LD 30 A, 1,11 ¥ 35 Grad
LD30C [ 25 Grad
DurchlaBspannung (/r = 20 mA) Ur 1,6 (=2,0) \
Sperrstrom (Ur = 3 V) Ir 0,01 (=10) vA
Anstiegszeit t 5 ns
Abfallzeit ts 5 ns
Kapazitat (Ur = 0 V) Co 60 pF
Temperaturkoeffizient von I, TK -0,8 %/K
Temperaturkoeffizient von Ur K -1,6 mV/K
Temperaturkoeffizient von 7 peax TK 0,3 nm/K
Lichtstéarke (Ir = 20 mA)

Typ LD 30 A LD 30/I LD 30/11 LD 30 C

I, 0,8 (=0,3) 1,5 (21,0) 2,5 (= 2,0) 2,5(=0,3) mcd

27



LD 30...

Relative spektrale Emission L = 7 (%)
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LD 30...

Maximal zul. DurchlaBstrom
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LD 30...
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| Nicht fiir Neuentwicklung 1

GaAsP-Lumineszenzdiode (rotleuchtend) LD 40

LD 40 | und LD 40 ll sind GaAsP-Lumineszenzdioden, die bei Betrieb in DurchlaBrichtung
rotes Licht emittieren. Diese Dioden sind vor allem als optischer Indikator zur Betriebs-
kontrolle oder zur Betriebsanzeige von Geréten mit diskreten bzw. integrierten Halbleiter-
bauelementen vorgesehen. Sehr geringer Stromverbrauch, verbunden mitgeringer Eigen-
erwarmung, sowie hohe Vibrationsfestigkeit, ermodglichen diesen Dioden Anwendungen
in Bereichen, fiir die Signalgliihlampen bisheriger Bauformen nicht oder nur unzureichend
geeignet sind. Diese LEDs kdnnen auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden.

Typ | Bestellnummer Farbpunkt Kathode
LD 40| ‘ Q62703-P 2-F 39 e P”]“;“‘ /

LD 40 i Q62703-P 3-F 39 LT S B
Befestigungs- JU,BV

Hilse mit Q62902-B 110-F 39 y = |
Ring, schwarz L. 4} =3

Befestigungs-Hiilse Befestigungs-Ring
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 3 \%
DurchlaBstrom Ir 50 mA
StoRstrom (=1 us) Irs 1 A
Isolierspannung zwischen
Anschliissen und Hiilse U 300 \%
Betriebs- und Lagertemperatur Ts -55bis +100 | °C
Lottemperatur bei (t=7 s) I 230 °C
Verlustleistung (7y = 25° C) Prot 100 mwW
(ab Ty =50°C
reduziert um 1,6 mW/K)
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LD 40

Kenndaten (7y = 25° C)

Lichtstarke (/r = 20 mA)

Wellenlange des emittierten Lichtes
Spektrale Bandbreite fir 50% von Imax
Einschaltzeit

Ausschaltzeit

DurchlaBspannung (/r = 20 mA)
Sperrstrom bei Ug = 3V

Kennfarbe

276

LD 40/I

0,7 (z0,3)
655 +15
30

10

10

1,6 (=2)
10

orange

LD 40/11

1,2 (=0,8)
655 +15
30

10

10

1,6 (=2)
10

weild

mcd
nm
nm
ns

5<3

Nicht fiir Neuentwicklung




Nicht fir Neuentwicklung 1

LD 40
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LD 40

DurchlaBspannung /r = f (U)
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GaAsP-Lumineszenzdiode (rotleuchtend) LD 41

LD 41 ist eine GaAsP-Lumineszenzdiode, die bei Betrieb in DurchlaRrichtung rotes Licht
emittiert. Diese Diode ist vor allem als optischer Indikator zur Betriebskontrolle oder zur
Betriebsanzeige von Geraten mit diskreten bzw. integrierten Halbleiterbauelementen vor-
gesehen. Sehr geringer Stromverbrauch, verbunden mit geringer Eigenerwarmung, sowie
hohe Vibrationsfestigkeit, ermdéglichen dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Berei-
chen, fir die Signalgliihlampen bisheriger Bauform nicht oder nur unzureichend geeignet
sind. LD 41 kann auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden.

Typ Bestellnummer Anode 869+

LD 41/A Q62703-Q115-S 1 L%é%'E\EQF L

LD 41/l 062703-Q115-S2 & FHy _ ——-ﬁ) =

LD 41/11 Q62703-0115-s3 ' <

Befestigungs- 37 1“;' !

Hilse mit — 17 5892 athoden-
Ring, glasklar | Q 62 901-B 64 e T kennzetchnung
Befestigungs- Gewicht etwa 0,2 g

Hilse mit

Ring, schwarzi Q 62901-B 65

715
#9715
Befestigungs-Hilse Befestigungs-Ring

Grenzdaten
Sperrspannung Ur 3 \%
DurchlaRstrom Ik 100 mA
StoRstrom (t =1 us) Jrs 2,0 A
Lagertemperatur Ts -55bis +100 | °C
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Verlustleistung (7y = 25° C) Prot 210 mw
Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft Rinsu 350 K/W
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LD #1

Kenndaten (7y = 25° C)

Wellenlédnge des emittierten Lichtes Xpeak 665 +15 nm
Spektrale Bandbreite

fiir 50% von Imax A 30 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen fir 50% der Lichtstarke 1,) 2 25 Grad
DurchlaBspannung (/r = 20 mA) Ur 1,6 (=2,0) Y
Sperrstrom (Ur = 3 V) Ir 0,01 (=10) uA
Anstiegszeit t; 5 ns
Abfallzeit t; 5 ns
Kapazitat (Ur = O V) Co 60 pF
Temperaturkoeffizient von I, TK -0,8 %/K
Temperaturkoeffizient von Ur TK -1,6 mV/K
Temperaturkoeffizient von 2peak TK 0,3 nm/K
Lichtstarke (/r = 20 mA)

Typ LD 41 A LD 41/1 LD 41/1

I, 0,8 (=0,3) 1,5 (=1,0) 2,5 (=2,0) mcd
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LD 41

Relative spektrale Emission Lo = 7 (1)
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LD 41

100 °C
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LD 41

Wellenldnge der Strahlung
Jpeak = F(Tu)
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GaAsP-Lumineszenzdiode (rotleuchtend)

LD 50

LD 50 ist eine GaAsP-Lumineszenzdiode, die bei Betrieb in DurchlaBrichtung rotes Licht
emittiert. Diese Diode ist vor allem als optischer Indikator zur Betriebskontrolle oder zur
Betriebsanzeige von Geraten mit diskreten bzw. integrierten Halbleiterbauelementen vor-
gesehen. Sehr geringer Stromverbrauch, verbunden mit geringer Eigenerwérmung, sowie
hohe Vibrationsfestigkeit, ermoglichen dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Berei-
chen, fur die Signalglihlampen bisheriger Bauform nicht oder nur unzureichend geeignet
sind. LD 50 kann auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden.

Typ Bestellnummer
LD 50/1 Q62703-053
LD 50/11 Q62703-Q54
Befestigungs-

Hilse mit

Ring, glasklar| Q62 901-B 64
Befestigungs-

Hiilse mit

Ring, schwarz|l Q62901-B 65

Grenzdaten

Sperrspannung
DurchlaRBstrom

StoRstrom (t =1 us)
Lagertemperatur
Sperrschichttemperatur
Verlustleistung (7y = 25° C)

Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft

284

= 584.q,

1min ’r—ﬂj max il

—={ +18,8min =~ 9-g8

- -l ¥
[ £
Fia— )
;*AxggifziiiiiiéL___,_ ?T

Befestigungs-Hiilse

/
Kathode

Gewichtetwa 0,2 g

9,15

o715

42

e
N

Befestigungs-Ring

Ab September 1975 Umstellung der Bauform

wie LD 41

Ur
Ie
Irs
Ts
T
Ptot

Rinau

3

100

2,0

- 55 bis +100
100

210

350




LD 50

Kenndaten (7y = 25° C)

Wellenlénge des emittierten Lichtes
Spektrale Bandbreite fur 50% von Imax
Offnungskegel (Halbwinkel)
(Grenzen fir 50% der Lichtstarke 1)
DurchlaBspannung (/r = 20 mA)
Sperrstrom (Ur = 3 V)

Anstiegszeit

Abfallzeit

Kapazitat (Ur = O V)
Temperaturkoeffizient von I,
Temperaturkoeffizient von Ur
Temperaturkoeffizient von Jgeak

Lichtstarke (/r = 20 mA)

Typ LD 50/1 LD 50/

I, 3,0 (=2,0) 6,0 (=4,0)

mcd

Xpeak
Al

665 £15
30

12

1,6 (=2,0)
0,01 (=10)
5

5

60

-0,8
-1,6

0,3

nm
nm

Grad

ns
ns

%/K
mV/K
nm/K
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LD 50

Relative spektrale Emission I = 7 (%) Lichtstarke I, = £ (/§)
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LD 50

DurchlaBspannung /r = £ (Ur) Kapazitat C = f (Ur)
mA pF
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LD 50

Wellenldange der Strahlung
Apeak = F(Tu)
nm
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GaAsP-Lumineszenzdiode LD 461
im 2,564-mm-Raster (rotleuchtend)

Die LD 461 emittiert bei StromfluR in DurchlaRrichtung rotes Licht. Die Diode mit ihrer
weilden diffusen Kunststoffumhiillung hat auf der Seite des Lichtaustrittes Linsenform und
ist mit LotspieBanschlissen im RastermaR von 2,54 mm (/10 Zoll) versehen. Der Kathoden-
anschluB ist durch eine Nase am AnschluRRbein gekennzeichnet.

Diese Diode ist TTL-kompatibel durch ihren geringen Stromverbrauch und wird als opti-
scher Indikator zur Betriebskontrolle elektronischer Schaltungen verwendet. Als Lumines-
zenzdiodenzeilen (LD 460 bis LD 469) eignen sich die Dioden zum Aufbau kompletter
Anzeigenanordnungen, wie Schriftzeichen und Skalen.

Typ | Bestellnummer

LD 461 Q62703-Q79
LD 461 A Q62703-Q79-S1

Lo Ik
02
Kathode 2,541«

7
Anode Gewicht etwa 0,2 g

Grenzdaten

Sperrspannung Ur 3 \%
DurchlaBstrom Ir 35 mA
StoRstrom (t =10 ps) Irs 1,0 A
Lagertemperatur Ts -40 bis +100 | °C
Sperrschichttemperatur T 80 °C
Lottemperatur 2 mm vom Geh&duseboden

entfernt (t= 3 s) N 230 °C
Verlustleistung (7. = 25° C) Prot 85 mwW
Warmewiderstand

Sperrschicht-Luft Rinou 750 K/W
Sperrschicht-Lotspief RinaL 650 K/W
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LD 461

Kenndaten (7y = 25°C)

Wellenldnge des emittierten Lichtes
Spektrale Bandbreite fiir 50% von Imax
Offnungskegel (Halbwinkel)
(Grenzen fir 50% der Lichtstarke 1.)
DurchlaBspannung (/r = 20 mA)
Sperrstrom (Ur = 3 V)

Anstiegszeit

Abfallzeit

Kapazitat (Ur = 0 V)
Temperaturkoeffizient von I,
Temperaturkoeffizient von Ur
Temperaturkoeffizient von Zpeak

Lichtstarke (/r = 20 mA)

/‘~peak
AL

Ur
Ir
t

tr
Co
TK
TK
K

Typ LD 461 LD 461 A

I, 1(=0,6) =04

mcd

290

665 =15
30

50

1,6 (=2,0)
0,01 (=10)
5

5

65

-0,8

-1,6

0,3

nm
nm

Grad

ns

ns

pF
%/K
mV/K
nm/K



LD 461

Relative spektrale Emission L = £(2)
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LD 461

100 °C

Ty

DurchlaRspannung /r = f (Ur) Kapazitat C = £ (Ur)
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LD 461

Wellenlange der Strahlung
Jpeak = f (Tu)
nm
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GaAsP-Lumineszenzdioden-Zeilen
im 2,54-mm-Raster (rotleuchtend)

LD 460 bis LD 469

Die LD 460 bis LD 469 sind GaAsP-Lumineszenzdiodenzeilen in weilRer diffuser Kunst-
stoffumhiillung, welche aus einer Anordnung von maximal 10 Lumineszenzdioden in einer
Reihe bestehen. Die Dioden emittieren bei Stromfluf? in DurchlaBrichtung rotes Licht. Die
Abstande der einzelnen Dioden entsprechen dem genormten Rasterabstand von 2,54 mm
(10 Zoll). Die dritte Zahl der Typenbezeichnung istidentisch mit der Anzahl der in der Zeile
vorhandenen Lumineszenzdioden. (Z. B. LD 464 ist eine Zeile mit 4 LED; LD 460 ist eine
Zeile mit 10 LED.)

Typ Anzahl der | Bestellnummer
LEDs in der
Zeile
LD 462 2 Q62703-Q80
LD 463 3 Q62703-Q 81
LD 464 4 Q62703-Q82
LD 465 5 Q62703-Q83
LD 466 6 Q62703-Q84
LD 467 7 Q62703-Q85
LD 468 8 Q62703-Q86
LD 469 9 Q62703-Q87
LD 460 | 10 Q62703-Q 88

Grenzdaten (Einzeldiode)

Sperrspannung
DurchlaBstrom
StoRstrom (t = 10 ps)
Lagertemperatur

Sperrschichttemperatur
Lottemperatur vom Geh&duseboden entfernt

bei (t= 3 s)
Verlustleistung (7. = 25° C)

Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft
Sperrschicht-LotspieR
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LD 460 bis LD 469

Kenndaten (7y = 25° C)

Lichtstarke (/r = 20 mA)
Wellenlange des emittierten Lichtes
Spektrale Bandbreite fiir 50% von Imax
Offnungskegel (Halbwinkel)
(Grenzen fiir 50% der Lichtstarke 1)
DurchlaBspannung (/s = 20 mA)
Sperrstrom (Ugr = 3 V)

Kapazitat (Us = O V)

Anstiegszeit

Abfallzeit

Temperaturkoeffizient von I,
Temperaturkoeffizient von Ur
Temperaturkoeffizient von peax

L
Y3 peak

AL

Uk
Ir
Co
t

ts
K
TK
TK

0,6 bis 1,2
665 £15
30

50

1,6 (=2,0)
0,01 (=10)
65

5

5

-0.8

-1.6

0,3

mcd
nm
nm

Grad

pF

ns

ns
%/K
mV/K
nm/K
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LD 460 bis LD 469

Relative spektrale Emission e = 7 (1)
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LD 460 bis LD 469

DurchlaBspannung /r = f (UF)
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LD 460 bis LD 469

Wellenléange der Strahlung
Jpeak = F(Tu)
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GaP-Lumineszenzdiode (griinleuchtend) cQy 28

CQY 28 ist eine GaP-Lumineszenzdiode, die bei Betrieb in DurchlaBrichtung griines Licht

emittiert. Diese Diode ist vor allem als optischer Indikator zur Betriebskontrolle oder zur

Betriebsanzeige von Geraten mit diskreten bzw. integrierten Halbleiterbauelementen vor-
gesehen. Sehr geringer Stromverbrauch, verbunden mit geringer Eigenerwarmung, sowie

hohe Vibrationsfestigkeit, ermdglichen dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Berei-

chen, fiir die Signalgliihlampen bisheriger Bauformen nicht oder nur unzureichend geeig-

net sind. CQY 28 kann auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden. CQY 28 hat ein griin

diffuses Gehéause.

Typ | Bestellnummer
feTh o0
CQY 28 A Q 68000-A 766-S 1 Anode "
caQy 28/I Q 68 000-A 766-S 2 }’.L- LS |
cay 28/l Q 68000-A 766-S 3 t%q:f T
Befestigungs- = 42 flfe— |
Hilse mit | ;7,74
Ring, schwarzl Q 62901-B 66 -~ 15,
Gewichtetwa 0,2 g
8
il & -
| [
! ' o715
06 ’
9,5
@7
Befestigungs-Hiilse Befestigungs-Ring
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 3 \Y
DurchlaRBstrom Ir 60 mA
StoRstrom (¢ =1 us) Irs 1 A
Lagertemperatur Ts -55bis+100 | °C
Sperrschichttemperatur Ti 100 °C
Verlustleistung (7u = 25° C) Piot 210 mW
Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft Rinsu 350 K/W
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cay 28

Kenndaten (7y = 25° C)

Wellenldnge des emittierten Lichtes Apeak 560 £15 nm
Spektrale Bandbreite

flir 50% von Imax AL 25 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen fiir 50% der Lichtstarke 1,) @ 25 Grad
DurchlaBspannung (/r = 20 mA) Ur 2,4 (= 3,0) \%
Sperrstrom (Ug = 3 V) Ir 0,01 (=10) uA
Anstiegszeit t; 50 ns
Abfallzeit tr 50 ns
Kapazitat (Ur = 0 V) Co 45 pF
Temperaturkoeffizient von I, K -0,65 %/K
Temperaturkoeffizient von Uk K -1,6 mV/K
Temperaturkoeffizient von peax TK 0,15 nm/K
Lichtstarke (/s = 20 mA)

Typ CQY 28 A caQy 28/1 cQy 28/l

I, 1,2 (= 0,6) 3,0(=2,0) 5,5 (=4,0) mcd
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caQy 28
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cQy 28

DurchlaBspannung /r = f (Ur)
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caQy 28

Wellenlange der Strahlung
Jpeak = f(Tu)
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GaP-Lumineszenzdiode (griinleuchtend)

LD 37

LD 37 ist eine GaP-Lumineszenzdiode, die bei Betrieb in DurchlaBrichtung griines Licht
emittiert. Die Lumineszenzdiode ist vor allem als optischer Indikator zur Betriebskontrolle
von Dick- und Dinnfilmschaltungen oder zur Betriebsanzeige von Gerdten mit diskreten
bzw. integrierten Halbleiterbauelementen vorgesehen. Sehr geringer Stromverbrauch,
verbunden mit geringer Eigenerwarmung, sowie hohe Vibrationsfestigkeit, ermdglichen
dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Bereichen, fir die Signalglithlampen bisheri-
ger Bauformen nicht oder nur unzureichend geeignet sind. LD 37 kann auch von TTL-
Bausteinen angesteuert werden. LD 37 hat ein griin diffuses Gehause.

Typ Bestellnummer
LD 37 A Q62703-Q99-S 1
LD 37/I Q62703-Q99-S2
LD 37/l Q62703-Q99-S 3
Befestigungs-

Hilse mit

Ring, glasklar | Q62901-B 61
Befestigungs-

Hilse mit

Ring, schwarzl Q62901-B 62

Grenzdaten

Sperrspannung
DurchlaRstrom

StoBstrom (£ =1 us)
Lagertemperatur
Sperrschichttemperatur
Verlustleistung (7y = 25° C)

Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft
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LD 37

Kenndaten (7y = 25° C)

Wellenlange des emittierten Lichtes peak 560 £15 nm
Spektrale Bandbreite

fir 50% von Inax Al 25 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen fiir 50% der Lichtstarke 1,) @ 35 Grad
DurchlaBspannung (/r = 20 mA) Uk 2,4 (= 3,0) \Y
Sperrstrom (Ugr = 3 V) Ir 0,01 (=10) uA
Anstiegszeit t 50 ns
Abfallzeit ts 50 ns
Kapazitat (Us = 0 V) Co 45 pF
Temperaturkoeffizient von I, TK -0,65 %/K
Temperaturkoeffizient von Ur K -1,6 mV/K
Temperaturkoeffizient von 7 geak TK 0,15 nm/K

Lichtstarke (/r = 20 mA)
Typ LD 37 A LD 37/1 LD 37/
I, 1,0 (20,5) 2,6 (=2,0) 5,0 (= 3,0) mcd
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LD 37

Relative spektrale Emission I, = 7 (%)
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LD 37

DurchlaBBspannung /r = f (Ur) Kapazitat C = 1 (Ur)
mA pF
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LD 37

Wellenlédnge der Strahlung
Apeak = F(Tu)
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GaP-Lumineszenzdiode (griinleuchtend) LD 57

LD 57 ist eine GaP-Lumineszenzdiode, die bei Betrieb in DurchlaRrichtung griines Licht
emittiert. Diese Diode ist vor allem als optischer Indikator zur Betriebskontrolle oder zur
Betriebsanzeige von Geraten mit diskreten bzw. integrierten Halbleiterbauelementen vor-
gesehen. Sehr geringer Stromverbrauch, verbunden mit geringer Eigenerwérmung, sowie
hohe Vibrationsfestigkeit, ermoglichen dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Berei-
chen, fur die Signalglihlampen bisheriger Bauformen nicht oder nur unzureichend
geeignet sind. LD 57 kann auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden. LD 57 hat ein
grin diffuses Gehause.

Typ Bestellnummer

LD 57 A Q62703-Q100-S 1
LD 57/I Q62703-Q100-S 2
LD 57/l Q62703-Q100-S 3
Befestigungs-

Hulse mit

13- ns—k— 124 nn—~— k hy
Ring, glasklar| Q 62 901-B 64 g
Befestigungs-
Hilse mit
Ring, schwarzl Q62 901-B 65

Gewichtetwa 0,2 g

)
& Q

Befestigungs-Hilse Befestigungs-Ring
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 3 \Y
DurchlaBstrom Ir 60 mA
StoRstrom (¢ = 10 ps) Irs 1 A
Lagertemperatur Ts -55bis+100 | °C
Sperrschichttemperatur T 100 °C
Verlustleistung (7u = 25° C) Prot 210 mW
Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft Rinsu 350 K/W
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LD 57

Kenndaten (7y = 25° C)

Wellenldnge des emittierten Lichtes A peak 560 £15 nm
Spektrale Bandbreite fir 50% von Inax Al 25 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen fiir 50% der Lichtstarke 1,) @ 25 Grad
DurchlaBspannung (/r = 20 mA) Ue 2,4 (=3,0) \%
Sperrstrom (Ur = 3 V) Ir 0,01 (=10) uA
Anstiegszeit t; 50 ns
Abfallzeit ts 50 ns
Kapazitat (Ur = O V) Co 45 pF
Temperaturkoeffizient von I, TK -0,b5 %/K
Temperaturkoeffizient von Ur K -1,6 mV/K
Temperaturkoeffizient von 7 geak TK 0,15 nm/K
Lichtstarke (/r = 20 mA)

Typ LD 57 A LD 57/1 LD 57/l

I 1,2 (= 0,6) 3,0 (=2,0) 5,56 (=4,0) mcd
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LD 57

Relative spektrale Emission i = 7 (%) Lichtstéarke I, = 7 (If)
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LD 57
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LD 57
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GaP-Lumineszenzdiode LD 471
im 2,54-mm-Raster (gritnleuchtend)

Die LD 471 emittiert bei StromfluB in DurchlaRrichtung griines Licht. Die Diode mit ihrer
grinen Kunststoffumhiillung hat auf der Seite des Lichtaustrittes Linsenform und nach
der entgegengesetzten Seite LotspieBanschliisse im RastermaB von 2,54 mm (V10 Zoll).
Der KathodenanschluR} ist durch eine Nase am LotspieR gekennzeichnet.

Diese Diode ist TTL-kompatibel durch ihren geringen Stromverbrauch und wird als opti-
scher Indikator zur Betriebskontrolle elektronischer Schaltungen verwendet. Als Lumines-
zenzdiodenzeilen (LD 470 bis LD 479) eignen sich die Dioden zum Aufbau kompletter
Anzeigenordnungen, wie Schriftzeichen und Skalen.

Typ | Bestellnummer
LD 471 Q62703-Q102
LD 471A Q62703-Q102-51

i s

02
Katpode »‘ 254 l«
oy

Ano/de Gewichtetwa 0,2 g
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 3 \Y
DurchlaBstrom Ir 25 mA
StoRstrom (¢ = 10 ps) frs 0,5 A
Lagertemperatur Ts -40 bis +80 °C
Sperrschichttemperatur Ti 80 °C
Lottemperatur 2 mm vom Gehauseboden
entfernt (t= 3 s) N 230 °C
Verlustleistung (7. = 25° C) Prot 85 mW
Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft Rinsu 750 K/W
Sperrschicht-Lotspiel3 RihiL 650 K/W
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LD 471

Kenndaten (7y = 25° C)

Wellenldnge des emittierten Lichtes
Spektrale Bandbreite fiir 50% von Imax
Offnungskegel (Halbwinkel)
(Grenzen fiir 50% der Lichtstarke 1,)
DurchlaBspannung (/r = 20 mA)
Sperrstrom (Ur = 3 V)

Kapazitat (Ur = 0 V)

Anstiegszeit

Abfallzeit

Temperaturkoeffizient von I,
Temperaturkoeffizient von Ur
Temperaturkoeffizient von 7 peak

Lichtstarke (/r = 20 mA)
Typ l LD 471 , LD 471 A

I

L ] 4,5 (=3,2) \ =125

} mcd

7 peak

Ur

Co
i

tr
K
TK
TK

560 +15
25

50

2,4 (=3,0)
0,1 (=10)
50

50

50

-0,55
-1,6

0,15

nm
nm

Grad

pF

ns

ns
%/K
mV/K
nm/K
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LD 471

Relative spektrale Emission I = 7 ()
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LD 471
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LD 471

Wellenlange der Strahlung
Jpeak = f (Tu)
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GaP-Lumineszenzdiodenzeilen (griinleuchtend) LD 470 bis
im 2,54-mm-Raster LD 479

Die LD 470 bis 479 sind GaP-Lumineszenzdiodenzeilen in griner Kunststoffumhiillung,
welche aus einer Anordnung von maximal 10 Lumineszenzdioden in einer Reihe bestehen.
Die Dioden emittieren bei Stromflu in DurchlaRrichtung griines Licht. Die Absténde der
einzelnen Dioden entsprechen dem genormten Rasterabstand von 2,54 mm (V10 Zoll).
Die dritte Zahl der Typenbezeichnung ist identisch mit der Anzahl der in der Zeile vor-
handenen Lumineszenzdioden (z. B. LD 474 ist eine Zeile mit 4 Dioden).

Typ Bestellnummer . . . - ﬁh FL\ ﬂ\
LD 472 Q62703-Q103 (2 Dioden in Zeile) Br- e —
LD 473 Q62 703-Q104 (3 Dioden in Zeile) CT
LD 474 Q62703-Q105 (4 Dioden in Zeile)
LD 475 Q62703-Q106 (5 Dioden in Zeile)
LD 476 Q 62703-Q107 (6 Dioden in Zeile) _u|;];5, 04

LD 477 Q 62 703-Q108 (7 Dioden in Zeile) ' 0] o
LD 478 Q62 703-Q109 (8 Dioden in Zeile) 2.B.LD 474

LD 479 Q62703-Q110 (9 Dioden in Zeile)

LD 470 Q62703-Q101 (10 Dioden in Zeile)

Grenzdaten (Einzeldiode)

Sperrspannung Ur 3 \
DurchlaBstrom Ir 25 mA
StoRstrom (¢ =10 us) Irs 0,5 A
Lagertemperatur Ts - 40 bis +80 °C
Sperrschichttemperatur T; 80 °C
Lottemperatur 2 mm vom Geh&duseboden

entfernt (t= 3 s) T 230 °C
Verlustleistung (7. = 25° C) Prot 85 mw
Warmewiderstand

Sperrschicht-Luft Rinau 750 K/W
Sperrschicht-Lotspie RinaL 650 K/W
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LD 470 bis

LD 479
Kenndaten (7y = 25° C)
Lichtstarke (/s = 20 mA) I, 3,2 bis 6,3 mcd
Wellenlange des emittierten Lichtes L peak 560 =15 nm
Spektrale Bandbreite fir 50% von Imax Al 25 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)
(Grenzen fir 50% der Lichtstarke 1,) ¢ 50 Grad
DurchlaBspannung (/r = 20 mA) Ur 2,4 (< 3,0) \
Sperrstrom (Us = 3 V) Ir 0,1 (<10) uA
Kapazitat (Ur = 0 V) Co 50 pF
Anstiegszeit t; 50 ns
Abfallzeit t; 50 ns
Temperaturkoeffizient von 1, TK -0,55 %/K
Temperaturkoeffizient von Ur K -1,6 mV/K
Temperaturkoeffizient von 7 peak K 0,15 nm/K
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LD 470 bis

LD 479
Relative spektrale Emission o) = 7 (%) Lichtstarke I, = F (/)
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LD 470 bis

LD 479
DurchlaBspannung /r = £ (Ur) Kapazitat C = f (Ur)
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LD 470 bis
LD 479
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GaP-Lumineszenzdiode (gelbleuchtend)

cay 29

CQY 29 ist eine GaP-Lumineszenzdiode, die bei Betrieb in Durchlarichtung gelbes Licht
emittiert. Diese Diode ist vor allem als optischer Indikator zur Betriebskontrolle oder zur
Betriebsanzeige von Gerdten mit diskreten bzw. integrierten Halbleiterbauelementen vor-
gesehen. Sehr geringer Stromverbrauch, verbunden mit geringer Eigenerwédrmung, sowie
hohe Vibrationsfestigkeit, erméglichen dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Berei-
chen, fir die Signalglihlampen bisheriger Bauformen nicht oder nur unzureichend geeig-
net sind. CQY 29 kann auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden.

Typ Bestellnummer
CQY 29 A Q 68000-A1121-S 1
cay 29/1 Q 68000-A1121-S 2
caQy 29/1 Q 68000-A 1121-S 3
Befestigungs-

Hulse mit

Ring, schwarz| Q 62901-B 66

Grenzdaten

Sperrspannung
DurchlaBstrom

StoRstrom (¢ =1 us)
Lagertemperatur
Sperrschichttemperatur
Verlustleistung (7u = 25° C)

Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft
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Befestigungs-Hiilse

Ur
Ir

Irs
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Ptot

RthJU

4—7‘4_[]2’

3
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1

—-55 bis +100
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350

Befestigungs-Ring
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cay 29

Kenndaten (7y = 25°C)

Wellenldnge des emittierten Lichtes 2 peak 575 =15 nm
Spektrale Bandbreite

fir 50% von Imax A 25 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen fiir 50% der Lichtstarke 1.) ¢ 25 Grad
DurchlaBspannung (/r = 20 mA) Ur 2,4 (=3,0) \Y
Sperrstrom (Ur = 3 V) Ir 0,01 (=£10) uA
Anstiegszeit t: 50 ns
Abfallzeit t 50 ns
Kapazitat (Ur = O V) Co 45 pF
Temperaturkoeffizient fir I, TK -0,55 %/K
Temperaturkoeffizient fir Ur TK -1,6 mV/K
Temperaturkoeffizient fir 7 peax TK 0,15 nm/K
Lichtstarke (/r = 20 mA)

Typ CQY 29 A caQy 29/1 caQy 29/

Iv 1,5 (= 0.,8) 4,0 (= 3,0) 7.0 (=5,0) mcd
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caQy 29

Relative spektrale Emission I,e; = (1) Lichtstarke I, = 7 (/f)
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cay 29
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cay 29

Wellenlange der Strahlung
Jpeak = F(Tu)
nm
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GaP-Lumineszenzdiode (gelbleuchtend) LD 35

LD 35 ist eine GaP-Lumineszenzdiode, die bei Betrieb in DurchlaRrichtung gelbes Licht
emittiert. Die Lumineszenzdiode ist vor allem als optischer Indikator zur Betriebskontrolle
von Dick- und Dinnfilmschaltungen oder zur Betriebsanzeige von Gerédten mit diskreten
bzw. integrierten Halbleiterbauelementen vorgesehen. Sehr geringer Stromverbrauch,
verbunden mit geringer Eigenerwarmung, sowie hohe Vibrationsfestigkeit, erméglichen
dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Bereichen, fur die Signalgliihlampen bisheri-
ger Bauformen nicht oder nur unzureichend geeignet sind. LD 35 kann auch von TTL-Bau-
steinen angesteuert werden. LD 35 hat ein gelb diffuses Gehduse.

T Bestellnummer Anode _

yp | L 05 L,B_QJFi _
LD 35 A Q62703-Q118-S 1 1 N5
LD 35/I Q62703-Q118-S 2 ‘; 5]k :'T :
LD 35/II Q62703-Q118-S 3 ‘ e e —(ll‘i
Befestigungs- =155k, e —e3 gy
Hilse mit 16,51 =te5,30
Ring, glasklar | Q62901-B 61 Kathode !
Befestigungs- Gewichtetwa 0,2 g
Hilse mit
Ring, schwarzl Q 62901-B 62

ﬂ—l OLB - f
liEe g
®4,85
Befestigungs-Hiilse Befestigungs-Ring

Grenzdaten

Sperrspannung Ur 3 \%
DurchlaRBstrom Ir 60 mA
StoRstrom (£ =1 us) frs 1 A
Lagertemperatur Ts -55bis +100 | °C
Sperrschichttemperatur Ti 100 °C
Verlustleistung (7y = 25° C) Prot 210 mwW
Warmewiderstand

Sperrschicht-Luft Rinsu 350 K/W
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LD 35

Kenndaten (7y = 25° C)

Wellenlange des emittierten Lichtes Apeak 575 15 nm
Spektrale Bandbreite

fiir 50% von Imax AL 25 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen fur 50% der Lichtstarke 1) P 35 Grad
DurchlaRspannung (/r = 20 mA) Ur 2,4 (= 3,0) \%
Sperrstrom (Ur = 3 V) Ir 0,01 (=10) uA
Anstiegszeit t; 50 ns
Abfallzeit t; 50 ns
Kapazitat (Ur = O V) Co 45 pF
Temperaturkoeffizient fur I, TK -0,55 %/K
Temperaturkoeffizient fur Ur TK -1,6 mV/K
Temperaturkoeffizient fur 2peak TK 0,15 nm/K
Lichtstarke (/s = 20 mA)

Typ LD 35 A LD 35/I LD 35/I1

I 1,5 (= 0,6) 3,5 (=2,5) 6,0 (= 4,0) mcd
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LD 35

Relative spektrale Emission Ie) = 7 (1)
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LD 35

Kapazitat C = £ (Us)

DurchlaBspannung /r =f(Uf)
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LD 35

Wellenlénge der Strahlung
Jpeak = f (Tu)
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GaP-Lumineszenzdiode (gelbleuchtend)

LD 55

LD 55 ist eine GaP-Lumineszenzdiode, die bei Betrieb in DurchlaBrichtung gelbes Licht
emittiert. Diese Diode ist vor allem als optischer Indikator zur Betriebskontrolle oder zur
Betriebsanzeige von Geraten mit diskreten bzw. integrierten Halbleiterbauelementen vor-
gesehen. Sehr geringer Stromverbrauch, verbunden mit geringer Eigenerwarmung, sowie
hohe Vibrationsfestigkeit, erméglichen dieser Lumineszenzdiode Anwendungen in Berei-
chen, fir die Signalgliihlampen bisheriger Bauformen nicht oder nur unzureichend geeig-
net sind. LD 55 kann auch von TTL-Bausteinen angesteuert werden.

Typ Bestellnummer

LD 55 A Q62703-Q120-S 1
LD 55/I Q62703-Q120-S 2
LD 55/11 Q62703-Q120-S 3
Befestigungs-

Hilse mit

Ring, glasklar| Q 62901-B 64
Befestigungs-

Hilse mit

Ring, schwarzi Q 62901-B 65
Grenzdaten

Sperrspannung

DurchlaRBstrom

StofRstrom (¢ =1 us)
Lagertemperatur
Sperrschichttemperatur

Verlustleistung

(7u = 25°C)

Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft

334

Gewichtetwa 0,2 g

Befestigungs-Hiilse

Ur
Ir

Irs
Ts

Prot

Rinou

— 7,7—J _'
}-43-0’5~><—~ 12,4 0

Kathoden-
kennzeichnung

Befestigungs-Ring

3

60

1

—~55 bis +100
100

210

350




LD 55

Kenndaten (7y = 25° C)

Wellenldnge des emittierten Lichtes J.peak 575 *+15 nm
Spektrale Bandbreite

flir 50% von Imax Al 25 nm
Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen fir 50% der Lichtstarke 1,) @ 25 Grad
DurchlaRspannung (/r = 20 mA) Ur 2,4 (=3,0) \)
Sperrstrom (Ur = 3 V) Ir 0,01 (=10) uA
Anstiegszeit tr 50 ns
Abfalizeit ts 50 ns
Kapazitat (Ur = 0 V) Co 45 pF
Temperaturkoeffizient fir I, TK -0,65 %/K
Temperaturkoeffizient fir Ur TK -1,6 mV/K
Temperaturkoeffizient fr 7 peax TK 0,15 nm/K
Lichtstarke (/r = 20 mA)

Typ LD 55 A LD 55/1 LD 55/11

I, 1,5 (2 0,8) 4,0 (= 3,0) 7,0 (=5,0) mcd
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LD 55

Relative spektrale Emission Ie; = 7 (/)

50

40

30

20 /
10

550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 nm

— A

Abstrahlungscharakteristik

Lot = £ (g) ¥ —
200 100 e 10° 200
10
03
08
07
300 300
06
05
400 400
04
500 03 500
60° 02 60°
700 ] 700
g0° 9 80°
90° 900
100° 100°

336

Lichtstarke I, = £ (/)
mcd

102

T
}

//

N

'
Py

Nl \\
N

107 10’ 10! 102 mA

Maximal zulassiger DurchlaBstrom
Ir=f(T)
mA
100

80

60

N oy 350K /W
40 N

e

20 N
N

0 25 50 7 100 125 °C

— 7



LD 55
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LD 55

Welienldange der Strahlung
Zpeak = F(Tu)
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GaP-Lumineszenzdiode LD 481
im 2,54-mm-Raster (gelbleuchtend)

Die LD 481 emittiert bei StromfluR in DurchlaBrichtung gelbes Licht. Die Diode mit ihrer
gelben diffusen Kunststoffumhiillung hat auf der Seite des Lichtaustrittes Linsenform und
nach der entgegengesetzten Seite LotspieBanschlisse im RastermaR von 2,54 mm (10
Zoll). Der KathodenanschluB ist durch eine Nase am LotspieR gekennzeichnet.

Diese Diode ist TTL-kompatibel durch ihren geringen Stromverbrauch und wird als opti-
scher Indikator zur Betriebskontrolle elektronischer Schaltungen verwendet. Als Lumines-
zenzdiodenzeilen (LD 480 bis 489) eignen sich die Dioden zum Aufbau kompletter Anzei-
genordnungen, wie Schriftzeichen und Skalen.

Typ | Bestellnummer

LD 481 Q62703-0123
LD 481 A Q62703-0123-S 1

i

21
02
Kathode ——I 254

Ann/de Gewicht etwa 0,02 g
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 3 \Y
DurchlaBstrom If 25 mA
StoRstrom (¢ = 10 ps) frs 0,5 A
Lagertemperatur Ts —30 bis +80 °C
Sperrschichttemperatur Ti 80 °C
Lottemperatur 2 mm vom Gehauseboden
entfernt (¢= 3 s) 7L 230 °C
Verlustleistung (7. = 25° C) Prot 85 mW
Warmewiderstand
Sperrschicht-Luft Rinou 750 K/W
Sperrschicht-LotspieR RinaL 650 K/W
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LD 481

Kenndaten (7y = 25° C)

Wellenldange des emittierten Lichtes
Spektrale Bandbreite fiir 50% von Imax

Offnungskegel (Halbwinkel)

(Grenzen fir 50% der Lichtstarke 1,)

DurchlaBspannung (/r = 20 mA)

Sperrstrom (Ur = 3 V)
Kapazitat (Ur = 0 V)

Anstiegszeit
Abfallzeit
Temperaturkoeffizient von 7,
Temperaturkoeffizient von Ur
Temperaturkoeffizient von 7eak

Lichtstarke (/r = 20 mA)

Typ

LD 481

LD 481 A

L

7 (=4)

=1,6

mcd
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LD 481

Irel

e

Relative spektrale Emission I.e) = 7 (1)
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LD 481

DurchlaBBspannung /r = £ (Ur) Kapazitat C = 7 (Ur)
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LD 481

Wellenldnge der Strahlung
Apeak = F(Tu)
nm
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GaP-Lumineszenzdiodenzeilen LD 480 bis LD 489
im 2,54-mm-Raster (gelbleuchtend)

Die LD 480 bis 489 sind GaP-Lumineszenzdiodenzeilen in gelber Kunststoffumhillung,
welche aus einer Anordnung von maximal 10 Lumineszenzdioden in einer Reihe bestehen.
Die Dioden emittieren bei Stromfluf in Durchla3richtung gelbes Licht. Die Abstande der
einzelnen Dioden entsprechen dem genormten Rasterabstand von 2,64 mm ("0 Zoll).
Die dritte Zahl der Typenbezeichnung ist identisch mit der Anzahl der in der Zeile vorhan-
denen Lumineszenzdioden (z. B. LD 484 ist eine Zeile mit 4 Dioden).

Typ | Bestellnummer = A A A
LD 482 Q62703-Q 103 (2 Dioden in Zeile) 1 T T
LD 483 Q 62703-Q 104 (3 Dioden in Zeile)
LD 484 Q62703-Q 105 (4 Dioden in Zeile)
LD 486 Q 62703-Q 107 (6 Dioden in Zeile) wl=S
LD 488 Q 62703-Q 109 (8 Dioden in Zeile) —*i11254 O,lﬁ l‘—

Abweichende Systemzahlen pro Zeile auf Anfrage z.B.LD 484

Grenzdaten (Einzeldiode)

Sperrspannung Ur 3 \%
DurchlaRstrom Ir 25 mA
StoRstrom (¢ = 10 ps) Irs 0,5 A
Lagertemperatur Ts - 30 bis +80 °C
Sperrschichttemperatur Ti 80 °C
Lottemperatur 2 mm vom Gehauseboden

entfernt (t= 3 s) n 230 °C
Verlustleistung (7. = 25° C) Prot 85 mw
Warmewiderstand

Sperrschicht-Luft Rinsu 750 K/W
Sperrschicht-LotspieR Rinat 650 K/W
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LD 480 bis LD 489

Kenndaten (7y = 25° C)

Lichtstarke (/r = 20 mA)
Wellenldnge des emittierten Lichtes
Spektrale Bandbreite fir 50% von Imax
Offnungskegel (Halbwinkel)
(Grenzen far 50% der Lichtstarke 1)
DurchlaBspannung (/r = 20 mA)
Sperrstrom (Ur = 3 V)

Kapazitat (Ur = 0O V)

Anstiegszeit

Abfallzeit

Temperaturkoeffizient von I,
Temperaturkoeffizient von Ur
Temperaturkoeffizient von 7 peak

Iv
;vpeak

AL
Ur
Co
t:

ts

TK
TK

4 bis 8
575 +15
25

50

2,4 (=30
0,1 (=10)
50

50

50

-0,55
-1,6

0,15

mcd
nm
nm

Grad
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ns

ns
%/K
mV/K
nm/K
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LD 480 bis LD 489

Relative spektrale Emission I = £ (%)
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LD 480 bis LD 489

Kapazitat C = £ (Ur)
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LD 480 bis LD 489

Wellenlange der Strahlung
Jpeak = f (Tu)
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Optoelektronische Koppelelemente







Optoelektronisches Koppelelement mit besonders

groRem Stromiibertragungsverhaltnis

CNY 17

Das Koppelelement CNY 17 besitzt als Sender eine GaAs-Lumineszenzdiode, die optisch
mit einem Silizium-Planar-Fototransistor als Empfanger gekoppelt ist. Das Bauelement ist

in ein Plastik-Steckgehause 20 A6 DIN 41866 eingebaut.

Das Koppelelement erméglicht die Ubertragung von Signalen zwischen zwei galvanisch
getrennten Stromkreisen. Der Potentialunterschied zwischen zu koppelnden Schaltungen

darf die maximal zuldssige Isolationsspannung nicht iberschreiten.

Typ | Bestellnummer

CNY 17/ Q62703-N1-S 1
CNY 17/11 Q62703-N1-S2
CNY 17/l Q62703-N1-S3
CNY 17/IV Q62703-N1-S4

Lumineszenzdiode 1 Anode

Sender 2 Kathode

3 nicht beschaltet
Fototransistor 4 Emitter
Empfanger 5 Kollektor

6 Basis
Grenzdaten

Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

Sperrspannung
DurchlaBstrom
StoRstrom (t =10 us)
Verlustleistung

Empfanger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Verlustleistung

Ur
Ir
Irs
Ptot

Ucko
Ueso
Ic
Prot

60
1.5
100

70

100
150

[-7,610,2 -5

Gewichtetwa 0,7 g
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CNY 17

Koppelelement

Lagertemperatur Ts -56bis+125 | °C
Betriebstemperatur Tu - 55 bis +100 °C
Lottemperatur (2 mm vom Gehauseboden

entfernt) (t= 3 s) n 230 °C
Isolationsprufspannung Uss 4000 \Y

(zwischen Sender und Empfanger bezogen

auf Normklima 23/50 DIN 50 014;

Kriechstrecke 8,2 mm min;

Luftstrecke 7,6 mm min)

Kriechstromfestigkeit: Gruppe Il (KC = 600) nach VDE 110 § 6 Tabelle 3 und DIN 53480/
VDE 0303 Teil 1.

DIN-Norm bzw. VDE-Vorschrift in Vorbereitung, beziiglich Nennisolationsspannung gilt
vorlaufig VDE-Entscheidung 69 bzw. VDE 0110 und 0160.

Kenndaten (7y = 25° C)
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (/r = 60 mA) Ur 1,25 (=1,65) \

Durchbruchspannung (/z = 100 pA) Usr 30 (= 4) \

Sperrstrom (Ur = 3 V) Ir 0,01 (=10) uA

Kapazitat (Us = O V; f=1MHz) Co 50 pF

Empfanger (Si-Fototransistor)

Kapazitat (Uce = O V; f =1 MHz) Cce 10 pF
Ccs 15 pF
Ces 16 pF

Koppelelement

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ir =10 mA; Ic = 2,5 mA) Ucksat 0,3 Y

Koppelkapazitat Ck 0,34 pF

Die Koppelelemente werden nach dem Stromiibertragungsverhéltnis %C bei /e =10 mAund
Uce = 5 V gruppiert und mit romischen Ziffern gekennzeichnet. F

Gruppe | 1} 1 v

% 40 bis 80 63 bis 125 100 bis 200 | 160 bis 320 | %
Stromverstarkung B

(Ic =10 mA; Uce =5V) | 250 350 500 700
Kollektor-Emitter-

Reststrom

(Uce =10 V) Iceo | 8 (=50) 2 (=50) 5 (=100) 5 (=100) nA
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CNY 17

-

DurchlaBspannung /r = f (UF)

mA

™~
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V4
/
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-~

~
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L

\-

-~
™ |

pF
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50

40

30

20

-~

"

13

15 17
— U5

Kapazitat C = 7 (Ur)

19V

0 v

Ur

DurchlaBspannung e f(Tu)
1.4
Y%
Ugse 12
T ~—~
10 = -
I —
0.8
06
0.4
0.2
0
—30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 °C
—>r
U
Kollektor-Emitter-Kapazitat
Cce = F(Uce)
pF
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N
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CNY 17

Kollektor-Basis-Kapazitat Emitter-Basis-Kapazitat
Ccs = f(Ucs) Ceg = f(Uks)
pF pF
20 20
CCB [EB 18
T 5 N 16 ™.
N N
14 \\
N \
\ \
10 m\ 12
N\ 10
\
5 8 \\
N \
N
6
0 2 U 0 1 2 b -2 -1 0 1
10 10 10 0 0° v 10 10 10 0V
= Ug > Ugp
Ausgangskennlinien /c = £ (Ucg) Ausgangskennlinien /c = f (Uce)
mA mA
¥ 2mA ’ ‘
m
~
I /1BmA// I 2,0mA
5 el | —
ST T e
) |-
20 /A P lbmA —= 2 (] e /IE»!;
LBV = ad ——
L 12mA |~ ”,
15 ] P 1,6mA -
i
"1 |oma T
A~ (.—-’ 1,ZmA__
4%/// ________———-T—'
10 ] BmA T — ! 10mA
e Lt
7 = smA | L ——T" | | 0smA
5 MLA leﬁmA——
T 0,6mA
ZmA TImA|
0 1 0 I
0 2 b 6 8 0V 0 2 4 6 8 0 Vv
—— Uy = Uge
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CNY 17

Stromverstarkung B8 = f (/c)

Uke=5V
800
B 700 :
T \
o
600 } >
500 ]
|
1 ‘,J"H/ \
400
IRl
0 s 1 N i
=] /P*L'-h’\ H
200 - H
I ’—’r 'br
[
100
0
10! 10° 0 102 mA
—
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CNY 17

Schaltzeiten

Lastwiderstand R | 75Q]| us Ir =10 mA

Verzégerungszeit  tq 0,5 | us Use=5V

Anstiegszeit t 2 us Ty =25°C

Speicherzeit ts 0.2 us

Abfallzeit t; 2 us

Grenzfrequenz 1y 250 | kHz
Eingangsimpuls

I 1Ausgangsimpuls |
! | T
| | o R159
| ! . o o : sy
| l o a3 T 1)
I ! =1 S T o
Vi ] NG e
e + e o -

_hfd fr_. H_fs_. fl f

Anhand des obigen Bildes definiert man folgende Zeiten:

Einschaltzeit tcin = ta + ¢

Die Einschaltzeit ist die Zeit, in der der Ausgangsstrom (Kollektorstrom) nach Einschalten
des Steuerstromes (Basisstrom) auf 90% seines Maximalwertes ansteigt. Sie setzt sich
zusammen aus der Verzogerungszeit ¢4 (delay-time) und der Anstiegszeit ¢, (rise-time). Die
Verzégerungszeit ist die Zeit, in der nach Einschalten des Steuerimpulses der Kollektor-
strom auf 10% seines Endwertes angestiegen ist. Die Anstiegszeit ist jene Zeit, in der der
Kollektorstrom von 10% auf 90% seines Endwertes ansteigt.

Ausschaltzeit toys = ¢ + &

Die Ausschaltzeit ist die Zeit, in der nach Abschalten des Steuerimpulses der Ausgangs-
strom auf 10% seines Maximalwertes absinkt.

Sie setzt sich zusammen aus der Speicherzeit t; und der Abfalizeit #.

Die Speicherzeit ist die Zeit, in der nach Abschalten des Steuerstromes (DurchlaRstrom 7¢
der Lumineszenzdiode) der Ausgangsstrom (Kollektorstrom) auf 90% seines Maximal-
wertes absinkt.

Die Abfallzeit ist die Zeit, in der der Ausgangsstrom (Kollektorstrom) von 90% auf 10%
seines Maximalwertes absinkt.
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Optoelektronisches Koppelelement CNY 18

Das Koppelelement CNY 18 besitzt als Sender eine GaAs-Lumineszenzdiode, welche
optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor als Empfanger gekoppelt ist. Das Bau-
elementistim Gehduse 18 A4 DIN 41876 (TO-72) eingebaut. Der Kollektor des Fototransi-
storsist mit dem Metallgeh&use galvanisch verbunden. Das Koppelelement erméglicht die
Ubertragung von Signalen zwischen zwei galvanisch getrennten Stromkreisen. Der
Potentialunterschied zwischen den zu koppelnden Schaltungen darf die max. zuldssige
Isolationsspannung nicht tGiberschreiten.

Typ | Bestellnummer E K
®0.45 ,

CNY 18/I Q62703-N2-S 1 \ —i >/§ w

CNY 18/1l Q62703-N2-S2 —t :E ‘ w

CNY 18/Ill Q62703-N2-S3 ‘ —? z_‘;

CNY 18/1V Q62703-N2-S4 ‘ C A
le— 135¢7 —ta -

243 25440

Gewichtetwa 0,4 g C mit Gehduse verbunden

Grenzdaten

Sender GaAs-Lumineszenzdiode

Sperrspannung Ur 3 \%

DurchlaRstrom Ir 60 mA

StoRstrom (¢t =10 ps) Irs 1,5 A

Verlustleistung Prot 100 mwW

Empfinger Si-Fototransistor

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 32 \

Kollektorstrom Ic 100 mA

Verlustleistung Prot 150 mW
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CNY 18

Koppelelement

Lagertemperatur

Betriebstemperatur

Léttemperatur (2 mm vom Gehauseboden
entfernt) (t= 3 s)

Isolationsspannung zwischen Sender

und Empfanger

bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50 014
(Kriechstrecke 0,35 mm min;

Luftstrecke 0,35 mm min)

Ts
Tu

Tu

Us

—55 bis +125
—-55 bis +100

230

500

°C
°C

°C

Kriechstromfestigkeit: Gruppe lil (KC = 600) nach VDE 110 § 6 Tabelle 3 und DIN 53 480/

VDE 0303 Teil 1.

DIN-Norm bzw. VDE-Vorschrift in Vorbereitung. Beziiglich Nennisolationsspannung gilt
vorlaufig VDE-Entscheidung 69 bzw. VDE 0110 und 0160.

Kenndaten (7y = 25° C)
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (/r = 60 mA)
Durchbruchspannung (/g = 100 uA)
Sperrstrom (Ur = 3 V)

Kapazitat (Ur = O V; f=1MHz)

Empfanger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Reststrom (Uce = 10 V)
Kollektor-Emitter-Kapazitat
(Uce = O V;.f=1MHz)

Koppelelement

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ir =10 mA; Ic =1 mA)

Koppelkapazitidten (f =1 MHz)

Ugr
Ir
Co

Iceo

Cce

UCEsat

Lumineszenzdiode
Anode - Kathode

kurzgeschlossen

Fototransistor

» Emitter — Kollektor
kurzgeschlossen

Anode — Kathode » Kollektor
kurzgeschlossen (Emitter an Masse)
Anode — Kathode » Emitter

kurzgeschlossen

Die Koppelelemente werden nach dem Stromiibertragungsverhaltnis
Uce = 5 V gruppiert und mit romischen Ziffern gekennzeichnet.

1,25 (=1,7)
30 (= 4)
0,01 (=10)
50

2 (=100)

10

01(=0,2)

Ck
Ck

Ck

(Kollektor an Masse)

I

35 <<

pF

\Y

1,4
1.1

0,1

pF
pF

pF

e pei I =10 mA und

Gruppe | 1l ] v
% 10 bis 20 16 bis 32 25 bis 50 40 bis 80 %
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CNY 18

DurchlaRspannung /r = f (Ur) DurchlaRspannung Uf/;o =f(Tu)
mA
102 s 14
Il
/ Z =
/ tp Tax Uegse 12
/ =
; / / 10 == -
10 + T T
7
I’ 1 0.8
f /
/ 08
/
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107! 1 0
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Cce = £ (Uce)
pF pF
60 16
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CNY 18

Schaltzeiten

Lastwiderstand R. | 75Q/ us Ir =10 mA
Verzégerungszeit tq 0,5 | us Ue=5V
Anstiegszeit t 2 us Tu=25°C
Speicherzeit ts 0,2 |us

Abfallzeit ts 2 us

Grenzfrequenz 1y 250 | kHz

[‘F Eingangsimpuls

L tAusgangsimpuls |
[ I j T
' i
| ! T Ik RT5Q
| : i U5
| | - —— 5V
| i - 2 Vs QL
= NG T :
Ul ! N -t °
-t e el

Anhand des obigen Bildes definiert man folgende Zeiten:

Einschaltzeit tein = t4 + -

Die Einschaltzeit ist die Zeit, in der der Ausgangsstrom (Kollektorstrom) nach Einschalten
des Steuerstromes (Basisstrom) auf 90% seines Maximalwertes ansteigt. Sie setzt sich
zusammen aus der Verzégerungszeit ¢4 (delay-time) und der Anstiegszeit t (rise-time). Die
Verzogerungszeit ist die Zeit, in der nach Einschalten des Steuerimpulses der Kollektor-
strom auf 10% seines Endwertes angestiegen ist. Die Anstiegszeit ist jene Zeit, in der der
Kollektorstrom von 10% auf 90% seines Endwertes ansteigt.

Ausschaltzeit t,ys = ts + t

Die Ausschaltzeit ist die Zeit, in der nach Abschalten des Steuerimpulses der Ausgangs-
strom auf 10% seines Maximalwertes absinkt.

Sie setzt sich zusammen aus der Speicherzeit t;und der Abfallzeit ¢:. Die Speicherzeitist die
Zeit, in der nach Abschalten des Steuerstromes (DurchlalRstrom /r der Lumineszenzdiode)
der Ausgangsstrom (Kollektorstrom) auf 90% seines Maximalwertes absinkt.

Die Abfallzeit ist die Zeit, in der der Ausgangsstrom (Kollektorstrom) von 90% auf 10%
seines Maximalwertes absinkt.
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Fotowiderstande







Fotowiderstand

FW 9801
FW 9802

FW 9801 und FW 9802 sind Cadmiumsulfid-Fotowiderstande mit Lackabdeckung. Sie
sind fiir Anwendungen vorgesehen, die eine geringe Einbautiefe erfordern.

Typ | Bestellnummer

FW 9801
FW 9802

Grenzdaten
Verlustleistung

Arbeitsspannung
Umgebungstemperatur (7y = 25° C)

Kenndaten (7y = 25° C)

Dunkelwiderstand

nach 1s') Lichtsperrung (min)
Hellwiderstand bei 50 Ix
Widerstandstoleranz bei 50 Ix
Spektraler Bereich der
Fotoempfindlichkeit2)
Wellenldnge der max.
Fotoempfindlichkeit

MeRspannung

MeRbedingungen:

Q62705-P 18-F 65
Q62705-P 19-F 65

max 25
e
‘ E;—25 —

mW

°C

kQ

%

nm

mDX@'L i M*9.q4
. v b
by |
strahlungsempfindliche
Flache ca.9x1
FW 9801 FW 9802
Prot 300 300
U, 100 250
Tu — 30 bis +60| —-30 bis +70
Ro 800 800
Rso 3 9
Ar +50 +50
i 350 bis 750 | 350 bis 750
).S max 575 +75 575 +75
U 2 2

Beleuchtungsstarke = 50 Ix, Farbtemperatur der Lichtquelle = 2856 K.
Vor der Messung werden die Fotowiderstande mindestens 24 Stunden in Dunkelheit bei
ca. 25° C Umgebungstemperatur gelagert und anschlieRend ca. 16 Stunden mit 300 Ix

belichtet.

) Dunkelwiderstand ausgehend von der Beleuchtungsstarke 50 Ix.
2) Bestimmt durch die Wellenldngen, bei denen die Empfindlichkeit auf 10% des Maximums abgefallen ist.
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FW 9801
FW 9802

Relative spektrale
Empfindlichkeit S = £ (1)

%
100 /
Srel \

50/ \

04 05 06 07 08um
-1
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Ryt
Ryas

Temperaturabhingigkeit des
Rut

Hellwiderstandes o~ = f(Tu)
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Fotowiderstand

RPY 60

RPY 60 ist ein Cadmiumselenid-Fotowiderstand. Er ist in ein hermetisch dichtes Gehause
ahnlich TO-5 mit Glasfenster eingebaut und fir frontale Beleuchtungsrichtung vorge-
sehen. Das Gehause ist von den AnschlulRdrahten isoliert. Der Fotowiderstand zeichnet

sich besonders durch kurze Abklingzeiten aus.

16

Typ l Bestellnummer ->l ‘—struhlungsempfindhche Flache ~6x3mm
RPY 60 l a62717-P3 b 305 |
s | = HE
T i =1
- e )5  — $I 9.1 —
325
Gewichtetwa 2 g
Grenzdaten
Verlustleistung Piot 50 mW
Arbeitsspannung Us 100 \%
Umgebungstemperatur Tu -40 bis +75 °C
Kenndaten (7y = 25° C)
Dunkelwiderstand 1 min nach Verdunkelung Ro =1-108 Q
Hellwiderstand (£, = 1000 Ix) Ri000 300 bis 800 Q
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit s max 0,72 um
Temperaturkoeffizient
(£, = 1000 Ix; Ty = — 25 bis +75°C) TK 1 %/K
Ansprechzeit fir den Abfall des Widerstandes
von Ro auf 65% von Riooo t; 1 bis 3 ms
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RPY 60

Relative spektrale Verlustleistung Pt = 7 (Tu)
Empfindlichkeit Srei = 7 (1)

% mw

100 ’—ﬁ n

70

Srel Prot
A

/ 50
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\ 20
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0 0
04 05 06 0 08um -0 0 2 40 B 80  100°C
A — T
Strom-Spannupgskennlinien Ir = f(U) Temperaturabhangigkeit des
" Beleuchtungsstarke £, = Parameter Hellwiderstandes /?HT — Ty
15 T o' =
i ]460Lx/]‘ ||
o LA 00
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T 81 R
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/ L 1001x
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RPY 60

Hellwiderstand als Funktion der Anstiegs- und Abfallzeit des

Beleuchtungsstarke Ry = £ (£.) Fotostromes auf 65% des

(Streubereich) Endwertes als Funktion der

Beleuchtungsstarke ¢t = 7 (£.)
Q ms
108 20
5
Ry ’
i N
108 T
S S 15 \
5 N \ .
AN N Anistieg
N A\
N \
b N \
N,
104 c 10 \
5 \\ AN \,
X N \\ §
N N \\
N N
N ™ N
: NN
10 9 TSN
§ " Abklingen AN
N

102 0

gl oo 5 102 5 1%L 100 5 10 5 10 5 10°Lx

—=F, ——™E
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Fotowiderstand

RPY 61

RPY 61 ist ein Cadmiumsulfoselenid-Fotowiderstand. Er ist in ein hermetisch dichtes
Gehéuse dhnlich TO-5 mit Glasfenster eingebaut und fir frontale Beleuchtungsrichtung
vorgesehen. Das Gehduse ist von den AnschluRdréhten isoliert. Der Fotowiderstand zeich-

net sich besonders durch kurze Abklingzeiten aus.

16
Typ | Bestellnummer ‘_strohlungsempfmdltche Flache ~6x3mm
RPY 61 | 062717-P4 | 605 |
= & a8
I —J f K
i e— 75 91 e
325
Gewichtetwa 2 g

Grenzdaten
Verlustleistung Prot 50 mwW
Arbeitsspannung Us 50 \%
Umgebungstemperatur Tu -40 bis +75 °C
Kenndaten (7y = 25° C)
Dunkelwiderstand 1 min nach Verdunkelung Ro =1-108 Q
Hellwiderstand (£, = 1000 Ix) Riooo 300 bis 800 Q
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit /s max 0,65 um
Temperaturkoeffizient
(E, =1000 Ix; Ty = — 25 bis +75° C) TK 0.8 %/K
Ansprechzeit fir den Abfall des Widerstandes
von Ro auf 65% von Riooo t: 2 bis 6 ms
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RPY 61

Relative spektrale Verlustleistung Pt = £ (7u)
., Empfindlichkeit Swei = (%)
%o mw
100 T
70
sr'el L PTTOT 50
50
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/ 0
30
30
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\ 10
04 0,5 0,6 07 0.8um -20 0 20 40 60 80  100°C
—A — TU
Strom-Spannupgskennlinien Ip = (V) Temperaturabhangigkeit des
Beleuchtungsstarke £, = Parameter Hellwiderstandes Rur _ (7o)
mA Rizs
15 | SRR seves: 3
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/11
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\ / 10001x
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RPY 61

Hellwiderstand als Funktion der Anstiegs- und Abfallzeit des
Beleuchtungsstéarke Ry = f (E.) Fotostromes auf 65% des
(Streubereich) Endwertes als Funktion der
Beleuchtungsstarke t = 7 (£,)
Q ms
108 20
L ——
Ry 1
109 h T
\ BTN
5 N\ \ .
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Fotowiderstand RPY 62

RPY 62 ist ein Cadmiumsulfoselenid-Fotowiderstand. Er ist in ein hermetisch dichtes
Gehause dhnlich TO-5 mit Glasfenster eingebaut und fur frontale Beleuchtungsrichtung
vorgesehen. Das Gehause ist von den AnschluRdrahten isoliert. Der Fotowiderstand zeich-
net sich besonders durch kurze Abklingzeiten aus.

Typ | Bestellnummer 16
RPY 62 lQ62717-P5 L*l

™ strahlungsempfindliche Flache ~6x3mm

blas

—= ®81

> - 75  —

325
Gewichtetwa2g

Grenzdaten

Verlustleistung Prot 50 mW
Arbeitsspannung Us 100 \%
Umgebungstemperatur Tu —40 bis +75 °C
Kenndaten (7y = 25° C)

Dunkelwiderstand 1 min nach Verdunkelung Ro =1-108 Q
Hellwiderstand (£, = 1000 Ix) Riooo 3500 Q
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit LS max 0,55 um
Temperaturkoeffizient

(E, =1000 Ix; Ty = = 25 bis +75° C) 7K 0,4 %/K
Ansprechzeit fiir den Abfall des Widerstandes

von Ro auf 65% von Riooo t; 10 bis 20 ms
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RPY 62

Relative spektrale
Empfindlichkeit Sre = 7 (1)
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RPY 62

Hellwiderstand als Funktion der
Beleuchtungsstarke Ry = £ (E))
(Streubereich)

Q
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Fotowiderstand

RPY 63

RPY 63 ist ein Cadmiumsulfoselenid-Fotowiderstand. Er ist in ein hermetisch dichtes
Gehause ahnlich TO-5 mit Glasfenster eingebaut und fiir frontale Beleuchtungsrichtung
vorgesehen. Das Gehause ist von den Anschludrahten isoliert. Der Fotowiderstand zeich-
net sich besonders durch kurze Abklingzeiten aus.

7 ~ strahtungsempfindliche Flache ~6x3mm

Typ | Bestellnummer
RPY 63 | a62717-P6 |
5
!
.
325
Grenzdaten
Verlustleistung Prot
Arbeitsspannung Us
Umgebungstemperatur Tu
Kenndaten (7y = 25° C)
Dunkelwiderstand 1 min nach Verdunkelung Ro
Hellwiderstand (£, = 1000 Ix) Riooo
Wellenldnge der max. Fotoempfindlichkeit s max
Temperaturkoeffizient
(E, =1000 Ix; Ty = — 25 bis +75° C) TK
Ansprechzeit fur den Abfall des Widerstandes
von Ro auf 65% von Riooo t:
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Gewichtetwa 2 g

50 mWwW
50 \Y
—40 bis +75 °C

=1-108 Q
300 bis 800 Q
0,55 um
0,4 %/K
10 bis 20 ms



RPY 63

Relative spektrale
Empfindlichkeit Sre = (%)
%
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RPY 63

Hellwiderstand als Funktion der
Beleuchtungsstarke Ry = f (£}
(Streubereich)
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Fotowiderstand

RPY 64

RPY 64 ist ein Cadmiumsulfid-Fotowiderstand. Er ist in ein hermetisch dichtes Gehause
dhnlich TO-5 mit Glasfenster eingebaut und fir frontale Beleuchtungsrichtung vorge-
sehen. Das Gehause ist von den AnschluRdrahten isoliert. Der Fotowiderstand zeichnet

sich besonders durch kurze Abklingzeiten aus.

16

Typ | Bestellnummer *1 "—§trohlungsempf|ndl[che Flache ~6x3mm
RPY 64 | Q62717-P7 i ®05 P
s _—
¥ .
: !
—»{ le—— 75 —]
325
Gewichtetwa 2 g
Grenzdaten
Verlustleistung Prot 50
Arbeitsspannung Us 100
Umgebungstemperatur Tu —-40 bis +75
Kenndaten (7y = 25° C)
Dunkelwiderstand 1 min nach Verdunkelung Ro =1-108
Hellwiderstand (£, = 1000 Ix) Riooo 3500
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit As max 0,50
Temperaturkoeffizient
(E. =1000 Ix; Ty = — 25 bis +75° C) K 0.4
Ansprechzeit fir den Abfall des Widerstandes
von Ro auf 65% von Riooo t: 30 bis 50

blas

mw

°C

—-159
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RPY 64

Relative spektrale

Empfindlichkeit S = £ (1)
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RPY 64

Hellwiderstand als Funktion der
Beleuchtungsstirke Ry = 7 (£.)
(Streubereich)
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Schwellwertschalter fiir Optoelektronik







Schwellwertschalter fiir Optoelektronik

TPV 63

Der Schwellwertschalter fiir Fotodioden TPV 63 ist eine Kombination von zwei bipolaren
Transistoren mit einem Operationsverstarker. Der Schwellwertschalter ist zur Anwendung
in Belichtungsautomaten von Fotoapparaten sowie fiir optoelektronische Schaltungen

geeignet.

Typ | Bestellnummer

TPV 63 | Q60999-A 241

Grenzdaten

Betriebsspannung Usatt 1
Betriebsspannung Usatt 2
Ausgangsspannung Uns

(Spannungsdifferenzen zwischen AnschluR 4
und AnschluR 3)

Max. Eingangsspannung Uk
Max. Ausgangsstrom Ia
Umgebungstemperatur im Betrieb Tu
Lagertemperatur Ts

K=}
3
S

-

et 1

n->{ b.q 7 F65min
’ (==}

iy

: rﬁ,Sml

“ULZS

——l 5,5max

Al L@ _:r |Zmax

Plastikgehause 8 Anschliisse

Gewicht etwa 0,133 g

+10
+10
+20

+10

70

—30 bis +70
—-55 bis +125

< <<

mA
°C
°C
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TPV 63

Elektrische Kenndaten

(Upart 1 =+ 1,15 V; Ty = 25° C)
(Uatt 2 = +3,4 V)

-2,2V)
Eingangsstrom Ie
Schaltschwelle Ues
Restspannung URest

(Spannungsdifferenz zwischen AnschiuR 4
und Anschlu3 3 im durchgeschalteten Zustand,
siehe MeRschaltung Abb. 2)

Ausgangsstrom Ia
(Ue=0V)

Leerlaufstromaufnahme (Zatt 1 +
(Ue=0V) Igatt 2)
Breite des Ubergangs zwischen den beiden AUe
Schaltzustanden

Anstiegsgeschwindigkeit dUa
von Ua im nicht invert. Betrieb dt

(siehe MeBschaltung Abb. 2)
(Ue=0V—>Ue=10V)
Eingangskapazitat Ce

384

+20
+0,7
1,3

0,4

3,0

mA

mV



TPV 63

AnschluBRbild

Upatty

MeBschaltung
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Abb. 2
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TPV 63

Schaltungsbeispiel

Belichtungsautomatik und Beleuchtungskontrolle

* Upatt
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Schaltungsbeispiel

Belichtungsautomatik mit Temperaturkompensation und Beleuchtungskontrolle
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TPV 63

Daten des Belichtungsautomaten:

Betriebsart: Automatik
Schaltung MeRfehler der MeRfehler der Belichtungszeit
Belichtungszeit Belichtungszeit bei
durch Anderung durch Anderung E, =101 Ix1)
von Ty von Usatt ¢
(- 20° C bis +45°C) (3,8 V bis 5,6 V)
(Ev=11x)") (Ev=11x)1)
TK Fu
Abb. 3 -0,6 %/K 0 15s
Abb. 4 0 %/K +19%/V 16s
Betriebsart: Beleuchtungskontrolle
Schaltung Potentiometer MeRfehler der MeRfehler der
R Beleuchtungsstérke Beleuchtungsstarke
E, =1Ix") durch Anderung durch Anderung
R von Ty von Usatt
(- 20° C bis +45° C) (3,8 V bis 5,6 V)
(Ev = 11x)1) (Ev=11x)1)
TK Fu
Abb. 3 60 kQ +0,86%/K -2,8%/K
Abb. 4 65 kQ +0,72%/K -24%/K

1) Beleuchtungsstarke vor dem Filter BG 38/1,5 mm.

Diese Schaltungen werden ausfiihrlich beschrieben in der Zeitschrift: ,Fernseh- und Kinotechnik”, unter dem Titel:
.Neue Belichtungsautomaten mit Fotodioden*.
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Tel. 22 96 80, Telex 1880/81

Schweiz
Siemens-Albis AG
CH-8001 Ziirich
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Agypten
Siemens Resident Engineers
Chérif Street No. 26b
Cairo (P.0.B. 775)
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Tel. 1615 99, Telex 21052

Libyen
Assem Azzabi, Tariq Building
Tripoli (P.0.B. 2583)
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Chile
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Siemens Canada Limited
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Siemens S.A.
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Mexiko
Siemens S.A.
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(Apartado Postal 156064)
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Siemens Corporation
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Siemens Afghanistan Ltd.
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Kabul (P.0.B. 7)
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Bangladesh
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(P.0.B. 33, Ramna, Dacca)
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Birma
Siemens Resident Engineer
No. 8 Attia Road
Rangoon (P.0.B. 1427)
Tel. 32508, 30455

Hongkong
Jebsen & Co.
Prince’s Building 23rd floor
Hong Kong (P.O.B. 97)
Tel. 522 5111, Telex HX 3221

Indien
Siemens India Ltd.
Head Office
134 A. Dr. Annie Besant
Road Worli

Bombay 4000 18 (P.0.B. 6597)

Tel. 37 99 06, Telex 011-2373

Indonesien
Siemens Indonesia
Kebon Sirih 4
Jakarta (P.0.B. 2469)
Tel. 510 51, Telex 46 222

Iran
Siemens Sherkate
Sahami (Khass)
Kh. Takhte-Djamshid No. 32
Siemenshaus
Teheran 15
Tel. 6141, Telex 2351

Israel
Inverko Ltd.
72-76, Harakevet Street
Tel-Aviv 61000 (P.0.B. 2385)
Tel. 318 44, Telex 033-513

Japan
Nippon Siemens K.K.
Furukawa Sogo Building,
5th floor
6-1, Marunouchi, 2-chome
Chiyoda-ku
Tokyo 100
(Central P.O. Box 1144
Tokyo 100-917)
Tel. (03) 2140211,
Telex 22 808

Jemen
Tihama Tractors
& Engineering Co. Ltd.
Sana’a (P.O.B. 49)
Tel. 24 62, Telex 217

Korea (Republic)
Siemens Electrical
Engineering Co. Ltd.
75, Susomun-dong,
Sudaemun-ku
Seodl (I.P.0.B. 3001)
Tel. 2415 58, Telex 2329

Kuwait
Abdulla Fahad Al-Mishan
Building, Al-Sour Street
Kuwait, Arabia (P.0.B. 3204)
Tel. 42 33 36, Telex 2131

Libanon
Ets. F.A. Kettaneh S.A.
(kettaneh Freres)
Rue du Port
Immeuble Fattal
Beyrouth (B.P. 242)
Tel. 2211 80, Telex 20 614

Malaysia
Guthrie Waugh Engineering
(Malaysia) Sdn. Berhad
17, Jalan Semangat
Petaling Jaya (P.0.B. 30)
Tel. Kuala Lumpur 77 33 44,
Telex Gutwaugh KL 385

Pakistan
Siemens Pakistan
Engineering Co. Ltd.
llaco House,
Abdullah Haroon Road
Karachi (P.O.B. 7158)
Tel. 5160 61, Telex 820

Philippinen
Engineering Equipment, Inc.
Machinery Division,
Siemens Department
2280 Pasong Tamo Extension
Makati, Rizal
(P.O.B. 699-M, Makati
Commercial Center)
Tel. 85 4011/19, Telex EEC
3695

Saudi-Arabien
E.A. Juffali & Bros.
Head Office
King Abdul-Aziz-Street
Jeddah (P.0.B. 1049)
Tel. 22222, Telex 30

Singapur
Guthrie Engineering (Singapore)
Pte. Ltd.
Electrical
& Communications Division
41, Sixth Avenue,
Bukit Timah Road
Singapore 10
(P.O.B. 495, Singapore 1)
Tel. 66 25 55,
Telex 21681

Syrien
Syrian Import,
Export & Distribution
Co., S.A.S. SIEDCO
Port Said Street
Damas (P.0.B. 363)
Tel. 134 31/33

Taiwan
Delta Engineering Ltd.
42, Hsu Chang Street,
8th floor
Taipei (P.0.B. 58497)
Tel. 36 2126/29, Telex 21826

Thailand
B. Grimm & Co. R.O.P.
1643/4, Petchburi Road
Bangkok (P.O.B. 66)
Tel. 540 81, Telex 2614

Australien und Ozeanien

Australien
Siemens Industries Ltd.
544 Church Street, Richmond
Melbourne, Victoria 3121
Tel. 42 02 91, Telex 30425

Neuseeland
175 The Terrace
Wellington 1
P.0.B. 4145
Tel. 46365
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